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(57)【要約】
　表示装置中の画素輝度を制御し、画素輝度の均一性を
維持し、校正する、累積された輝度または光子束のセン
サーを有する発光画素表示装置を操作する表示デバイス
のためのシステムと方法。表示装置は、ＯＬＥＤ、エレ
クトロルミネセント、プラズマまたは他のいずれかの発
光体である光子放射体を各画素が含む画素アレイを備え
る。発光体駆動回路は、画素ごとの入力画像データを受
信して、画素駆動信号を発生して、所与のフレーム時間
中に目標画素輝度を発生し、発光体輝度センサーと測定
回路は、測定表示フレーム時間の一部で画素の実際の輝
度を示す電気的パラメータを測定し、表示装置ロジック
は画素ごとに電気的パラメータに関連する画素輝度を受
信して、画素ごとの入力画像データに対して後続の時間
期間で適用される修正値を、目標画素輝度と測定画素輝
度間の差に基づいて発生する。情報機器としては、コン
ピュータモニター、ＴＶまたは表示パネルを有する他の
いずれかのデバイスがある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの電子回路デバイスからおのおのが形成される複数の発光画素を有する
表示デバイスと、
　外部画像発生源から生の入力画像信号を受信して、修正された画像信号を表示装置に印
加する表示ドライバ回路と、
　少なくとも１つの表示デバイス輝度値を発生する表示輝度検出器と、
　少なくとも１つの表示デバイス輝度値を受信して、情報を表示ドライバ回路に通信する
処理ロジックユニットとを備え、
　前記表示ドライバ回路はこの通信される情報を用いて、生の入力画像信号から修正済み
の画像信号を発生するための変換を発生する
　安定フィードバック表示システム。
【請求項２】
　前記画素のおのおのが、
　サンプル・ホールド回路と、
　前記サンプル・ホールド回路によって制御される電流発生源と、
　前記電流発生源から電流供給される光子放射デバイスと、
　前記光子放射デバイスからある分離距離内に配置され、光子放射デバイスが放射した光
子を検出する輝度検出デバイスと、
　を備える、請求項１に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項３】
　前記画素のおのおのが、
　光子放射体と、
　指定時間中に光子放射体から光子の束を途中で遮って、途中で遮ぎられる光子に反応し
て電気的特性が変化し、この時間中に途中で遮ぎられた光子を累積するまたはその数をカ
ウントし、この指定時間中の累積光子束の全体を示す信号を発生する、画素内に配置され
た光子束累積装置と、
　を備える、請求項１に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項４】
　前記光子束累積装置は、
　光子束の変化や変動に反応して特定が変化したり変動したりする光デバイスから形成さ
れたセンサーと、
　電荷を蓄積または減少するように適用された電荷蓄積デバイスと、
　前記センサーの抵抗またはコンダクタンスの変化に反応して前記電荷蓄積デバイスに電
荷を出力したりこれから電荷を除去したりする制御回路と、
　を備える、請求項３に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項５】
　前記電荷蓄積デバイスはキャパシタを備える、請求項４に記載の安定フィードバック表
示システム。
【請求項６】
　前記制御回路はトランジスタを備える、請求項４に記載の安定フィードバック表示シス
テム。
【請求項７】
　前記光デバイスは、自身の表面に衝突する光子束が変化すると抵抗またはコンダクタン
スが変化する感光性抵抗体を備える、請求項４に記載の安定フィードバック表示システム
。
【請求項８】
　前記光デバイスは、自身の表面に衝突する光子束の変動に応じて漏れが増減する光ダイ
オードを備える、請求項４に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項９】
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　前記光ダイオードの漏れは、漏れ電圧、漏れ電流および漏れ電荷の内の少なくとも１つ
を含む、請求項８に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項１０】
　前記光デバイスは、表面に衝突する光子束の変動に応じて電流が増減する光トランジス
タを備える、請求項４に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項１１】
　前記輝度検出器は光子束累積装置を備える、請求項１に記載の安定フィードバック表示
システム。
【請求項１２】
　前記画素は、前記光子束累積装置と同じ画素内で光子放射デバイスが放射した光子束を
累積する特定の光子束累積装置を備える、請求項１に記載の安定フィードバック表示シス
テム。
【請求項１３】
　おのおのの前記光子束累積装置が、
　第１の回路ノードを第２の回路ノードから隔離し、また、出力ポート（ノード）を有す
る隔離スイッチングデバイスと、
　前記隔離スイッチングデバイスの出力ポート（ノード）に結合された入力部と電圧基準
ノードに接続された出力部とを有する感光性ユニットと、
　前記隔離スイッチの第１のポートと結合された第１の電極と電圧基準ノードと結合され
た第２の電極とを有する電荷蓄積デバイスと、
　を備える、請求項３に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項１４】
　前記電荷蓄積デバイスはキャパシタを備える、請求項４に記載の安定フィードバック表
示システム。
【請求項１５】
　前記隔離スイッチはトランジスタを備える、請求項４に記載の安定フィードバック表示
システム。
【請求項１６】
　前記隔離スイッチは、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）として基板上に形成される、請求項
４に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項１７】
　前記薄膜トランジスタはアモルファスシリコンから形成されている、請求項１６に記載
の安定フィードバック表示システム。
【請求項１８】
　前記薄膜トランジスタはポリシリコンから形成されている、請求項１６に記載の安定フ
ィードバック表示システム。
【請求項１９】
　前記薄膜トランジスタはセレン化カドミウムから形成されている、請求項１６に記載の
安定フィードバック表示システム。
【請求項２０】
　前記薄膜トランジスタはいずれかの半導体材料から形成されている、請求項１６に記載
の安定フィードバック表示システム。
【請求項２１】
　前記薄膜トランジスタは、ある材料で区画されたチャネルを含み、前記材料は、アモル
ファスシリコンチャネル、ポリシリコンチャネル、セレン化カドミウムチャネル、ガリウ
ム砒素チャネルおよび他のいずれかの半導体材料で形成もしくは区画されたチャネルから
から選択される、請求項１に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項２２】
　前記表示デバイスは平面アレイ状に配置された複数の画素を含む、請求項１に記載の安
定フィードバック表示システム。
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【請求項２３】
　複数の個々の画素が行と列によってアドレス指定される、請求項１に記載の安定フィー
ドバック表示システム。
【請求項２４】
　前記指定時間は行アドレス時間以下である、請求項３に記載の安定フィードバック表示
システム。
【請求項２５】
　前記指定時間はフレームアドレス時間以下である、請求項３に記載の安定フィードバッ
ク表示システム。
【請求項２６】
　前記指定時間はフレーム時間の整数倍に等しい、請求項３に記載の安定フィードバック
表示システム。
【請求項２７】
　前記表示装置発光デバイスは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）である、請求項１に記載
の安定フィードバック表示システム。
【請求項２８】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は小分子ＯＬＥＤである、請求項２７に記載の安
定フィードバック表示システム。
【請求項２９】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）はポリマーＯＬＥＤ（ＰＬＥＤ）である、請求項
２７に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項３０】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）はフォスフォレセントＯＬＥＤ（ＰＨＯＬＥＤ）
である、請求項２７に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項３１】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、単一または複数の層を成す有機材料および電
極の何らかの組み合わせ中のいずれかの材料から形成される、請求項２７に記載の安定フ
ィードバック表示システム。
【請求項３２】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）はアクティブマトリックスＯＬＥＤである、請求
項２７に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項３３】
　前記表示装置発光デバイスはエレクトロルミネセントデバイスである、請求項１に記載
の安定フィードバック表示システム。
【請求項３４】
　前記表示装置発光デバイスはプラズマ発光デバイスである、請求項１に記載の安定フィ
ードバック表示システム。
【請求項３５】
　前記表示装置発光デバイスは、いずれかの制御式光子放射デバイスである、請求項１に
記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項３６】
　前記アクティブマトリックスはアモルファスシリコンから形成されている、請求項３２
に記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項３７】
　前記アクティブマトリックスはポリシリコンから形成されている、請求項３２に記載の
安定フィードバック表示システム。
【請求項３８】
　前記アクティブマトリックスはセレン化カドミウムから形成されている、請求項３２に
記載の安定フィードバック表示システム。
【請求項３９】
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　少なくとも１つの電子回路デバイスからおのおのが形成される複数の発光画素を有する
表示デバイスを提供するステップと、
　外部画像発生源から表示ドライバ回路によって生の入力画像信号を受信して、修正され
た画像信号を表示装置に入力するステップと、
　表示輝度を検出して、少なくとも１つの表示デバイス輝度値を発生するステップと、
　少なくとも１つの前記表示デバイス輝度値を処理ロジックユニットによって受信して、
情報を前記表示ドライバ回路に通信し、この通信される情報を用いて、生の入力画像信号
から修正済みの画像信号を発生するための変換を発生するステップと、
　を含む、表示システム安定化方法。
【請求項４０】
　デジタル画像階調レベル値と、前記デジタル階調レベル値に対応する画素の輝度を発生
する表示駆動信号との間の変換を格納するステップと、
　特定の画素に対する目標階調レベルを特定するステップと、
　特定された前記階調レベルに対応する表示駆動信号を格納済みの前記変換に基づいて発
生して、第１の表示フレーム中に駆動信号によって特定の前記画素を駆動するステップと
、
　第１の表示時間の終了時において特定の前記画素の輝度の実際の測定値を表すパラメー
タを測定するステップと、
　特定の前記画素に対して特定された目標輝度と実際の測定された輝度との間の差を決定
するステップと、
　特定の前記画素の前記格納済み変換を決定された差に基づいて修正するステップと、
　修正された前記変換を記憶し、これを用いて、第１のフレーム時間に続くフレーム時間
中に特定の前記画素に対する表示駆動信号を発生するステップと、
を含む、
　表示デバイス中の画素輝度を制御する制御方法。
【請求項４１】
　前記第１の表示フレームは、ソフトウエアプログラミングもしくは表示装置のユーザま
たはこれらの組み合わせによって指定されたいずれかの表示フレームである、請求項４０
に記載の制御方法。
【請求項４２】
　前記第１のフレームに続くフレーム時間は、いずれかの後続のフレーム時間である、請
求項４０に記載の制御方法。
【請求項４３】
　前記第１の表示フレームは、ソフトウエアプログラミングもしくは表示装置のユーザま
たはこれらの組み合わせによって指定されたいずれかの表示フレームである、請求項４０
に記載の制御方法。
【請求項４４】
　前記第１の表示時間は、１つの連続の期間または複数の不連続の期間からなっており、
ここで、連続の期間または不連続の期間のどちらかが１つのフレーム時間または複数のフ
レーム時間にわたって発生する、請求項４０に記載の制御方法。
【請求項４５】
　修正された変換を記憶および／または使用して、特定の画素に対する表示駆動信号を発
生する前記ステップが、１つのフレームまたはさまざまなフレームのいずれかの後続の部
分で発生する、請求項４０に記載の制御方法。
【請求項４６】
　修正された変換を記憶および／または使用して、特定の画素に対する表示駆動信号を発
生する前記ステップが、この１つの連続の期間または複数の不連続の期間のどちらかがで
発生し、また、この連続の期間または不連続の期間のどちらかが、１つのフレーム時間ま
たは複数のフレーム時間にわたって発生する、請求項４０に記載の制御方法。
【請求項４７】
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　修正された変換を記憶および／または使用して、特定の画素に対する表示駆動信号を発
生する前記ステップが、１つの連続の期間または複数の不連続の期間のどちらかがで発生
し、また、この連続の期間または不連続の期間のどちらかが、１つのフレーム時間または
複数のフレーム時間にわたって発生する、請求項４４に記載の制御方法。
【請求項４８】
　記憶された前記変換は、表示システムの階調レベルロジック機能ブロックに記憶されて
いる変換を含む、請求項４０に記載の制御方法。
【請求項４９】
　記憶された前記変換は、表示デバイスのガンマテーブルに記憶されている変換を含む、
請求項４０に記載の制御方法。
【請求項５０】
　前記第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の測定輝度を表す測定されたパラメ
ータは、電荷蓄積デバイスに累積または減少された電子の数に対応した電圧測定値を含む
、請求項４０に記載の制御方法。
【請求項５１】
　前記第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の測定輝度を表す測定されたパラメ
ータは、電荷蓄積デバイスに累積または減少された電子の数に対応した電流測定値を含む
、請求項４０に記載の制御方法。
【請求項５２】
　前記第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の測定輝度を表す測定されたパラメ
ータは、電荷蓄積デバイスに累積または減少される電子の数に対応した電荷測定値を含む
、請求項４０に記載の制御方法。
【請求項５３】
　前記電荷蓄積デバイスはキャパシタを備える、請求項５０に記載の制御方法。
【請求項５４】
　電子は、前記センサーに入射する光子の束に反応して変化する抵抗率や伝導率を有する
センサー素子の抵抗率や伝導率に比例して蓄積または減少される、請求項５３に記載の制
御方法。
【請求項５５】
　前記比例は正比例である、請求項５４に記載の制御方法。
【請求項５６】
　前記第１のフレーム時間に続くフレーム時間は次の後続フレーム時間である、請求項４
０に記載の制御方法。
【請求項５７】
　前記第１のフレーム時間に続くフレーム時間はいずれかの後続フレーム時間である、請
求項４０に記載の制御方法。
【請求項５８】
　前記第１のフレーム時間に続くフレーム時間は次の表示デバイスパワーオン時間である
、請求項４０に記載の制御方法。
【請求項５９】
　前記第１のフレーム時間に続くフレーム時間は、所定のまたは動的に決定された時間間
隔におけるフレーム時間である、請求項４０に記載の制御方法。
【請求項６０】
　前記表示デバイス中の各画素に対して異なった変換が記憶される、請求項４０に記載の
制御方法。
【請求項６１】
　前記表示デバイス中の別個にアドレス指定可能な各画素に対して表示されるおのおのの
異なった階調レベルに対して異なった変換が記憶される、請求項４０に記載の制御方法。
【請求項６２】
　前記第１の表示時間は、表示装置中で画素がオンである持続時間である、請求項４０に
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記載の制御方法。
【請求項６３】
　前記表示時間は、８ミリ秒と３６ミリ秒の間の実質的に任意の時間である、請求項４０
に記載の制御方法。
【請求項６４】
　前記表示時間は、１０ミリ秒と２０ミリ秒の間の実質的に任意の時間である、請求項４
０に記載の制御方法。
【請求項６５】
　前記フレーム時間の一部は実質的に行アドレス時間を含む、請求項４０に記載の制御方
法。
【請求項６６】
　フレーム時間の一部は、行アドレス時間とフレームアドレス時間の間の時間を含む、請
求項４０に記載の制御方法。
【請求項６７】
　第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の測定輝度を表すパラメータを測定する
前記ステップは、周知の電圧に充電されたまたはこれから放電されたキャパシタ上に蓄積
された電圧を測定するステップを含み、充電または放電の量は、特定の画素内の発光体か
ら同じ特定の画素内のセンサーに放射された光子束に比例する、請求項４０に記載の制御
方法。
【請求項６８】
　特定する前記ステップ、発生する前記ステップ、測定する前記ステップ、決定する前記
ステップ、修正する前記ステップおよび使用する前記ステップは、表示装置中のすべての
前記画素に対して繰り返される、請求項４０に記載の制御方法。
【請求項６９】
　特定の前記画素に対する特定された目標輝度と実際の輝度測定値間の差の決定は、製造
中または最初に用いられる際に実行される表示装置校正手順で決定される特定の画素セン
サー上の基準累積光子束に基づいている、請求項４０に記載の制御方法。
【請求項７０】
　前記表示装置が表示するように指令されるすべての画素とすべての階調レベルに対して
初期変換を決定して記憶する表示装置校正手順をさらに含む、請求項４０に記載の制御方
法。
【請求項７１】
　表示デバイス中の画素の輝度を制御する制御システムであって、
　画素が表示することを指令される各画素と各階調レベルについての格納済み画素階調レ
ベルから表示画素駆動信号への変換であって、前の表示フレーム期間中での表示画素の性
能特性に基づいている変換と、
　命令を受け取る制御部に応答して、特定の画素位置について特定の階調レベルを表示し
て、第１のフレーム時間中に前記格納済みの変換を用いて前記特定の画素に対して駆動信
号を生成する表示駆動信号発生器と、
　表示装置中のおのおのの別個の画素について、第１の表示時間の終了時に複数の特定の
画素のおのおのの実際の輝度測定値を表すパラメータを測定する輝度測定回路と、
　前記特定の画素に対する前記特定の目標輝度と実際の測定輝度の間の差を決定するコン
パレータ回路と、
　おのおのの特定の画素に対する前記格納済み変換を、決定された前記差に基づいて第１
のフレーム時間の一部の間に修正する変換更新ロジックと
　を含み、修正された変換を用いて、第１のフレーム時間に続く第２のフレーム時間の一
部の間に前記特定の画素に対する前記表示駆動信号を発生する
　制御システム。
【請求項７２】
　格納済みの前記変換は、表示システムの階調レベルロジック機能ブロックに記憶されて
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いる変換を含む、請求項７１に記載のシステム。
【請求項７３】
　記憶された前記変換は、前記表示デバイスのガンマテーブルに記憶されている変換を含
む、請求項７１に記載のシステム。
【請求項７４】
　前記輝度測定回路は、第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の測定輝度を表し
、また、表示装置の各画素に対して別々に電荷蓄積デバイスに累積または減少された電子
の数に対応した電流測定値を含むパラメータを測定する、請求項７１に記載のシステム。
【請求項７５】
　前記電荷蓄積デバイスはキャパシタを含む、請求項７４に記載のシステム。
【請求項７６】
　電子は、センサーに入射する光子の束に反応して変化する抵抗率や伝導率を有するセン
サー素子の抵抗率や伝導率に比例して蓄積または減少される、請求項７５に記載のシステ
ム。
【請求項７７】
　前記比例は正比例である、請求項７６に記載のシステム。
【請求項７８】
　前記第１のフレーム時間に続くフレーム時間は、次の後続フレーム時間である、請求項
７１に記載のシステム。
【請求項７９】
　前記第１のフレーム時間に続くフレーム時間は、いずれかの後続フレーム時間である、
請求項７１に記載のシステム。
【請求項８０】
　前記第１のフレーム時間に続くフレーム時間は、次の表示デバイスパワーオン時間であ
る、請求項７１に記載のシステム。
【請求項８１】
　前記第１のフレーム時間に続くフレーム時間は、所定のまたは動的に決定された時間間
隔におけるフレーム時間である、請求項７１に記載のシステム。
【請求項８２】
　前記表示デバイス中の各画素に対して異なった変換が記憶される、請求項７１に記載の
システム。
【請求項８３】
　前記表示デバイス中の別個にアドレス指定可能な各画素に対して表示されるおのおのの
異なった階調レベルに対して異なった変換が記憶される、請求項７１に記載のシステム。
【請求項８４】
　前記第１の表示時間は、前記表示装置において画素がオンである持続時間である、請求
項７１に記載のシステム。
【請求項８５】
　前記表示時間は、８ミリ秒と３６ミリ秒の間の実質的に任意の時間である、請求項７１
に記載のシステム。
【請求項８６】
　前記表示時間は、１０ミリ秒と２０ミリ秒の間の実質的に任意の時間である、請求項７
１に記載のシステム。
【請求項８７】
　前記フレーム時間の一部は実質的に行アドレス時間を含む、請求項７１に記載のシステ
ム。
【請求項８８】
　前記フレーム時間の一部は、行アドレス時間とフレームアドレス時間の間の時間を含む
、請求項７１に記載のシステム。
【請求項８９】
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　第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の測定輝度を表すパラメータを測定する
前記ステップは、周知の電圧に充電されたまたはこれから放電されたキャパシタ上に蓄積
された電圧を測定するステップを含み、充電または放電の量は、特定の画素内の発光体か
ら同じ特定の画素内のセンサーに放射された光子束に比例する、請求項７１に記載のシス
テム。
【請求項９０】
　特定する前記ステップ、発生する前記ステップ、測定する前記ステップ、決定する前記
ステップ、修正する前記ステップおよび使用する前記ステップは、前記表示装置における
すべての画素に対して繰り返される、請求項７１に記載のシステム。
【請求項９１】
　特定の画素に対する特定された目標輝度と実際の輝度測定値間の差の前記決定は、製造
中または最初に用いられる際に実行される表示装置校正手順で決定される特定の画素セン
サー上の基準累積光子束に基づいている、請求項７１に記載のシステム。
【請求項９２】
　前記表示装置が表示するように指令されるすべての画素とすべての階調レベルに対して
初期変換を決定して記憶する表示装置校正手順をさらに含む、請求項７１に記載のシステ
ム。
【請求項９３】
　第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の測定輝度を表す測定された前記パラメ
ータは、電荷蓄積デバイスに累積または減少された電子の数に対応した電流測定値を含む
、請求項７１に記載のシステム。
【請求項９４】
　第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の測定輝度を表す測定された前記パラメ
ータは、電荷蓄積デバイスに累積または減少された電子の数に対応した電荷測定値を含む
、請求項７１に記載のシステム。
【請求項９５】
　前記第１の表示フレームは、ソフトウエアプログラミングもしくは表示装置のユーザま
たはこれらの組み合わせによって指定されたいずれかの表示フレームである、請求項７１
に記載のシステム。
【請求項９６】
　前記第１のフレーム時間に続くフレーム時間は、いずれかの後続フレーム時間である、
請求項７１に記載のシステム。
【請求項９７】
　前記第１の表示フレームは、ソフトウエアプログラミングもしくは表示装置のユーザま
たはこれらの組み合わせによって指定されたいずれかの表示フレームである、請求項７１
に記載のシステム。
【請求項９８】
　前記第１の表示フレームは、１つの連続の期間または複数の不連続の期間からなってお
り、連続の期間または不連続の期間のどちらかが１つのフレーム時間または複数のフレー
ム時間にわたって発生する、請求項７１に記載のシステム。
【請求項９９】
　修正された変換を記憶および／または使用して、特定の画素に対する表示駆動信号を発
生する前記ステップが、１つの連続の期間または複数の不連続の期間のいずれかの後続部
分で適用される、請求項７１に記載のシステム。
【請求項１００】
　修正された変換を記憶および／または使用して、特定の画素に対する表示駆動信号を発
生する前記ステップが、１つの連続の期間または複数の不連続の期間のどちらかがで発生
し、また、この連続の期間または不連続の期間のどちらかが、１つのフレーム時間または
複数のフレーム時間にわたって発生する、請求項７１に記載のシステム。
【請求項１０１】
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　修正された変換を記憶および／または使用して、特定の画素に対する表示駆動信号を発
生する前記ステップが、１つの連続の期間または複数の不連続の期間のいずれかで発生し
、また、この連続の期間または不連続の期間のどちらかが、１つのフレーム時間または複
数のフレーム時間にわたって発生する、請求項９８に記載のシステム。
【請求項１０２】
　複数の画素を有するアクティブマトリックスＯＬＥＤ表示デバイスまたは他の発光性表
示デバイスを操作するシステムであって、
　デジタル画像データの外部発生源に結合された階調レベルロジックであり、画像画素階
調レベル値の第１の表現を同じ画像画素値の第２の表現に変換する変換を含む、階調レベ
ルロジックと、
　前記階調レベルロジックから入力を受信して、画像信号と制御信号を表示マトリックス
の行選択ドライバ回路と列ドライバ回路に通信するように動作する表示装置コントローラ
であり、前記行選択ドライバ回路と前記列ドライバ回路は、複数の画素に対してフレーム
時間中に画像が表示させ、前記複数の画素のおのおのが、画素光子束放射体と、画素表示
フレーム時間の一部で前記放射体からの放射済み光子束の少なくとも一部を累積して、累
積された光子束を示す出力信号を発生する画素光子束レセプタとを含む、前記表示装置コ
ントローラと、
　前記複数の画素のおのおのに対する校正値と、画素によって表示される各画素値とを格
納する校正メモリと、
　前記複数の画素のおのおのと前記校正メモリとから出力信号を受信して、受信した出力
信号を前記校正メモリからのこれらに対応する複数の信号と比較して、画素ごとに差分信
号を計算するコンパレータと、
　前記コンパレータから差分信号を受信して、少なくとも校正値と測定値が異なる画素位
置と画素階調レベル値とについて前記諧調レベルロジックの前記変換の変更を指示する画
素偏差ロジックと
　を備えるシステム。
【請求項１０３】
　前記画素偏差ロジックは、画素輝度の校正値と画素輝度の測定値間の偏差を記憶する画
素偏差メモリを含む、請求項１０２に記載のシステム。
【請求項１０４】
　前記偏差値は電圧値であり、累積された光子束を示す前記出力信号は電圧であり、前記
コンパレータは電圧比較回路である、請求項１０２に記載のシステム。
【請求項１０５】
　前記校正値は電流値であり、累積された光子束を示す前記出力信号は電流であり、前記
コンパレータは電流ベースの電荷アンプ／インピーダンス変換回路である、請求項１０２
に記載のシステム。
【請求項１０６】
　前記校正値は電荷値であり、累積された光子束を示す前記出力信号は電荷であり、前記
コンパレータは電荷ベースの比較回路である、請求項１０２に記載のシステム。
【請求項１０７】
　前記校正値は電圧値であり、累積された光子束を示す前記出力信号は電荷であり、前記
コンパレータは電圧比較回路である、請求項１０２に記載のシステム。
【請求項１０８】
　累積された光子束を示す前記出力信号はアナログ信号であり、前記システムが、
画素表示フレーム時間の一部中でアナログ信号を画素ごとの累積光子束を表す電圧として
サンプルして、このサンプルされた信号をデジタル値に変換されるように保持するサンプ
ル・ホールド回路と、
　サンプルされ保持された前記アナログ信号をデジタル値に変換するアナログ／デジタル
コンバータと、
　前記アナログ／デジタルコンバータに結合されており、デジタル値を受信してこれを前
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記コンパレータに対して所定のフォーマットと順序で通信するマルチプレクサと、
　をさらに備える、請求項１０２に記載のシステム。
【請求項１０９】
　累積された光子束を示す出力信号はアナログ信号であり、前記システムが、さらに、
　画素表示フレーム時間の一部中で前記アナログ信号を画素ごとの累積光子束を表す電圧
としてサンプルして、このサンプルされた信号を保持するサンプル・ホールド回路と、
　前記サンプル・ホールド回路に結合されており、サンプルされ保持された前記アナログ
信号値を受信するマルチプレクサと、
　前記前記マルチプレクサから受信した前記アナログ信号を変換し、アナログ値をデジタ
ル値に変換して、これを前記コンパレータに対して所定のフォーマットと順序で通信する
アナログ／デジタルコンバータと、
　を備える、請求項１０２に記載のシステム。
【請求項１１０】
　さらに、デジタル画像データの外部発生源を備える、請求項１０２に記載のシステム。
【請求項１１１】
　デジタル画像データの外部発生源は、デジタル画像データまたはアナログデータとの組
み合わせの発生源と画像アナログ／デジタルコンバータを備える、請求項１１０に記載の
システム。
【請求項１１２】
　前記フレーム時間の一部は行アドレス時間以下の時間期間を含む、請求項１０２に記載
のシステム。
【請求項１１３】
　前記フレーム時間の一部は、実質的にフレーム時間全体を含む、請求項１０２に記載の
システム。
【請求項１１４】
　前記フレーム時間の一部はフレーム時間全体の少なくとも５０％を含む、請求項１０２
に記載のシステム。
【請求項１１５】
　前記フレーム時間の一部はフレーム時間全体の少なくとも９０％から１００％を含む、
請求項１０２に記載のシステム。
【請求項１１６】
　前記フレーム時間の一部は少なくとも１ミリ秒を含む、請求項１０２に記載のシステム
。
【請求項１１７】
　複数の画素を有するアクティブマトリックス表示デバイスを操作する方法であって、
　各画素の校正値とこの画素のおのおのによって表示されるおのおのの階調レベル値とを
校正メモリに記憶するステップと、
　表示装置中の画素ごとに、また、この画素のおのおので表示される階調レベルごとに画
像階調レベル値の第１の表現を同じ画像階調レベル画素値の第２の表現に変換する変換を
変換メモリに記憶するステップと、
　外部発生源からの複数の画素に対する画像画素階調レベル値の第１の階調レベル表現を
受信するステップと、
　記憶されている前記変換にしたがって画素ごとに第１の階調レベル表現を等しい数の第
２の階調レベル表現に変換するステップと、
　画像階調レベル画素値の前記第２の表現にしたがって現在の表示フレーム時間中にマト
リックス表示デバイス中の画素素子を駆動するための画像データ信号と制御信号を発生す
るステップと、
　現在の表示フレーム時間の一部中で表示装置中の複数の画素のおのおの上の累積光子束
を示す表示装置中の複数の画素のおのおのに対する累積光子束信号を発生するステップと
、
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　画素１つずつ、画素ごとに指令された階調レベルに対する複数の累積光子束信号を同じ
階調レベルの校正値と比較して、指令された階調レベルと測定された階調レベル間の差を
示す複数の比較結果を発生するステップと、
　画素ごとになんらかの偏差を比較結果に基づいて特定して、少なくとも画素ロケーショ
ンと校正値と測定値に差があるような画素階調レベル値に対して後続の表示フレーム時間
中に適用される格納済み変換の変化を出力するステップと、
　を含む方法。
【請求項１１８】
　前記偏差特定ステップは、校正された画素輝度値と測定された画素輝度値の画素偏差を
画素偏差メモリに記憶するステップを含む、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１１９】
　前記校正値は電圧値であり、前記累積光子束値は電圧であり、また、前記比較は電圧の
比較である、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１２０】
　前記校正値は電流値であり、前記累積光子束値は電流であり、また、前記比較は電流の
比較を含む、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１２１】
　前記校正値は電荷値であり、前記累積光子束値は電荷であり、また、前記比較は電荷の
比較を含む、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１２２】
　前記累積光子束値はアナログ信号であり、前記方法が、さらに、
　画素表示フレーム時間の一部中で画素１つ当たりの累積光子束を表す電圧としてアナロ
グ信号をサンプルして、このサンプルされた信号をデジタル信号に変換するために保持す
るステップと、
　サンプルされた前記アナログ信号をデジタル信号に変換するステップと、
　を含む、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１２３】
　前記累積光子束値はアナログ信号であり、前記方法が、さらに、
　画素表示フレーム時間の一部中で画素１つ当たりの累積光子束を表す電荷としてアナロ
グ信号をサンプルして、このサンプルされた信号をデジタル信号に変換するために保持す
るステップと、
　サンプルされた前記アナログ信号をデジタル信号に変換するステップと、
　を含む、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１２４】
　前記累積光子束値はアナログ信号であり、本方法は、さらに、
　画素表示フレーム時間の一部中で画素１つ当たりの累積光子束を表す電流として前記ア
ナログ信号をサンプルして、このサンプルされた信号をデジタル信号に変換するために保
持するステップと、
　サンプルされた前記アナログ信号をデジタル信号に変換するステップと、を含む、請求
項１１７に記載の方法。
【請求項１２５】
　さらに、複数の画素に対して画像画素階調レベル値の第１の階調レベル表現を発生する
ステップを含む、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１２６】
　デジタル画像データは、デジタル画像データまたはアナログ／デジタルコンバータによ
ってデジタルデータに変換されるアナログ画像データを含む、請求項１２５に記載の方法
。
【請求項１２７】
　前記フレーム時間の一部はローアドレス時間以下の時間を含む、請求項１１７に記載の
方法。
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【請求項１２８】
　前記フレーム時間の一部は、実質的にフレーム時間全体を含む、請求項１１７に記載の
方法。
【請求項１２９】
　前記フレーム時間の一部はフレーム時間全体の少なくとも５０％を含む、請求項１１７
に記載の方法。
【請求項１３０】
　前記フレーム時間の一部はフレーム時間全体の少なくとも９０％から１００％を含む、
請求項１１７に記載の方法。
【請求項１３１】
　前記フレーム時間の一部は少なくとも１ミリ秒を含む、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１３２】
　後続の表示フレーム時間は、現在の表示フレーム時間に続く次の表示時間である、請求
項１１７に記載の方法。
【請求項１３３】
　後続の表示フレーム時間は、現在の表示フレーム時間に続くいずれかの表示フレーム時
間である、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１３４】
　後続の表示フレーム時間は、表示装置の初期化時またはパワーオン時でのフレーム時間
である、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１３５】
　画像データ信号と制御信号は表示装置マトリックスの行と列を含み、また、制御信号と
駆動信号は、複数の画素に対するフレーム時間中に画像を表示させるように動作する、請
求項１１７に記載の方法。
【請求項１３６】
　前記画素はアモルファスシリコンから形成された少なくとも１つの薄膜トランジスタを
含む、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１３７】
　前記画素はポリシリコンから形成された少なくとも１つの薄膜トランジスタを含む、請
求項１１７に記載の方法。
【請求項１３８】
　前記画素はセレン化カドミウムから形成された少なくとも１つの薄膜トランジスタを含
む、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１３９】
　前記画素は半導体材料から形成された少なくとも１つの薄膜トランジスタを含む、請求
項１１７に記載の方法。
【請求項１４０】
　現在の表示フレーム時間の一部は行アドレス時間以下である、請求項１１７に記載の方
法。
【請求項１４１】
　現在の表示フレーム時間の一部は、フレーム時間以下である、請求項１１７に記載の方
法。
【請求項１４２】
　現在の表示フレーム時間の一部は、フレーム時間の複数倍に等しい、請求項１１７に記
載の方法。
【請求項１４３】
　前記表示デバイスは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）画素表示デバイスである、請求項
１１７に記載の方法。
【請求項１４４】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、小分子ＯＬＥＤである、請求項１４３に記載
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の方法。
【請求項１４５】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、ポリマーＯＬＥＤ（ＰＬＥＤ）である、請求
項１４３に記載の方法。
【請求項１４６】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、燐光性ＯＬＥＤ（ＰＨＯＬＥＤ）である、請
求項１４３に記載の方法。
【請求項１４７】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、単一または複数層の有機材料と電極とのいず
れかの組み合わせという形態のいずれかの有機材料から形成される、請求項１４３に記載
の方法。
【請求項１４８】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、アクティブマトリックスＯＬＥＤである、請
求項１４３に記載の方法。
【請求項１４９】
　前記表示デバイスは、エレクトロルミネセントデバイスである、請求項１１７に記載の
方法。
【請求項１５０】
　前記表示デバイスは、プラズマ発光デバイスである、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１５１】
　前記表示デバイスは、いずれかの制御可能光子放射デバイスである、請求項１１７に記
載の方法。
【請求項１５２】
　前記アクティブマトリックス表示デバイスは、アモルファスシリコンから形成されてい
る、請求項１４８に記載の方法。
【請求項１５３】
　前記アクティブマトリックス表示デバイスは、ポリシリコンから形成されている、請求
項１４８に記載の方法。
【請求項１５４】
　前記アクティブマトリックス表示デバイスは、セレン化カドミウムから形成されている
、請求項１４８に記載の方法。
【請求項１５５】
　前記アクティブマトリックス表示デバイスは、いずれかのタイプの半導体材料から形成
されている、請求項１４８に記載の方法。
【請求項１５６】
　累積輝度センサーを有する発光画素デバイスであって、
　発光デバイスと、
　前記発光デバイスを画像電圧に対応する所定の輝度にまで駆動する電流を発生して、駆
動電流をフレーム時間中に発光デバイスに入力する駆動回路と、
　発光デバイスの近傍に配置された入射光子束の変化に反応して電気的特性の変化を示し
て、発光デバイスが発光状態にあるときに測定可能な光子を途中で遮ぎる光センサーと、
　前記センサーと結合しており、電荷を蓄積もしくは減少して、容量電荷およびこの電荷
に比例する電圧を一時に示す電荷蓄積デバイスと、
　フレーム時間の少なくとも一部においてセンサーの電気的特性の変化に反応して電荷蓄
積デバイスの充電および放電を制御する制御回路と、
　を備える前記画素デバイス。
【請求項１５７】
　さらに、前記表示フレーム時間の少なくとも一部の終了時で前記電荷蓄積デバイスの両
端の電圧を測定する電圧読取回路を備え、この測定された電圧はこのフレーム時間の一部
の間での画素の測定輝度を示す、請求項１５６に記載の発光画素デバイス。
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【請求項１５８】
　さらに、前記表示フレーム時間の少なくとも一部の終了時で前記電荷蓄積デバイスから
の電流を測定する電流読取回路を備え、この測定された電流はこのフレーム時間の一部の
間での画素の測定輝度を示す、請求項１５６に記載の発光画素デバイス。
【請求項１５９】
　さらに、前記表示フレーム時間の少なくとも一部の終了時で前記電荷蓄積デバイス上の
電荷を測定する電荷読取回路を備え、この測定された電荷はこのフレーム時間の一部の間
での画素の測定輝度を示す、請求項１５６に記載の発光画素デバイス。
【請求項１６０】
　後続のフレーム時間中に画素駆動回路に修正値を入力し、これで、この後続フレーム時
間中の測定輝度がフレーム測定時間中の場合より基準輝度からの変動が小さくなるように
するフィードバック制御回路をさらに備える、請求項１５７に記載の発光画素デバイス。
【請求項１６１】
　前記電荷蓄積デバイスの両端の電圧は、前記制御回路が電荷蓄積デバイスの充電または
放電をすることが許容されているフレーム時間の一部の間における累積された光子束を表
している、請求項１５７に記載の発光画素デバイス。
【請求項１６２】
　前記電圧読取回路は、さらに、前記電荷蓄積デバイスの両端の電圧と目標輝度に対応す
る基準電圧とを受け取って、目標輝度と測定輝度間の差を表す差分信号を発生する電圧コ
ンパレータ回路を備える、請求項１５７に記載の発光画素デバイス。
【請求項１６３】
　前記電流読取回路は、さらに、前記電荷蓄積デバイスからの電流と目標輝度に対応する
基準電流とを受け取って、目標輝度と測定輝度間の差を表す差分信号を発生する電流コン
パレータ回路を備える、請求項１５８に記載の発光画素デバイス。
【請求項１６４】
　前記電荷読取回路は、さらに、電荷蓄積デバイス上の電荷と目標輝度に対応する基準電
荷とを受け取って、目標輝度と測定輝度間の差を表す差分信号を発生する電荷コンパレー
タ回路を備える、請求項１５９に記載の発光画素デバイス。
【請求項１６５】
　前記読取回路は、電荷増幅回路を有する電荷アンプ／トランスインピーダンス増幅器と
して構成されている、請求項１５７に記載の発光画素デバイス。
【請求項１６６】
　前記電荷アンプ／トランスインピーダンス増幅器は、蓄積キャパシタを完全充電電圧に
まで再充電するために必要とされる電荷を測定し、前記電荷増幅回路の反転（－）入力部
は少なくとも１ギガオームという抵抗値を有し、前記電荷増幅回路の出力部は約０～１０
０オームという抵抗値を有する、請求項１６５に記載の発光画素デバイス。
【請求項１６７】
　前記電荷増幅回路の出力の抵抗は、実質的に０～１０オームである、請求項１６６に記
載の発光画素デバイス。
【請求項１６８】
　前記制御回路は少なくとも１つのトランジスタを備える、請求項１５６に記載の発光画
素デバイス。
【請求項１６９】
　前記電荷蓄積デバイスは少なくとも１つのキャパシタを備える、請求項１５６に記載の
発光画素デバイス。
【請求項１７０】
　前記電荷蓄積デバイスは複数のキャパシタを備える、請求項１５６に記載の発光画素デ
バイス。
【請求項１７１】
　前記センサーデバイスは、自身に入射する光子の数にしたがって抵抗率または伝導率が
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変動する光抵抗性デバイスまたは光伝導性デバイスを備える、請求項１５６に記載の発光
画素デバイス。
【請求項１７２】
　前記発光デバイスは光子を放射する、請求項１５６に記載の発光画素デバイス。
【請求項１７３】
　前記発光デバイスは発光ダイオードを備える、請求項１５６に記載の発光画素デバイス
。
【請求項１７４】
　前記発光デバイスは有機発光ダイオードを備える、請求項１５６に記載の発光画素デバ
イス。
【請求項１７５】
　前記発光デバイスは無機発光ダイオードを備える、請求項１５６に記載の発光画素デバ
イス。
【請求項１７６】
　前記発光デバイスは、行と列として配置された２次元アレイとして配置された複数の発
光デバイスのうちの１つである、請求項１５６に記載の発光画素デバイス。
【請求項１７７】
　前記発光デバイスは発光ダイオードを備える、請求項１７６に記載の発光画素デバイス
。
【請求項１７８】
　前記発光デバイスは、有機発光ダイオードを備える、請求項１７６に記載の発光画素デ
バイス。
【請求項１７９】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、小分子ＯＬＥＤである、請求項１７８に記載
の発光画素デバイス。
【請求項１８０】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、ポリマーＯＬＥＤ（ＰＬＥＤ）である、請求
項１７８に記載の発光画素デバイス。
【請求項１８１】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、燐光性ＯＬＥＤ（ＰＨＯＬＥＤ）である、請
求項１７８に記載の発光画素デバイス。
【請求項１８２】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、単一または複数層の有機材料と電極とのいず
れかの組み合わせという形態のいずれかの有機材料から形成される、請求項１７８に記載
の発光画素デバイス。
【請求項１８３】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、アクティブマトリックスＯＬＥＤである、請
求項１７８に記載の発光画素デバイス。
【請求項１８４】
　前記表示デバイスは、エレクトロルミネセントデバイスである、請求項１７８に記載の
発光画素デバイス。
【請求項１８５】
　前記表示デバイスは、プラズマ発光デバイスである、請求項１７８に記載の発光画素デ
バイス。
【請求項１８６】
　前記表示デバイスは、いずれかの制御可能光子放射デバイスである、請求項１７８に記
載の発光画素デバイス。
【請求項１８７】
　前記アクティブマトリックス表示デバイスは、アモルファスシリコンから形成されてい
る、請求項１７８に記載の発光画素デバイス。
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【請求項１８８】
　前記アクティブマトリックス表示デバイスは、ポリシリコンから形成されている、請求
項１７８に記載の発光画素デバイス。
【請求項１８９】
　前記アクティブマトリックス表示デバイスは、セレン化カドミウムから形成されている
、請求項１７８に記載の発光画素デバイス。
【請求項１９０】
　前記アクティブマトリックス表示デバイスは、いずれかのタイプの半導体材料から形成
されている、請求項１７８に記載の発光画素デバイス。
【請求項１９１】
　前記光センサー素子は抵抗部品を含み、抵抗は入射する光子束に比例して変化する、請
求項１５６に記載の発光画素デバイス。
【請求項１９２】
　前記光センサー素子は、入射する光子束に反応して抵抗および／またはコンダクタンス
が変化する光ダイオードを含む、請求項１５６に記載の発光画素デバイス。
【請求項１９３】
　前記光センサー素子は、入射する光子束に反応して抵抗および／またはコンダクタンス
が変化する光トランジスタを含む、請求項１５６に記載の発光画素デバイス。
【請求項１９４】
　前記光センサーは、発光デバイスが放射した光子を途中で遮って、これを電荷担体に変
換して、センサーの材料をより良好な電流伝導体とし、これで、抵抗を下げている、請求
項１５６に記載の発光画素デバイス。
【請求項１９５】
　前記光センサーの抵抗が低いため、センサーの２端子抵抗部品と並列に接続されている
キャパシタ上に蓄積された電荷を排出する、請求項１５６に記載の発光画素デバイス。
【請求項１９６】
　前記画素回路は、抵抗部品とキャパシタを有するセンサーを備える光子束カウントイン
テグレータを含む、請求項１５６に記載の発光画素デバイス。
【請求項１９７】
　排出される前記電荷の量は、フレーム時間中にセンサーに入射する光子の数に比例し、
また、前記フレーム時間の一部の終了時でのキャパシタ上の電圧は、フレーム時間の一部
中にカウントもしくは累積された光子の示度である、請求項１５６に記載の発光画素デバ
イス。
【請求項１９８】
　特定の輝度レベルはセンサー中に光電流を発生させ、この光電流の大きさが輝度（セン
サー中の光子束）を示す、請求項１５６に記載の発光画素デバイス。
【請求項１９９】
　前記光電流は輝度に比例する、請求項１７９に記載の発光画素デバイス。
【請求項２００】
　前記光電流は輝度に正比例する、請求項１８０に記載の発光画素デバイス。
【請求項２０１】
　前記感光性素子が発光ダイオードと同じ画素中に配置される、請求項１５６に記載の発
光画素デバイス。
【請求項２０２】
　前記感光性素子は発光ダイオードと一体化され、これで、発光ダイオードが放射したす
べてまたは実質的にすべての光子束が感光性素子に入射するようにする、請求項１５６に
記載の発光画素デバイス。
【請求項２０３】
　前記感光性素子は、発光デバイスの陽極側の半導体と物理的に接触して置かれる表面ま
たは層を有する、請求項１５６に記載の発光画素デバイス。
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【請求項２０４】
　前記フレーム時間の一部は、行アドレス時間以下を含む、請求項１５６に記載の発光画
素デバイス。
【請求項２０５】
　前記フレーム時間の一部は、実質的にフレーム時間全体を含む、請求項１５６に記載の
発光画素デバイス。
【請求項２０６】
　前記フレーム時間の一部はフレーム時間全体の少なくとも５０％を含む、請求項１５６
に記載の発光画素デバイス。
【請求項２０７】
　前記フレーム時間の一部はフレーム時間全体の少なくとも９０％から１００％を含む、
請求項１５６に記載の発光画素デバイス。
【請求項２０８】
　前記フレーム時間の一部は少なくとも１ミリ秒を含む、請求項１５６に記載の発光画素
デバイス。
【請求項２０９】
　前記フレーム時間の一部は、ローアドレス時間以下である、請求項１５６に記載の発光
画素デバイス。
【請求項２１０】
　累積輝度センサーを有する発光画素デバイスを操作する方法であって、
　発光デバイスを画像電圧に対応する所定の輝度にまで駆動する電流を発生して、駆動電
流をフレーム時間中に発光デバイスに印加するステップと、
　入射光子束の変化に反応して電気的特性が変化する光センサーを発光ダイオードが放射
した光子に対してフレーム時間中に露光するステップと、
　前記センサーと結合している電荷蓄積デバイスに電荷を蓄積または充電したりこれから
排出または放電したりするステップであり、電荷蓄積デバイスは、電荷を蓄積もしくは減
少して、容量電荷およびこの電荷に比例する電圧をある時間に示すデバイスであって、前
記センサーはフレーム時間中での電荷の蓄積や減少の速度を制御する部品を含む、ステッ
プと、
　前記フレーム時間の一部の終了時に前記電荷蓄積デバイス上に存在する電荷によって生
じる電圧を測定するステップであり、測定された前記電圧がフレーム時間の一部の間での
実際の輝度を示す、ステップと、
　輝度と関連する測定電圧を画素発光体画像電圧と画素発光体駆動電流に対する基準目標
輝度と比較して、差分値を発生するステップと、
　この差分値をフィードバック入力として修正回路に印加し、この修正回路が、同じ画素
に対する画像電圧と駆動電流を後続のフレーム時間中に修正するステップと、
　を含む方法。
【請求項２１１】
　前記発光デバイスは無機発光ダイオードを含む、請求項１８９に記載の方法。
【請求項２１２】
　前記発光デバイスは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を含む、請求項１８９に記載の方
法。
【請求項２１３】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は小分子ＯＬＥＤである、請求項２１２に記載の
方法。
【請求項２１４】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）はポリマーＯＬＥＤ（ＰＬＥＤ）である、請求項
２１２に記載の方法。
【請求項２１５】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）はフォスフォレセントＯＬＥＤ（ＰＨＯＬＥＤ）
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である、請求項２１２に記載の方法。
【請求項２１６】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、単一または複数の層を成す有機材料および電
極の何らかの組み合わせ中のいずれかの材料から形成される、請求項２１２に記載の方法
。
【請求項２１７】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）はアクティブマトリックスＯＬＥＤである、請求
項２１２に記載の方法。
【請求項２１８】
　前記表示装置発光デバイスはエレクトロルミネセントデバイスである、請求項２１０に
記載の方法。
【請求項２１９】
　前記表示装置発光デバイスはプラズマ発光デバイスである、請求項２１０に記載の方法
。
【請求項２２０】
　前記表示装置発光デバイスは、いずれかの制御式光子放射デバイスである、請求項２１
０に記載の方法。
【請求項２２１】
　前記アクティブマトリックスはアモルファスシリコンから形成されている、請求項２１
７に記載の方法。
【請求項２２２】
　前記アクティブマトリックスはポリシリコンから形成されている、請求項２１７に記載
の方法。
【請求項２２３】
　前記アクティブマトリックスはセレン化カドミウムから形成されている、請求項２１７
に記載の方法。
【請求項２２４】
　前記アクティブマトリックスはいずれかのタイプの半導体材料から形成されている、請
求項２１７に記載の方法。
【請求項２２５】
　前記光センサーは、発光デバイスが放射した光子を途中で遮って、これを電荷担体に変
換して、センサーの材料をより良好な電流伝導体とし、これで、抵抗を下げている、請求
項２１０に記載の方法。
【請求項２２６】
　蓄積または排出される前記電荷の量は、フレーム時間の一部中にセンサーに入射する光
子の数に比例し、また、フレーム時間の一部の終了時でのキャパシタ上の電圧は、フレー
ム時間の一部中にカウントもしくは累積された光子の示度である、請求項２１０に記載の
方法。
【請求項２２７】
　特定の輝度レベルはセンサー中に光電流を発生させ、この光電流の大きさが輝度（セン
サー中の光子束）を示す、請求項２１０に記載の方法。
【請求項２２８】
　前記光センサー素子は発光ダイオードと同じ画素中に配置される、請求項２１０に記載
の方法。
【請求項２２９】
　前記フレーム時間の一部は、行アドレス時間以下を含む、請求項２１０に記載の方法。
【請求項２３０】
　前記フレーム時間の一部は、実質的にフレーム時間全体を含む、請求項２１０に記載の
方法。
【請求項２３１】
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　前記フレーム時間の一部はフレーム時間全体の少なくとも５０％を含む、請求項２１０
に記載の方法。
【請求項２３２】
　前記フレーム時間の一部はフレーム時間全体の少なくとも９０％から１００％を含む、
請求項２１０に記載の方法。
【請求項２３３】
　前記フレーム時間の一部は少なくとも１ミリ秒を含む、請求項２１０に記載の方法。
【請求項２３４】
　前記フレーム時間の一部は、行アドレス時間以下である、請求項２１０に記載の方法。
【請求項２３５】
　自己校正形発光画素を操作する方法であって、
　センサーキャパシタを所定の開始電圧に設定するステップと、
　電流を光子放射デバイスに送出して、光子を所定の目標光子放射レベルで放射させるス
テップと、
　センサー上の光子束にしたがって変動する電気的特性を有するセンサーを表示フレーム
時間の少なくとも１部分の間に放射済みの光子に暴露するステップと、
　センサーキャパシタに、センサーを介して所定の開始状態から充電もしくは放電させて
、フレーム時間の１部およびフレーム時間の１部中でのセンサーの抵抗値によってセンサ
ーキャパシタ上の電荷の量が決定されるようにするステップと、
　フレーム時間の１部の終了時におけるセンサーキャパシタ上の残留している電圧もしく
は電荷を、累積された光子束と画素の輝度の表示として測定するステップと、
　測定された前記電圧をフィードバックパラメータとして用いて、いずれかの後続の表示
フレーム時間中に画素に印加される画像電圧および／または電流を修正するステップと、
　を含む方法。
【請求項２３６】
　前記センサーは光抵抗性デバイスを備える、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２３７】
　前記センサーは光伝導性デバイスを備える、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２３８】
　前記センサーは、光ダイオード、光抵抗体、光伝導体および光トランジスタの内の少な
くとも１つを備える、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２３９】
　前記センサーは光トランジスタを備える、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２４０】
　前記センサーは光ダイオードを備える、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２４１】
　前記キャパシタ開始電圧設定値は、センサーキャパシタを所定の充電電圧に充電するこ
とによって設定される、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２４２】
　前記キャパシタ開始電圧設定値は、実質的にゼロボルトに設定される、請求項２３５に
記載の方法。
【請求項２４３】
　前記所定のキャパシタ開始電圧は、ある電圧の値を有する非ゼロ電圧である、請求項２
３５に記載の方法。
【請求項２４４】
　所定の非ゼロ開始電圧に充電され次に放電されたセンサーキャパシタの場合、センサー
キャパシタの両端に残っている差分電圧は、フレーム時間中の累積光子束の全体量を示す
、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２４５】
　実質的にゼロボルトで放電されたまたは別の電圧で充電され次にフレーム累積時間の一
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部中に充電されたセンサーキャパシタの場合、センサーキャパシタ上の開始電圧と終了電
圧間の差はフレーム時間の前記一部中の光子累積束の総量を示す、請求項２３５に記載の
方法。
【請求項２４６】
　後続の表示フレーム時間中に同じ画素と階調レベルに印加される画像電圧と電流を修正
する前記ステップは、さらに、測定されたセンサーキャパシタ電圧をメモリに記憶されて
いる基準校正電圧と比較してこれらの電圧間の差を用いて修正値を発生するステップを含
む、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２４７】
　前記方法は、２次元アクティブマトリックス画素アレイの各画素に対して実質的に並列
に実行される、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２４８】
　送出電流は、電圧を制御デバイスに印加し、このデバイスがこの電圧に対応する電流を
光子放射デバイスに送出して、光子を所定の目標光子放射レベルで放射させることによっ
て送出される、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２４９】
　前記フレーム時間の一部は、行アドレス時間以下を含む、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２５０】
　前記フレーム時間の一部は、実質的にフレーム時間全体を含む、請求項２３５に記載の
方法。
【請求項２５１】
　前記フレーム時間の一部はフレーム時間全体の少なくとも５０％を含む、請求項２３５
に記載の方法。
【請求項２５２】
　前記フレーム時間の一部はフレーム時間全体の少なくとも９０％から１００％を含む、
請求項２３５に記載の方法。
【請求項２５３】
　前記フレーム時間の一部は少なくとも１ミリ秒を含む、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２５４】
　前記フレーム時間の一部は、行アドレス時間以下である、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２５５】
　さらに、センサーと結合している前記キャパシタを、トランジスタとキャパシタ充電電
圧源によってセンサーラインを介して累積フレーム時間に先立って第１の所定の電圧に充
電するステップを含む、請求項２３５に記載の方法。
【請求項２５６】
　前記キャパシタ充電電圧はセンサーライン上で印加され、するとセンサーラインは、セ
ンサーキャパシタ電圧が測定されているときまたはセンサーキャパシタが再充電されてい
て、電圧が高度に安定しており変動していないときに電流を流すだけである、請求項２５
５に記載の方法。
【請求項２５７】
　各画素が、有機発光ダイオード発光体と、各画素に対する入力画像データを受信して、
フレーム時間中に、対応する目標画素輝度を発生する意図を持つ画素駆動信号を発生する
発光体駆動回路と、測定値表示フレーム時間の１部で、各画素の実際の輝度を示す電気的
パラメータを測定する発光体輝度センサーおよび測定回路とを含む２次元アレイとして配
置された複数のアクティブマトリックス画素を備えるフラットパネル表示デバイスと、
　前記フラットパネル表示デバイスに接続され、画素輝度関連の電気的パラメータを画素
ごとに受信して、測定表示フレーム時間に続くフレーム時間に画素ごとの入力画像データ
に対して適用される修正値を目標画素輝度と画素輝度測定値の差に基づいて発生する、表
示ロジックサブシステムと、
　を備える情報機器。
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【請求項２５８】
　さらに、テレビモニター、テレビ受信装置、ＣＤプレーヤー、ＤＶＤプレーヤー、コン
ピュータモニターもしくは表示装置、コンピュータシステム、自動車計器パネル、航空機
計器表示パネル、ビデオゲーム、携帯電話、個人向け携帯型情報通信機器（ＰＤＡ）、電
話、図形システム、印刷システム、スコアボードシステム、エンターテインメントシステ
ム、家庭内もしくは電化製品、コピー機、ＧＰＳナビゲーション表示装置、動的アート表
示デバイス、カメラ、およびこれらの組み合わせの内の少なくとも１つを備える、請求項
２５７に記載の情報機器。
【請求項２５９】
　前記画素のおのおのが、
　発光デバイスと、
　前記発光デバイスを画像電圧に対応する所定の輝度にまで駆動する電流を発生して、駆
動電流をフレーム時間中に発光デバイスに印加する駆動回路と、
　前記発光デバイスの近傍に配置された入射光子束の変化に反応して電気的特性の変化を
示して、前記発光デバイスが発光状態にあるときに測定可能な光子束を途中で遮ぎる光セ
ンサーと、
　前記センサーと結合して、電荷を蓄積もしくは減少して、容量電荷およびこの電荷に比
例する電圧を一時に示す電荷蓄積デバイスと、
　前記フレーム時間の少なくとも一部において前記センサーの電気的特性の変化に反応し
て前記電荷蓄積デバイスの充電および放電を制御する制御回路と、
　前記表示フレーム時間の少なくとも一部の終了時に前記電荷蓄積デバイスの両端の電圧
を測定し、測定された前記電圧が前記フレーム時間の一部の間での測定輝度を示す、電圧
読取回路と、
　後続のフレーム時間中に画素駆動回路に修正値を入力し、これで、この後続フレーム時
間中の測定輝度がフレーム測定時間中の場合より基準輝度からの変動が小さくなるように
するフィードバック制御回路と、
　を備える、請求項２５７に記載の情報機器。
【請求項２６０】
　各画素が発光ダイオード発光体と画素ごとの入力画像データを受信して、おのおののフ
レーム表示時間中に対応する目標画素輝度を発生する意図を持つ画素駆動信号を発生する
発光体駆動回路とを含む、２次元アレイとして配置された複数のアクティブマトリックス
画素を有するタイプの表示デバイスを操作する方法であって、さらに、
　第１のフレーム時間の少なくとも一部中に発光体輝度測定回路によって途中で遮ぎられ
た光子束を示す電圧を測定するステップと、
　測定輝度に対応する測定電圧を基準輝度に対応する基準電圧と比較して、差分信号を発
生し、この差分信号を用いて、後続のフレーム表示時間中に画素ごとに入力画像データを
修正し、これで、後続のフレーム表示時間中の画素輝度が基準輝度とほとんど等しくなる
ようにするステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２６１】
　前記フレーム時間の一部は行アドレス時間以下を含む、請求項２６０に記載の方法。
【請求項２６２】
　前記フレーム時間の一部は、実質的にフレーム時間全体を含む、請求項２６０に記載の
方法。
【請求項２６３】
　前記フレーム時間の一部はフレーム時間全体の少なくとも５０％を含む、請求項２６０
に記載の方法。
【請求項２６４】
　前記フレーム時間の一部はフレーム時間全体の少なくとも９０％から１００％を含む、
請求項２６０に記載の方法。
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【請求項２６５】
　前記フレーム時間の一部は少なくとも１ミリ秒を含む、請求項２６０に記載の方法。
【請求項２６６】
　後続のフレーム表示時間は、第１の表示時間の直後のフレーム表示である、請求項２６
０に記載の方法。
【請求項２６７】
　前記フレーム時間の一部は、行アドレス時間以下である、請求項２６０に記載の方法。
【請求項２６８】
　後続のフレーム表示時間は、輝度が測定される第１のフレーム表示の後に所定数の表示
フレームだけ続くフレーム表示であり、また、所定数のフレームとはいずれかの整数Ｎ個
のフレームのことである、請求項２６０に記載の方法。
【請求項２６９】
　後続のフレーム表示時間は、所定のまたは動的に決定された事象の発生時のフレーム表
示である、請求項２６０に記載の方法。
【請求項２７０】
　所定のまたは動的に決定された事象の発生は、表示初期化事象、表示パワーオン事象、
動作事象の表示時間、ユーザ初期化事象、いずれかの自動的ポリシーもしくはルールに基
づいた事象およびこれらの組み合わせから選択される、請求項２６９に記載の方法。
【請求項２７１】
　前記表示デバイスは全体的なシステム中の部品であるフラットパネル表示デバイスを備
え、また、前記システムは、いずれかの情報機器、テレビモニター、ＣＤプレーヤー、Ｄ
ＶＤプレーヤー、コンピュータモニター、コンピュータシステム、自動車計器パネル、航
空機計器表示パネル、ビデオゲーム、携帯電話、個人向け携帯型情報通信機器（ＰＤＡ）
、電話、図形システム、印刷システム、スコアボードシステム、エンターテインメントシ
ステム、家庭内もしくは電化製品、コピー機、ＧＰＳナビゲーション表示装置、動的アー
ト表示デバイス、カメラ、およびこれらの組み合わせからなるシステムの集合から選択さ
れる、請求項２６０に記載の表示デバイスを操作する方法。
【請求項２７２】
　前記発光デバイスは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を備える、請求項２５９に記載の
情報機器。
【請求項２７３】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、小分子ＯＬＥＤである、請求項２７２に記載
の情報機器。
【請求項２７４】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、ポリマーＯＬＥＤ（ＰＬＥＤ）である、請求
項２７２に記載の情報機器。
【請求項２７５】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、燐光性ＯＬＥＤ（ＰＨＯＬＥＤ）である、請
求項２７２に記載の情報機器。
【請求項２７６】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、単一または複数層の有機材料と電極とのいず
れかの組み合わせという形態のいずれかの有機材料から形成される、請求項２７２に記載
の情報機器。
【請求項２７７】
　前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、アクティブマトリックスＯＬＥＤである、請
求項２７２に記載の情報機器。
【請求項２７８】
　前記発光デバイスは、エレクトロルミネセントデバイスである、請求項２５９に記載の
情報機器。
【請求項２７９】
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　前記発光デバイスは、プラズマ発光デバイスである、請求項２５９に記載の情報機器。
【請求項２８０】
　前記発光デバイスは、いずれかの制御可能光子放射デバイスである、請求項２５９に記
載の情報機器。
【請求項２８１】
　前記表示デバイスは、アモルファスシリコンから形成されている、請求項２５９に記載
の情報機器。
【請求項２８２】
　前記表示デバイスは、ポリシリコンから形成されている、請求項２５９に記載の情報機
器。
【請求項２８３】
　前記表示デバイスは、セレン化カドミウムから形成されている、請求項２５９に記載の
情報機器。
【請求項２８４】
　前記表示デバイスは、いずれかのタイプの半導体材料から形成されている、請求項２５
９に記載の情報機器。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　この出願は、Ｄａｍｏｄｅｒ　ＲｅｄｄｙとＷ．　Ｅｄｗａｒｄ　Ｎａｕｇｌｅｒ，　
Ｊｒ．を発明者とし、その全体をここに参照して組み込む「アクティブマトリックス発光
性フィードバック安定フラットパネル表示のための高インピーダンスから低インピーダン
ス変換システム」という名称の、２００４年６月２９日に提出された米国仮特許出願第６
０／５８３，７４４号に対する特許法第１１９条および／または第１２０条による恩典と
優先権を要求するものである。
【０００２】
　また、この出願は、ここに参照により組み込む以下の出願に対する特許法第１２０条に
よる優先権の恩典に関連しそれを要求する。「高性能安定アクティブマトリックス発光表
示装置を操作するフィードバック制御のシステムと方法」という名称の、２００４年１２
月１７日に提出された米国特許出願第１１／０１５，６３８号、「フィードバック安定フ
ラットパネル表示装置のためのアクティブマトリックス表示と画素構造」という名称の、
２００４年１２月１７日に提出された米国特許出願第１１／０１６，３７２号、「長寿命
輝度フィードバック安定表示パネルのためのシステムと方法」という名称の、２００４年
１２月１７日に提出された米国特許出願第１１／０１６，１６４号、「発光性アクティブ
マトリックス表示デバイス中の各画素の輝度を操作して個々に制御する方法」という名称
の、２００４年１２月１７日に提出された米国特許出願第１１／０１６，１３７号、「自
己校正型発光画素を操作するデバイスと方法」という名称の、２００４年１２月１７日に
提出された米国特許出願第１１／０１６，６８６号、コンピュータ、情報機器およびエン
ターテインメントシステムのための高性能発光性表示デバイス」という名称の、２００４
年１２月１７日に提出された米国特許出願第１１／０１６，３５７号。
【技術分野】
【０００３】
　この出願は、一般的には、発光性フラットパネル表示装置に関し、より詳しくは、均一
な光放射レベルと色を発光画素フラットパネル表示装置の表面上に対して、初期からその
動作寿命全般にわたって提供し、また、このような表示装置の動作寿命を拡張するために
、このような表示装置を製造し、校正し、操作するためのシステム、デバイスおよび方法
に関する。
【背景技術】
【０００４】
　特にアクティブマトリックス（ＡＭ）発光性表示装置とアクティブマトリックス有機発



(25) JP 2008-505366 A 2008.2.21

10

20

30

40

50

光ダイオード（ＡＭＯＬＥＤ）表示装置では、画素のマトリックスにおける輝度（発光レ
ベル）の生成は、発光ダイオードを流れる電流のレベルに特に依存している。各画素は、
直接にアドレス指定される互いに離れた発光ダイオードであり、各画素がサンプル・ホー
ルド回路を有し、これで、フレームの持続時間にわたって連続的に有機発光ダイオード（
ＯＬＥＤ）表示ドライバに対して電圧を印加できるようにしている。
【０００５】
　フラットパネル表示装置の機能は、オリジナルの画像またはコンピュータソフトウエア
で生成された画像を表わす電圧レベルに対応してさまざまな色調で画像を発生させること
である。これらの色調は、さまざまな色つき発光画素もしくはダイオードを用いてまたは
同じ色もしくは白色の画素とフィルタを用いて赤、青、緑などのさまざまな画素タイプと
して描写されるとき色を形成または発生する。ときとして、一緒に用いて、そのそれぞれ
の光子束を加法的に組み合わせることによって色を描写する３つの画素の集合はサブ画素
と呼ばれるが、以下の説明では、画素とサブ画素をほとんど区別しない。それは、サブ画
素はそれ自身が画素であり、また、集合として制御される画素の集合は、単にサブ画素の
協働的な集合であるからである。色を発生させるために画素または発光体の集合を操作す
ることは技術上周知であるので、詳しくは説明しない。電圧画像データを、電流で発生さ
れたＯＬＥＤ光子放射（光束）レベルに変換すると、複雑な問題がいくつか提示されるが
、これには、表示装置の製造と、この分野におけるユーザや消費者による操作や使用に際
しての表示装置のエージングが含まれる。
【０００６】
　一般的な従来型のＯＬＥＤ表示装置の場合、画像すなわちデータ電圧が表示画素のパワ
ートランジスタ（電流源）のゲートに印加されると、ＯＬＥＤ画素に電流を供給し、その
分量または大きさを制御する。ゲート電圧が高いほど、電流は高速となり、したがって、
画素はより明るくまたはより発光性となる。一般的には、ソース端子、ドレイン端子およ
びゲート端子を有する薄膜半導体トランジスタ（ＴＦＴ）に供給される電圧（信号データ
）を用いて、画素の放射素子に対する電流を制御して、適切な階調レベルまたは画素の画
像輝度を表す。
【０００７】
　従来例でこれまで用いられてきた回路、制御方法、さらには材料までもが、ＯＬＥＤ表
示パネルの性能が損なわれるようにかなり制限されており、また、消費者が納得する価格
を持つ大型の高性能表示装置に対するこのようなＯＬＥＤ技術の応用が制限されていた。
【０００８】
　このようなシステムとデバイスにおける主要な問題は、このようにＴＦＴに印加される
電圧画像データを用いて表示装置中で画素ごとに均一な電流を発生することが従来では不
可能でないまでも極端に困難であることである。この問題は、表示装置が物理的に大型と
なり、画素数が増し、高い電流レベルや輝度レベルに駆動されおよび／または（エージン
グする）長期間にわたって連続的にもしくは間欠的に動作されるようになるにつれて特に
深刻となる。この問題は少なくとも部分的に発生するが、それは、ＴＦＴが特定のゲート
電圧で出力する電流は、多くのパラメータ、たとえば、ＴＦＴ閾値電圧、電子の実効移動
度、ＴＦＴデバイスの電流利得（これは、製造時の変動、操作時での環境露光および／操
作履歴の結果としてＴＦＴデバイスごとに変動する）によって異なるからである。これら
３つのパラメータ（閾値電圧、電子の実効移動度および電流利得）自体は、たとえば、粒
子間や粒子内のトラップ密度、半導体の厚さおよび半導体からゲートへの絶縁層トラップ
密度によって異なる。他の要因には、ゲート絶縁層厚さ、絶縁体の誘電率、ＴＦＴ形状、
電子／ホール移動度などの単独の要因ならびにこれらの組み合わせがある。
【０００９】
　未解決の問題として、印加電圧（たとえばＴＦＴ電圧）をどのように決定するが、また
、この電圧をどのようにパワーＴＦＴに印加して、適切な電流レベルを発生し、これによ
って、正しい階調レベルを生成するかという問題がある。ある研究では、画素の特定の輝
度を用いて、画素のパワーＴＦＴに供給される電圧を適切化することが提案されている（
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たとえば、セイコー・エプソン社に譲渡された、キムラによる米国特許第６，５１８，９
６２Ｂ２号や、フィリップス社に譲渡された米国特許第６，５４２，１３８Ｂ１号と第６
，４８９，６３１Ｂ２号（２００２年５月１０日に提出された、ＭＩＴでマサチューセッ
ツ工科大学の電子工学・コンピュータ科学部の工学修士課程の必要条件を部分的に満足さ
せるために電気工学・コンピュータ科学学部に提出されたＥｋｏ　Ｔ．　Ｌｉｓｕｗａｎ
ｄｉによる「有機ＬＥＤアクティブマトリックス表示ドライバのためのフィードバック回
路」を参照）を参照のこと）。しかし、ＯＬＥＤ（または実際には他のアクティブ発光性
表示技術）を改善しようとするこのような従来の試みは、完全な効果がなく、いろいろと
欠陥があった。
【００１０】
　たとえば、米国特許第６，５４２，１３８Ｂ１号（フィリップス社に譲渡）には、画素
をせいぜいある程度までフレーム持続時間だけ均一化するようにさせる方法が記載されて
いるが、１連の階調レベルに対応する正確な発光レベルが制御可能であるとは記載も示唆
もされていない。たとえば、本特許に記載する本発明は、フレーム時間にわたってＯＬＥ
Ｄ電流を駆動するＴＦＴのゲート電圧を維持する信号保持用のキャパシタの両端に光感応
式放電デバイスを用いる。ＯＬＥＤから光子が放射されると、この光感応式放電デバイス
が、このキャパシタの電圧を放電して、この電流駆動用ＴＦＴをオフして、このＯＬＥＤ
を消灯する。この消灯速度は、光子の放射のレベルによって異なり、したがって、画素が
光子を過剰に発生させると、ＯＬＥＤは、画素が光子を過少発生させた場合よりも早く消
灯する。このようなシステムをさらに洗練させたものとして、光感応式放電デバイスが光
トランジスタとなっており、そのゲートを、ＯＬＥＤ中を通過する電流によって制御する
ものがある。その回路は、ＯＬＥＤ内電流が高いと、高いＯＬＥＤ電流のため光トランジ
スタのゲート電圧がグランドレベルに近づくため光トランジスタがオフとなるが、オフ状
態では光トランジスタは、逆バイアスの光ダイオードのように動作し、したがって、キャ
パシタの電荷が徐々にグランドレベルにリークし、これによって、電流が減少するにつれ
てＯＬＥＤ内通過電流も減少するように設計されている。蓄積キャパシタの電圧が減衰す
るため、光トランジスタのゲート電圧が上昇する。電流がある点まで減少すると、光トラ
ンジスタの閾値電圧を超え、そのため、光トランジスタがオンして、蓄積キャパシタの残
余の電荷が排除されて、ＯＬＥＤが電源遮断される。ＯＬＥＤの迅速性と、したがってそ
の知覚輝度は、ＯＬＥＤの輝度レベルによって決まる。ＯＬＥＤの輝度が高いほど、ＯＬ
ＥＤの電源遮断も迅速となる。
【００１１】
　この方式にはいくつか欠点がある。第一に、ＯＬＥＤを電源遮断するために光トランジ
スタをオンさせるには、光トランジスタの閾値電圧に依存しなければならない。この方式
の修正すべき問題の一つは、画素回路で用いられるＴＦＴの閾値電圧が変動することであ
る。これは、ＯＬＥＤが電源遮断される時点は画素ごとに異なり、このため、表示装置を
構成する画素が異なると不均一になりやすいことを意味する。第二に、発光値が低いと、
光トランジスタのゲート電圧が、フレーム時間の開始時では閾値電圧に近いことである。
したがって、閾値電圧がいくらかでも変動すればそれは非常に拡大され、実際の輝度値の
不確定性を良好にはまったく制御されないことになる。第三に、見る人が知覚する実際の
明るさは、フレーム中の光子の総放射量に依存する。フレーム中の光子総放射量は、少な
くとも部分的には、蓄積キャパシタに供給されるデータ電圧の初期値、光トランジスタの
オフ時での蓄積キャパシタの放電速度（これは初期電圧によるＯＬＥＤの発光レベルによ
って異なる）、蓄積キャパシタに蓄積されている電圧でゲートが制御される電流制御用Ｔ
ＦＴの閾値電圧、電流制御用ＴＦＴの電流利得、電流制御用ＴＦＴの電子の実効移動度、
ＯＬＥＤ材料のエージング点、ＯＬＥＤ材料の色スペクトルおよび光トランジスタの閾値
電圧によって異なる。これら言及した制御パラメータはすべて、製造プロセスでは良好に
制御されず、したがって、画素の均一性は、参照された米国特許第６，５４２，１３８Ｂ
１号（フィリップス社）に記載または示唆されている構造と方法を用いても良好には制御
されない。
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【００１２】
　キムラによる米国特許第６，５１８，９６２Ｂ２号（セイコー・エプソン社に譲渡）で
は、電流レベルが、測定用に割り当てられた短いアドレス時間である画素に関連している
センサーによって得られる回路が記載されている。このような測定は本質的には瞬時的な
測定であり、測定時間が短すぎて、実際に容認可能な信号対雑音比を提供することが不可
能であり、そのため、ＴＦＴ（またはＯＬＥＤ画素）に供給する電圧または電流を決定す
るための有用な情報を測定値から抽出することは不可能である。信号対雑音比（ＳＮＲ）
を約０．１パーセント未満とするためのオープン回路によって実質的に終端される導線の
ライン長が長いため、抽出される信号は数ナノボルト（１０－９ボルト）台であると予想
され、雑音は数ボルト台であると予想される。さらに、また、さまざまな電磁場が局所化
され、同じ画素でも時間が異なるため、表示装置の領域が異なれば雑音特性も異なると予
想される。
【００１３】
　キムラらによる米国特許第６，５１８，９６２Ｂ２号の別の制限事項は、その記載する
ところによれば、システムと方法が、所定の信号を信号データラインに印加し、次に、こ
の信号を電圧制御ユニットによって変更して、光レベルを基準値に近づけるようにしてい
るらしいことである。したがって、この所定のデータ信号によって、基準値から変動して
おり、さらに、電圧調整ユニットによって変更されているため不正確な輝度となっている
ため、基準値に「近い」というだけの輝度が発生されるだけとなる。したがって、キムラ
らの特許は、基準値や他のいずれかの目標輝度に実際にマッチするとは思われない。
【００１４】
　一般的にまた概念的には米国特許第６，５１８，９６２Ｂ２号に類似しているＬｉｓｕ
ｗａｎｄｉらの論文では、フィードバック設定時間が長すぎ（１５０ｍｓを超える）、そ
のため、実用的とは言えいない。これは、特に、通常のコンピュータ画面の場合にフレー
ムごとに変化する動的なコンテンツを持つ表示装置や、テレビや、同じような応用物の場
合にそうである。
【００１５】
　画素の輝度を制御しようとする従来のシステムと方法では、瞬間的な光や輝度のレベル
を測定しようとするが、そのレベルが小さすぎ、また、雑音が大きすぎるため、正確で精
密な制御が不可能であった。したがって、効果的ではなく、また、その制限事項も、ＯＬ
ＥＤ表示装置のサイズと期待性能が増すに連れてさらに厳しくなる。
【００１６】
　このような性能上の問題は、アモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）を表示装置の電子シス
テムに用いる場合にさらに厳しいものとなりやすい。アモルファスシリコンは、液晶表示
装置の業界によって用いられる半導体であって、そのインフラには数十億ドルが投資され
ている。したがって、表示装置の大手メーカーにとっては、アモルファスシリコンを用い
るのが望ましいこととなる。ＯＬＥＤのアクティブマトリックス表示装置の初期の開発段
階では、高速性と良好な安定性が買われてポリシリコンを採用していた。ポリシリコンの
インフラにはほとんど投資されず、アモルファスシリコンとは対照的にコストが高い。
【００１７】
　思えば、集積回路で従来用いられるシリコンには３つの形態がある。モノリシック集積
回路（ＩＣ）で用いられる結晶性シリコンがある。このタイプのシリコンは粒子の境界が
ないが、それは材料が固体の結晶であるからである。このタイプのシリコン（ｘ－Ｓｉ）
は、電荷を蓄積するエリアが１つしかなく、そのエリアも、ゲート絶縁層とこの絶縁層と
接しているシリコン表面との界面のところにある。この界面のエリアはゲート寸法の幅と
長さのみである。
【００１８】
　ポリシリコン（ｐ－Ｓｉ）は、多少は緊密に相互接触しているシリコンの粗い粒子から
なっている。電子が粒子間を移動し、したがって、電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）のｐ
－Ｓｉチャネル中を走行するためには、あるエネルギ量を追加しかねればならない。また



(28) JP 2008-505366 A 2008.2.21

10

20

30

40

50

、粒子同士間の界面は、ｘ－Ｓｉ材料中の絶縁層とシリコン結晶の間の界面とちょうど同
じように、ストレイ電荷（正（ホール）と負（電子）のストレイ電荷の双方）を収集して
しまいかねないが、そのエリアが非常に拡大している。ｐ－Ｓｉ中の粒子間面積は粒子サ
イズに逆比例する。したがって、粒子サイズが減少するほど、界面の面積が増し、ストレ
イ電荷が蓄積する確率も増す。
【００１９】
　アモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）の場合、粒子の境界面積はｐ－Ｓｉの場合の何乗も
大きい。捕獲された電荷は通常は、ａ－Ｓｉデバイスの電子移動度と閾値電圧を決める決
定的な特性であり、したがって、粒子境界での電荷密度が幾分変わっても、電子移動度と
閾値電圧が変動して、ポリシリコン（ｐ－Ｓｉ）や結晶性シリコン（ｘ－Ｓｉ）と比較し
て、アモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）ではこれが非常に大きな影響を持つ。
【００２０】
　表示サイズが増すに連れて、ポリシリコンや結晶性シリコンではなくてアモルファスシ
リコンを用いることに対する要求が増している。しかし、電子とホールの移動度特性、ス
トレイ電荷の蓄積特性、閾値電圧特性などが相違しまた変動するため、どの時点において
も、また、アモルファスシリコンの表示デバイスを用いる際に、大きい表示表面上で所望
のそして均一な表示輝度特性を維持することがますます困難となっている。
【００２１】
　発光表示装置における不均一性という問題を克服するさまざまな試みがなされてきたが
、そのなかには、一部は今も用いられている回路ベースのものもある。このような試みは
完全には成功せず、現行の世代と次の世代の発光表示という応用分野、特にＯＬＥＤ表示
という応用分野の必要性と応用要件を満足していない。
【００２２】
　１つのスキームでは、画像電圧を用いて、ＯＬＥＤ内電流を制御する、したがって、Ｏ
ＬＥＤの画素輝度を制御するのではなくて、いわゆる「電流ミラー」を画素として用いる
ことによって光子の放射を制御しようとしている。画像電流を用いて、ＯＬＥＤに電力を
供給するパワーＴＦＴ内に輝度レベルの電流を流そうとしている。
【００２３】
　別のスキームでは、パワーＴＦＴの閾値電圧を決定して次にＴＦＴ閾値電圧を画像デー
タ電圧に加算して閾値電圧を埋め合わせ、これで、ＴＦＴ閾値電圧の変動や変化の結果と
して、ＯＬＥＤ画素輝度のために供給される電流が変動しないようにすることによって、
ＴＦＴの閾値の変動を補償しようとしている。
【００２４】
　このような回路ベースのスキームは、製造が複雑でコストがかかり、また、画素輝度を
均一に維持するという点では完全には満足すべきものではないが、それはＯＬＥＤの材料
の劣化を補償することがなく、単にＴＦＴの変動をある程度補償するだけであるからであ
る。
【００２５】
　ＯＬＥＤまたは他の発光画素を用いる一部のデバイスの場合、画素のオン時間の累積値
が、携帯電話や個人向け携帯型情報通信機器（ＰＤＡ）デバイスなどの表示装置を担持す
るデバイスの寿命と比較して比較的短いが、それは、表示装置が、通常は、アクティブな
コールやユーザとの対話があるときにしかオンしないからであることが理解されるであろ
う。比較すると、フラットパネルテレビのＯＬＥＤ表示装置は、一日に５時間から１０時
間にわたってオンとなって動的に変化する画像を表示している。かなり低レベルではある
が満足すべき輝度均一性と色精度を持つ小型携帯電話表示装置と比較して、正確で連続的
な色調の画像を表示しなければならないテレビの場合には、輝度と色の均一性に対する要
求もまた大きい。
【００２６】
　３色サブ画素集合の赤色発光体、緑色発光体、青色発光体のそれぞれ異なった材料を用
いているＯＬＥＤ表示装置は、それぞれ異なった速度でエージングすなわち劣化し、この



(29) JP 2008-505366 A 2008.2.21

10

20

30

40

50

ため、ある動作期間が過ぎると、表示装置中のこれらの画素では（修正しないと）、色の
オフセットやずれが目に付くようになるが、これは、画素輝度の値によって異なるためで
あることが技術上周知である。また、色や輝度の変化は画素（サブ画素）個々に固有であ
り、また、全体的すなわち普遍的な変化は特定の色に限られるため、チャネル駆動回路は
一般に、累積効果が各画素で同一でない限り効果がないことが理解されるであろう。
【００２７】
　別のスキームでは、画素輝度の測定値を基準輝度と比較しそれに基づいて修正すること
によってかなりの均一性を達成しようとしているものもある。このタイプの１つのスキー
ムは、セイコー・エプソン社に譲渡されているキムラの米国特許第６，５１８，９６２Ｂ
２号と対比してすでに検討されている。この特許に記載されているこのスキームによれば
、画素の明るさを測定して基準画素の明るさと比較して、差分信号または差分値を発生す
る。（ここで、「明るさ」という用語が一般的に用いられているが、明るさとは主観的な
尺度であり、判断には見ている人の考慮が必要であるが、輝度は客観的な尺度である。）
この差分信号または差分値を次に用いて、信号電圧を変更するが、この電圧が、画素に電
流を供給するＴＦＴを駆動して、がその明るさを調整し、これで、最終的なすなわち「固
定した」明るさ（実際には輝度）が基準値に「近く」なるようにしようとするものである
。このスキームにはいくつか問題があり、均一性の問題を解決するものではない。このス
キームには次の３つの主要な問題がある。（ｉ）固定値に安定する以前に画素の明るさ（
実際には輝度）が変動するすなわち「リンギングする」、（ｉｉ）低い信号対雑音レベル
と雑音のため不正確である、（ｉｉｉ）画素の隔離が欠如している結果として解像度が不
十分である。これらの問題は、キムラの画素構造の内の１を見直すとよりよく理解される
。
【００２８】
　キムラら（米国特許第６５１８９６２号）は、本発明の第１の実施形態に従った、画素
の回路図を含む、表示装置の全体的な配置を示すブロック図とされるものを示している（
キムラの図１９を参照）。このキムラの画素回路構造６１を図１Ａのように書き直してラ
ベルを付け直し、これで、本発明の画素回路構造６２の実施形態と適切に比較されるよう
になっている。ここで、キムラの光ダイオードＤ１は、その電圧供給用の電圧供給ライン
に接続されている。この方式は、少なくとも画素輝度の安定性と再現性いう観点からする
と問題があるが、それは、この電圧供給ライン上での電圧が正確であるかどうかは、その
電圧用の電圧減に近いところにあるラインで用いられている電流によって異なるからであ
り、これはまた、このライン（列）に取り付けられている画素がすべて電流を引き込み、
これでこのラインの電圧が低下するからである。この電圧降下は、どの画素がオンするか
、また、画素が電流をどの程度引き込むかによって異なる。言い換えれば、キムラ画素の
おのおのを駆動する電圧は、表示装置の他の画素での表示目的で提示されている画像デー
タによって異なる。また、キムラ画素は薄膜ダイオードの分離性が欠如している。これは
、列をなすすべてのセンサー光ダイオードが、同時にセンサー読み取りラインに電流を供
給することを意味する。
【００２９】
　また、この光ダイオード構成とそれを含む画素構造とが問題であるが、それは、電流（
または電荷または電圧）がどこから来るかに関して情報がないからである。キムラのオリ
ジナルの図１９を参照すると、センサー読み取りラインはすべてシフトレジスタに入って
おり、ラインはおのおのが、次のラインと（並列であるよりはむしろ）直列に読み取られ
るように思われることが示唆されている。各ラインに対する直列読取動作は、アドレス時
間に実行しなければならないが、これは、読取速度が過度に早く、正確な測定をするため
に許される時間が非常に短いことを意味する。このような短時間測定は不正確で雑音の影
響を受けやすく、信号対雑音比に対する貢献も一般に低い。
【００３０】
　他の従来の方式もまた、従来の制限を克服できない。特定の輝度レベルがセンサー中に
光電流を発生させるが、この光電流のサイズすなわち大きさが、輝度（センサー中の光子
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）を示している（場合によっては比例または正比例している）。電流またはこの電流によ
って抵抗性素子（抵抗体など）の両端に発生した電圧を測定して、輝度を特定する。
【００３１】
　第一に、画素の輝度は、安定して安定輝度点に達する以前に基準値のあたりである時間
にわたって「リンギングする」すなわち発振する。この安定には時間がかかるが、この時
間は、たいていの表示応用分野（６４０ｘ４８０画素からなるアレイを有するＯＬＥＤ表
示装置など）の場合には表示フレーム時間（ｔｆ）を表示ライン数（ＮＬ）で除算した短
いアドレス時間（ｔＡ）で許容される時間より長い時間であることが重要である。比較的
小型の１６０ｘ１２０画素の表示装置、たとえば、携帯コンピュータや情報機器で用いら
れるようなものの場合、アドレス時間は約０．１３秒であり、ラップトップ型コンピュー
タなどの比較的大型の８００ｘ６００画素の表示装置の場合、アドレス時間は約０．０２
７秒である。比較すると、このようなフィードバックシステムを安定するための時間（ｔ

Ｓ）は、ＭＩＴのＥｋｏ　Ｔ．　Ｌｉｓｕｗａｎｄｉによって、１００ｍｓを超えると計
算されている（２００２年５月１０日に提出された、マサチューセッツ工科大学で電子工
学・コンピュータ科学の工学修士課程の必要条件を部分的に満足させるために電気工学・
コンピュータ科学学部に提出されたＥｋｏ　Ｔ．　Ｌｉｓｕｗａｎｄｉによる「有機ＬＥ
Ｄアクティブマトリックス表示ドライバのためのフィードバック回路」を参照）。したが
って、この設定時間は、実際のアクティブマトリックスタイプの表示装置にといっては容
認できないほど長い。本書で記載する問題と制限事項は、パラメータや値を測定し、感知
し、または読み取って、読取値を制御手段にフィードバックして、この手段が読取パラメ
ータ（またはそれから誘導されたパラメータ）を変更して、この変更されたパラメータを
操作目的で応用または別様に用いる従来の閉ループ式フィードバックシステムでは一般的
である。この特定的な表示装置という文脈では、変化する表示内容を表示するいかなる表
示装置の場合でも、ちらつきを防止するためには、フレーム速度は３０フレーム／秒を超
えなければならない。動画を表示するたいていの表示装置の場合、フレーム速度は６０フ
レーム／秒（ｆｐｓ）である。フレーム持続時間（ｆｐｓの逆数）は約２０ｍｓ未満であ
り、キムラが記載しているような閉ループ式フィードバック制御スキームを、テレビやコ
ンピュータの表示装置では通常のビデオ速度である約６ｆｐｓから８ｆｐｓよりや速い速
度で変化する表示内容で動作する表示装置の場合には実現することは不可能である。
【００３２】
　このスキームの第二の問題は、このスキームが、表示エリア（ガラスの外部）の物理的
に外に置かれている電流測定回路による光センサーからの読み取りに依存していることで
ある。この電流測定回路は、従来は、表示エリアの物理的に外に置く必要があったが、そ
れは、高速化輝度を直接に表示ガラス上に組み込むと、歩留まりが悪化して犠牲が大きく
現時点では実用に経費がかかるためであり、そのため、それをどこに置くかは単に設計上
の選択であった。このような従来型のデバイスでは、センサーとして逆バイアスのＰＩＮ
ダイオードを用いていた。センサーのインピーダンス値が高い（一般的には、約１０００
メガオームと１メガオームの間）ため、センサーに取り付けられているワイヤや導線が拾
って次にガラス外の測定装置が拾う雑音は、画素の輝度の正確な読み取り値を深刻なほど
あいまいにしてしまう。たとえば、感知された信号は数ミリボルト（ｍｖ）範囲の信号電
圧であり、この信号に乗っている雑音は、測定装置に到達した時点では、一般的には約数
ミリボルトと約数ボルトの間である。８ビット階調レベルの表示装置の画素の要求均一性
は０．４パーセントであるため、それを超える雑音が少しでもあれば、この必要とされる
均一性が妨げられる。信号電圧は数ミリボルトであるため、数ミリボルトから数ボルトと
いう雑音レベルでは、幾分かでも正確に測定するために必要とされる信号対雑音比（１対
１より悪くなりかねない）をはるかに超える。第三に、このスキームは、一般的に、また
、米国特許第６，５１８，９６２Ｂ２号（キムラ）に記載されている特定の方式は、行ご
とにセンサーを分離することに関して記述がなく考慮もなく、また、表示アレイの列のセ
ンサー読み取り値はすべて、１つの電流に合成され、これがガラス外部の測定回路に伝え
られるため、センサーの読み取りが分離されていない。ある列の画素はすべて、アクティ
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ブマトリックス表示装置中ではオンであり（行が一時に１つしかオンしないパッシブマト
リックス表示装置とは逆）、したがって、センサーラインは表示装置中を垂直に走行して
いるため、ある列のセンサーはすべてこの列に対するセンサーラインに接続されており、
各画素のセンサーはセンサーライン上の電流の総量に寄与するため、どの１つの画素によ
る電流であるか特定することは不可能である。
【００３３】
　したがって、従来の閉ループ式制御、雑音干渉、センサー隔離を含む先行技術の上記の
問題と制限を解決するシステム、デバイス、方法ならびにコンピュータプログラムおよび
コンピュータプログラムプロダクトに対する必要性が残る。
【特許文献１】米国特許第６，５４２，１３８Ｂ１号
【特許文献２】米国特許第６，４８９，６３１Ｂ２号
【非特許文献１】Ｅｋｏ　Ｔ．　Ｌｉｓｕｗａｎｄｉによる「有機ＬＥＤアクティブマト
リックス表示ドライバのためのフィードバック回路」（２００２年５月１０日、ＭＩＴ、
電子工学・コンピュータ科学部）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３４】
　表示装置の動作寿命の初期からその全体の期間にわたって表示装置の表面上に均一な画
素と、表示輝度発光レベル（ときとして明るさと呼ばれる）と、色を提供し、また、この
ような表示装置の動作寿命を拡張するためのフラットパネル表示装置を製造し、校正し、
操作するシステム、デバイスおよび方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００３５】
　表示デバイス中で均一な画素輝度を維持する安定フィードバック表示システムと方法。
このシステムは、おのおのが少なくとも１つの電気回路デバイスから形成される複数の発
光画素を有する表示デバイスと、外部画像ソースから生の入力画像信号を受信して、修正
された画像信号を表示装置に入力する表示ドライバ回路と、少なくとも１つの表示デバイ
ス輝度値を発生する表示輝度検出器と、少なくとも１つの表示デバイス輝度値を受信して
、情報を表示ドライバ回路に通信する処理ロジックユニットとを含み、この表示ドライバ
回路は、この通信される情報を用いて、生の入力画像信号から修正済みの画像信号を発生
するための変換を発生する。
【００３６】
　表示装置中の画素の輝度を制御するシステムと方法。この方法は、デジタル画像階調レ
ベル値と、デジタル階調レベル値に対応する画素の輝度を発生する表示駆動信号の間の変
換を格納するステップと、特定の画素に対する目標階調レベルを特定するステップと、特
定された目標階調レベルに対応する表示駆動信号を格納済みの変換に基づいて発生して、
第１の表示フレーム中に駆動信号によって特定の画素を駆動するステップと、第１の時点
の後の第２の時点において特定の画素の輝度の実際の測定値を表すパラメータを測定する
ステップと、特定された目標輝度と実際の測定された輝度との間の差を決定するステップ
と、特定の画素の格納済み変換を決定された差に基づいて修正するステップと、修正され
た変換を記憶し、これを用いて、第１のフレーム時間に続くフレーム時間中に特定の画素
に対する表示駆動信号を発生するステップとを含む。表示デバイス中の画素すなわち画素
の輝度を制御する制御システムと制御回路。
【００３７】
　アクティブマトリックス式発光画素表示デバイスを操作するシステム、デバイスおよび
方法。この方法は、画素およびメモリ中の画素で表示される階調レベルに対する校正値を
記憶するステップと、階調レベル値の第１の表現を第２の表現に変換する変換をメモリに
記憶するステップと、画像画素の階調レベル値の第１の階調レベル表現を受信するステッ
プと、画素ごとに第１の表現を第２の表現に変換するステップと、現在の表示フレーム時
間中に画素に対する累積された光子束信号を発生するステップと、画素ごとに複数の累積
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光子束信号を校正値と比較して、その差を示す複数の比較結果を発生するステップと、各
画素の偏差を特定して、格納済みの変換の変更を後の時間で適応するように指示するステ
ップを含む。このシステムは、階調レベルロジックと校正メモリと、コンパレータと、画
素偏差ロジックを提供する。
【００３８】
　累積された輝度のセンサーを有する発光画素デバイスと、累積された輝度または光子束
のセンサーを有する発光画素デバイスを操作する方法。このデバイスは、光もしくは光子
を放射するデバイスと、この発光デバイスを画像電圧に対応する所定の輝度にまで駆動す
る電流を発生して、前記駆動電流をフレーム時間中に前記発光デバイスに入力する駆動回
路と、前記発光デバイスの近傍に配置された入力光子の変化に応答して電気的特性の変化
を示して、前記発光デバイスが発光状態にあるときに測定可能な光子をとらえる光センサ
ーと、前記センサーと結合して、電荷を蓄積もしくは減少して、容量電荷およびこの電荷
に比例する電圧を一時に示す電荷蓄積デバイスと、フレーム時間の少なくとも一部におい
てセンサーの電気的特性の変化に応答して前記電荷蓄積デバイスの充電および放電を制御
する制御回路を含む。
【００３９】
　画素を操作するための自己校正形発光画素の回路、デバイスおよび方法。この操作方法
は、センサーキャパシタを所定の開始電圧に設定するステップと、電流を光子放射デバイ
スに送出して、光子を所定の目標光子放射レベルで放射させて、センサー上の光子束にし
たがって変動する電気的特性を有するセンサーを表示フレーム時間の少なくとも１部分の
間に放射済みの光子に露出するステップと、センサーキャパシタに、センサーを介して所
定の開始状態から充電もしくは放電させて、フレーム時間の１部およびフレーム時間の１
部中でのセンサーの抵抗値によってセンサーキャパシタ上の電荷の量が決定されるように
するステップと、フレーム時間の１部の終了時におけるセンサーキャパシタ上の残留して
いる電圧もしくは電荷を累積光子束と画素輝度の示度として測定するステップと、測定さ
れた電圧をフィードバックパラメータとして用いて、いずれかの後続の表示フレーム時間
中に画素に印加される画像電圧および／または電流を修正するステップを含む。
【００４０】
　情報機器と連結している表示装置を操作する情報機器デバイスと方法。この情報機器は
、各画素が光子放射体を含む２次元アレイとして配置された複数のアクティブマトリック
ス画素を備える表示デバイス、各画素に対する入力画像信号を受信して、フレーム時間中
に対応する目標画素輝度を発生する意図を持つ画素駆動信号を発生する放射体駆動回路、
ならびに、測定値表示フレーム時間の１部で各画素の実際の輝度を示す電気的パラメータ
を測定する放射体輝度センサーおよび測定回路と、表示装置と結合している表示ロジック
であって、画素輝度関連の電気的パラメータを画素ごとに受信して、後続の時間期間にお
いて、画素ごとに入力画像データに対して適用すべき修正値を目標画素輝度と画素輝度測
定値の差に基づいて発生する表示ロジックを含む。前記光子放射体は、ＯＬＥＤや、エレ
クトロルミネセントデバイスや、プラズマや、フラットパネル表示装置中の他の発光デバ
イスである。表示装置と結合している表示ロジック情報機器は、テレビモニター、テレビ
受信装置、ＣＤプレーヤー、ＤＶＤプレーヤー、コンピュータのモニタ、コンピュータシ
ステム、自動車計器パネル、航空機計器表示パネル、ビデオゲーム、携帯電話、個人向け
携帯型情報通信機器（ＰＤＡ）、電話、図形システム、印刷システム、スコアボードシス
テム、エンターテインメントシステム、電化製品、コピー機、ＧＰＳナビゲーション表示
装置、動的アート表示デバイスおよび／またはこれらのデバイスやシステムを組み合わせ
たデバイスである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　本発明は、表示表面上に初期からその動作寿命全般にわたって均一な輝度の発光レベル
と色を提供し、また、動作寿命を延長する、フラットパネル表示装置を製造し、校正し、
操作するためのシステム、デバイスおよび方法に関する。
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【００４２】
　Damoder　ReddyとW.　Edward　Naughter,　JR.を発明者とし、「画素の発光を制御する
方法と装置」という名称の、２００４年５月６日提出の米国特許出願第１０／８７２，２
６８号（弁護士事件整理番号第３４１３３／ＵＳ／２［４７４１２５－８］）（その出願
全体を参照により組み込む）には、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）もしくは他の発光画
素の画像品質を改善し、表示装置の寿命を増大させ、製造コストを軽減するためのセンサ
ーアレイの価値が記載され教示されている。この特許出願に記載されている技術革新は、
光抵抗体および／または光ダイオードおよび光トランジスタを利用して発光測定値を発生
して、電圧信号または電流信号を、表示基板から離れているデータ処理回路に送出すると
いうものである。
【００４３】
　そこに記載されている回路の１つであり、図２に示され、ＳｔｅａｄｙｌｉｇｈｔTM校
正・安定回路４０（ＳｔｅａｄｙｌｉｇｈｔはＮｕｅｌｉｇｈｔ社の商標である）と呼ば
れる回路において、電圧ランプ５５が、薄膜トランジスタＴＦＴ（Ｔ１）４１のソース上
に存在する。電圧コンパレータ（ＶＣ１）４３の出力ピン（Ｐ３）４２の電圧は高く、そ
のため、ＴＦＴ（Ｔ１）４１は電圧ランプ５５をＴＦＴ（Ｔ２）４６と蓄積キャパシタ（
Ｃ１）４７に伝える。これによって、ＯＬＥＤのダイオード（Ｄ１）４８は、強度が増加
していく光を放射し、このため、光センサー（Ｓ１）５０の抵抗値４９が徐々に減少する
。光センサー（Ｓ１）５０の抵抗値が減少するにつれて、グランド抵抗体（Ｒ１）５１の
両端の電圧が徐々に減少して、電圧コンパレータ（ＶＣ１）４３のピン（Ｐ１）４４の電
圧を上昇させる。アドレスサイクルの開始時点には、電圧コンパレータＶＣ１のピン（Ｐ
２）４７は基準電圧４６となっている。この基準電圧は、ＯＬＥＤのダイオード（Ｄ１）
４８からの所望の発光値を表している。ピン（Ｐ２）４７の電圧がピンＰ２の基準電圧と
同じになると、ピン（Ｐ３）４２の出力電圧は正の「オン」電圧から負の「オフ」電圧に
切り替わり、ＴＦＴ（Ｔ１）４１がオフして、ＴＦＴ（Ｔ２）４６のゲートに対する電圧
を一定にし、また、ＯＬＥＤのダイオード（Ｄ１）４８からの発光を所望の発光レベルで
一定にする。１つの難点は、光センサー（Ｓ１）５０の抵抗値がギガオームの範囲にあり
、このため、グランド抵抗体（Ｒ１）５１の両端の電圧が回路近傍のなんらかの電圧雑音
のため変動しかねないことである。電圧雑音の最大の発生源の１つは、光センサーＳ１か
らのデータを処理するために用いられるデジタル処理回路である。この理由は、かなりの
電圧を発生するために必要とされる電流が、高インピーダンス回路では典型的には非常に
小さいことである。したがって、このインピーダンスは、好ましくは、雑音のない測定が
可能となる前に画素の位置に限定されるべきである。
【００４４】
　ここで説明する本発明は、一般的に、従来のアクティブマトリックス表示装置、より詳
しくは、いずれかの発光性表示タイプ（たとえば、エレクトロルミネセントデバイス、プ
ラズマ発光デバイスなどのいずれかの制御可能発光デバイスを含む）、特に有機発光ダイ
オード（ＯＬＥＤ）表示装置、にまつわる制限事項を克服するデバイス、システム、方法
および他の手段を提供する。このため、このデバイス、システム、方法および他の手段で
は、画素の光子の放射や輝度（規定された期間にわたって積分された光子束）を測定し追
跡し、また、いずれの劣化メカニズム（それが、アモルファスシリコンの場合のようにゲ
ート閾値のドリフトによる画素ドライバ回路の劣化であろうと、ＯＬＥＤ材料自身の劣化
であろうと）も補償されることを確実にする情報を用いる手段を提供する。
【００４５】
　また、ここでの記載に照らして理解されるように、発光デバイスが有機発光ダイオード
（ＯＬＥＤ）であるときでさえ、有機発光ダイオードには、これらに限られないが、小分
子ＯＬＥＤ、ポリマーＯＬＥＤ（ＰＬＥＤ）、燐光性ＯＬＥＤ（ＰＨＯＬＥＤ）および／
または１以上の層の有機材料と電極の任意の組み合わせを含む複数のタイプがある。
【００４６】
　本発明の長所として、本発明は、ある時間（フレームの持続時間）にわたって輝度また
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は光子束を測定し、また、この情報を記憶して、後で表示装置がそれを用いて均一性、色
バランスを維持し、また、寿命を拡張するようにするシステムと方法を提供する。光子束
累積装置（すなわち光子束インテグレータ）（特定の回路構成中のキャパシタＣ２と結合
されているセンサーＳ１）を用いて、瞬間的な電流と電圧駆動システムに対する瞬間的な
フィードバックで動作するフィードバックシステムで見受けられる雑音を減少させる。
【００４７】
　本発明の長所として、本発明は、画素中のＯＬＥＤ材料から放射される光（実際には放
射された光子束）によって発生される瞬間的な光電流はあまりに少なすぎて、画素に印加
される電圧制御に利用することは不可能であることを認識しており、したがって、われわ
れは、画素内光子束累積回路を工夫し、これで、画素から放射される瞬間的な光子束を測
定しようとするのではなく、本発明は表示フレームの時間長にわたってこの束を累積する
デバイスを提供する。これによって、光子束のランダムな瞬間的雑音変動がフレーム時間
とともに消滅する。本発明はまた、この画素デバイス構造を利用するシステムと表示パネ
ルを提供し、また、この表示装置を校正、制御、操作する方法を提供する。したがって、
本発明は、低レベルで、雑音が大きく、変動する瞬間的な光または輝度の測定値を用いて
画素輝度を制御しようとした従来のシステムや方法に付きまとう問題を克服する。また、
累積された光子束の測定値は本質的に画素内のものであることによって、画素デバイスの
材料および電気的特性、動作環境ならびに動作履歴が補償されることになる。
【００４８】
　本発明の少なくとも１つの実施形態では、輝度があるレベルになると、センサー中に光
電流が発生し、この光電流のサイズすなわち大きさが、輝度（センサー内の光子束）の表
示となる。本発明の少なくとも１つの実施形態では、この光電流が輝度に対して（直線的
もしくはほぼ直線的に）比例し、また、本発明の少なくとも１つの実施形態では、この光
電流が輝度に対して正比例し、もしくは許容可能な非線形誤差範囲内で線形に比例する。
１つの実施形態では、電流または電流によって抵抗性素子（抵抗体など）の両端に発生し
た電圧を測定して、輝度を特定する。別の実施形態では、キャパシタなどの電荷蓄積デバ
イス上に蓄積された電圧を測定して、輝度を特定する。
【００４９】
　本発明の複数の実施形態は、表示装置の寿命にわたって、絶対的な光子束基準レベルの
１つの階調レベルの中に画素の光子束を維持し、画素の間の光子束の均一性を同じ精度に
維持できる（ビットレベルが上がれば精度がさらに高くなるが、これは経費の問題である
）。また、本発明のこれらのシステム、デバイス、方法は、すべての画素の素子の光子束
の累積レベル（したがって、画素の色と表示色バランスも）を調整して、従来のシステム
や方法の場合より比較的長い期間にわたって、ＯＬＥＤ表示装置の周知の劣化特性を克服
して表示装置の寿命を延長できる。
【００５０】
　表示装置の寿命の定義に関連する１つの慣例は、輝度が、輝度が最大値である初期時（
ｔ０）から輝度が初期値の半分に落ちる時点である半寿命（ｔＸ）までの時間を用いるこ
とである。したがって、表示装置の寿命が１０，０００時間（時間ｔＸ）であれば、従来
は、この時間が経過すると、この表示装置は、最初（時間ｔ０）の値の半分に輝度が落ち
る（すなわち半分の輝度を持つ）ことを意味する。
【００５１】
　また、本発明のこれらのシステム、デバイス、方法は、最大輝度の半分になる時間を延
長することによって（半輝度になる劣化に対する補償によって）表示装置や表示システム
の実用的な寿命を実際に延長できる。たとえば、本発明のこれらのシステム、デバイス、
方法は、半寿命になる期間を２倍、３倍、４倍またはこれ以上（２ｔＸ、３ｔＸ、４ｔＸ

またはこれ以上）拡大する。１つの実施形態では、これは、経時劣化を制御できるように
表示装置をプログラムすることによって遂行される。思い起こされるように、本発明のこ
れらのシステム、デバイス、方法は、輝度の劣化を実際に１００％補償することが可能で
ある（これ以下の劣化はもちろん）が、ゆっくりと劣化させることができれば表示装置も
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より長持ちする。１００％補償するためには、追加の電圧を利用して、ＯＬＥＤ電流駆動
ＴＦＴのゲートに印加することが可能である必要がある。この利用可能電圧によってまさ
に、どれくらい長期にわたって劣化を完全に補償可能であるかが決定される。しかし、エ
ージングを部分的に補償されれば、表示装置は結局は半輝度となるけれども、その時間は
、補償されない表示装置より長い。
【００５２】
　本書で用いる均一性という用語は、通常もしくは平均的な人が、通常では、異常な画素
輝度（この場合、一部の従来型システムでは特定を表すのに輝度またはより緩和して「明
るさ」を用いている）、または、表示装置中の他の画素に対する累積された光子束（明細
書に記載する本発明の実施形態により輝度を特徴づける１つの方法として）の差または色
差を目で見て検出できないことを意味する。以下に記載する本発明の文脈では、本発明の
実施形態は、どの画素も基準値から見て１階調レベルの１／２を超えないように校正を維
持できる。１つの実施形態では、色データごとに８ビット／画素（２５６個の階調レベル
）を有しており、これで、均一性を、１階調レベル±０．４％以上に維持している。これ
は、表示装置の校正の画素量子化レベルであり、基準輝度または累積光子束とは異なる輝
度や累積光子束を有していると画素が判定されると、本システムと方法はこの画素を基準
値に最も近い階調レベルまたは累積光子束になるように駆動する。本発明の他の実施形態
では、より細かい校正レベルで量子化するが、通常は人間の視覚では、ビデオ表示装置で
は１階調レベルの１／２の差の変動さえ検出されない。
【００５３】
　「明るさ」は主観的な用語であることを思い起こすべきである。輝度は客観的な用語で
あって、これは物理的な意味と実際の物理的単位を有している。今日最も一般的な実際の
物理的単位は、ｃｄ／ｍ２（平方メートル当たりのカンデラ値）という単位（いわゆる“
ｎｉｔ”）である。本発明のこれらのシステム、デバイス、方法では、センサーは、光子
を途中で遮って、これを電荷の担体（ホールや電子）にして、自身の材料をより良好な導
体にして抵抗を下げることによって動作する。本発明のある実施形態では、センサーのよ
り低い抵抗がキャパシタ（Ｃ２）上の電荷を排出する。排出される電荷の量は、フレーム
時間にセンサーに衝突する光子の数に正比例する。すなわち、光子はフレーム時間中にカ
ウント（累積）される。この累積された光子カウント値は定量化可能である。
【００５４】
　数値で示す例を、、本発明のこれらのデバイスやシステムの実施形態の動作を、厳密な
理論なしに例を用いてここで説明する。センサーのキャパシタ（Ｃ２）の容量はピコファ
ラッド（ｐｆ）、すなわち１ｘ１０－１２ファラッドの範囲である。このキャパシタの容
量が１ｘ１０－１２ファラッドであり、キャパシタＣ２がフレームの開始時に１０ボルト
という初期電圧からフレーム終了時の終了電圧すなわち４ボルトにまで放電するとすると
、６ｘ１０－１２クーロンの電荷がセンサーからグランドに通過したことになる。（実際
には、開始電圧と終了電圧はどの値に選んでもよいが、一般的には１ボルトから１０ボル
ト範囲の電圧値である。）これに対応する電荷は６ｘ１０－１２クーロンである。これは
約３７，７４５，０００個の電子に等しい。電子を伝導帯にまで上げるのにたった０．２
５エレクトロンボルトしか要しないため、また、光子１個は約２から３エレクトロンボル
トのエネルギ（たとえば、光子の波長やエネルギによって異なる）を有するため、赤色光
子は約８個の電子を伝導帯に入れる能力、また、青色光子は約１２個の電子を伝導帯に入
れる能力があると計算できる。これは以下のことを意味する。３７，７４５，０００個の
電子ということは、約４，６８１，０００個の赤色光子が１６．７ｍｓというフレーム時
間中にセンサーに衝突し、また、約３、１２１，０００個の青色光子が同じフレーム時間
中にセンサーに衝突する。これらの値と数は原理が理解されるように例として与えられた
ものであり、厳密な計算によって決定された正確な値として与えられたものではない。電
子を実際に伝導帯に上げるには多くの要因に依存する。最も重要な要因として、量子効率
があるが、これは、半導体材料を加熱することに変換された光子得ベルの量に対する電子
を伝導帯に上げる光子エネルギ量のことである。
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【００５５】
　したがって、本発明はキャパシタや、センサーや、フレーム持続累積時間に対する光子
束累積装置として動作することが理解できる。光子束は単位面積（センサーの面積）を通
過する光子の束であり、光子の合計カウント値は、センサー面積全体にわたって、また、
フレーム全体または他の適切な部分的フレームもしくは他の累積時間にわたって累積され
た光子束のことである。また、本発明は、分離作用をも提供し、これにより、１つの画素
から得られたパラメータの測定値が別の画素のパラメータの測定値に影響しないようにす
る。
【００５６】
　本発明は、互いに別個に用いられ、または、最適な効果を求めて組み合わせて用いてよ
り大きい相乗効果を提供するように用いられる複数の態様を備える。その一部を以下に挙
げるが、他のものは、本発明の実施形態の説明と図面から明らかであろう。
【００５７】
　１つの態様では、本発明は、高性能で安定化されたアクティブマトリックス発光表示の
ためのフィードバック制御のシステムと方法を提供する。別の態様では、本発明は、フィ
ードバックで安定されたフラットパネル表示のためのアクティブマトリックス表示装置と
画素アーキテクチャを提供する。別の態様では、本発明は、アクティブマトリックス表示
装置と画素の校正方法を提供する。これら３つの態様は、本発明の画素とセンサーのアー
キテクチャと回路を有する表示パネルを、オフディスプレイの集積回路（ＩＣ）などのオ
フディスプレイガラス（または他のディスプレイ基板）回路で動作して、均一で安定した
表示システムを提供するように組み合わせると特に効果的である。
【００５８】
　さらに別の態様では、本発明は、フィードバックで安定されたアクティブマトリックス
発光フラットパネル表示のための高インピーダンス／低インピーダンス変換システムを提
供する。
【００５９】
　さらに別の態様では、本発明は、アクティブマトリックス表示画素とセンサーのための
高インピーダンス／低インピーダンス変換システムを提供する。
【００６０】
　別の態様では、本発明は、高安定性累積光センサーを製造するためのフィードバック制
御システムおよび方法で用いられる高安定性累積光センサーのための構造と設計方法を提
供する。
【００６１】
　さらに別の態様では、本発明は、長寿命、高安定性のフィードバックで安定化されるア
モルファスシリコン光導体ベースのＯＬＥＤ表示装置を提供する。
【００６２】
　さらに別の態様では、本発明は、有形の媒体もしくはメモリデバイスとして実現可能な
、または、汎用もしくは特殊な目的のコンピュータのプロセッサおよびプロセッサと結合
されたメモリを含むコンピュータまたは他のプロセッサもしくはハードウエア内で実行可
能なまたはこれに記憶可能な、コンピュータプログラム、コンピュータプログラムプロダ
クト、データ構造ならびに他のコンピュータ構成およびマシンを提供する。
【００６３】
　本発明のこれらの態様および他の態様ならびに特徴は、ここに提供する説明と参照図面
から明らかになるであろう。
【００６４】
　最初に、本発明の表示画素の実施形態と従来の画素構造を比較することに注目して、本
発明の表示画素の複数の態様がその動作制御方法を説明する前に理解されるようにする。
次に、本発明の表示装置と画素の構造とアーキテクチャ、さらに、他の表示装置と画素の
構造のために用いられる閉ループフィードバック制御システムの態様に注目する。次に、
それぞれが発光体とセンサーを有するいくつかの例示の画素構造を説明するが、これらは
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、本発明の制御システムで利用されるものである。次に、基準となる累積光子束レベルを
設定するためにセンサーを校正する方法と、適切な容量と明抵抗と暗抵抗を用いて、本発
明の校正と動作の手順と方法に対する所望の操作とサポートを提供できるセンサーを設計
するためのある種の設計方法論とを説明する。次に、安定で均一な動作が維持されるよう
な、校正される表示装置と電子システムの動作を説明する。
【００６５】
　画素がオン状態である割合で光子を放射していて、どの時点においても瞬間的な輝度が
存在する場合を想定する。先行技術では、測定されたと述べられている「明るさ」は、瞬
間的な明るさであった。背景技術の項目で示唆したように、従来のシステムと方法に伴う
１つの問題は、画素中のセンサーでとらえられる光子パワーの分量が少なすぎて、ランダ
ムおよび／または非ランダムな雑音発生源のため瞬間的な信号が圧倒されてしまうことで
あった。これは、画素の読取時間が小さい場合に特に問題であり、このような問題は、１
つの画素からの読取信号が他の画素の読取信号と区別できない場合には悪化する。ここで
、パワーとはエネルギの時間比のことであり、パワーは、本発明と比較して先行技術では
問題となる。光子束と輝度は、これらがパワーの用語であるという点で多かれ少なかれ交
換可能である。
【００６６】
　さらに図１Ａを参照すると、思い起こされるように、キムラらの画素構造では、光ダイ
オードＤ１が電圧源ラインに接続されて電圧を得ており、この方式が問題となるので、こ
の電圧源ライン上の正確な電圧は、同じ列のラインに取り付けられている他のすべての画
素が引き込む電流によって異なる。電圧降下が発生するが、これは、表示列の他の画素の
オン／オフ状態と階調レベル値とに依存する。また、思い起こされるように、キムラの画
素は、さまざまな画素に対する光ダイオードＴＦＴの分離が欠けている。これは、列中の
すべてのセンサー光ダイオードがセンサーの読出ラインに電流を同時に送出しており、し
たがって、個々の画素センサーの値を測定することは不可能であることを意味する。最後
に、思い起こされるように、キムラの画素と表示装置の構成では、電流測定のための時間
が非常に短く（電流測定は本質的に瞬間的なものである）、また、瞬間的な測定値は、低
パワー、低信号強度、高雑音レベルのため不正確である。
【００６７】
　比較すると、図１Ｂの本発明の画素の実施形態は、少なくともこれらの問題を克服して
いる。本発明のデバイス、システム、方法は、発光ダイオードに対する電圧送出に伴う問
題、センサー分離の問題、雑音と低アワーの問題を解決するものである。この画素と他の
画素の構造と動作は本明細書の他の部分で詳述されている。
【００６８】
　光子束累積装置は、キャパシタ中のセンサーに対してＯＬＥＤから送出されたエネルギ
（パワーの積分である）を蓄積するよう動作する。この意味するところは、弱い光子束を
表示装置のフレーム時間の１持続時間にわたって累積することである。たとえば、光子エ
ネルギを１６．７ミリ秒（１６．７ｍｓ）すなわち１６７００マイクロ秒（１６７００μ
ｓ）にわたって累積する。従来のデバイスやシステムでは、このエネルギは行アドレス時
間の１部分にわたって測定するが、これは一般的には約５マイクロ秒（５μｓ）である。
これは、本発明のデバイス、システム、方法では、信号のパワーが、約３，３３３倍とい
う利得因子で１６．７ｍｓ／５μｓ倍になることを意味する。これは、利得が約３５ｄｂ
であることを表している。
【００６９】
　さらに、信号対雑音比は３５ｄｂという利得だけ大いに増大する一方、ランダム雑音は
効果的に消去される。それは、平均して、この長い累積時間中、一般的に、同じ大きさの
負の雑音影響度と実質的に同じほどの正の雑音影響度が存在するからである。時間経過に
したがって信号を積分することによって、雑音が消去される。瞬間的な輝度を正確に測定
する必要があり従ってそのようにしようとする従来のシステムや方法と比べて、かなりの
利点がある。従来のシステムや方法では正確な測定値を得ることには成功していないが、
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それは、検出すべき信号が常に正であったり負であったりするため、ランダム雑音とこの
ランダム雑音の大きさが、測定すべき信号の大きさに少なくとも匹敵するからである。加
えて、画素中で用いられている光センサーが少なくともギガオーム（１０９）台のインピ
ーダンスを持つと、電圧雑音がボルトレベルになりかねず、これは信号の千倍である。
【００７０】
　詳細な説明の他の箇所で説明されるように、本発明のデバイス、システム、方法と従来
のスキームとのさらなる相違は、本発明では、画素の輝度をその画素書込時間すなわちサ
イクルでは制御しようとしないことである。事実、本発明の複数の実施形態では、１つの
表示フレーム時間（またはその１部分）中の画素の輝度を示すものとして決定された累積
光子束を用いて、後続の表示画素フレーム時間（またはその一部）の間に累積光子束を（
ひいては画素輝度も）制御する。１つの実施形態では、この後続の表示時間は次のフレー
ム時間またはその一部であり、一方、他の実施形態では、その画素のフレーム時間の整数
倍の時間や、表示装置のパワーオンなどの事象によって引き起こされる後続時間などのい
ずれかの未来の時間である。したがって、この制御と調整はリアルタイムであって、表示
装置のユーザにとっては、リアルタイムフィードバックベースの測定と制御とは区別でき
ないけれども（たとえば、１６．７ｍｓというフレーム時間などのフレーム時間だけ遅れ
る）、解釈によっては、それはリアルタイムではないとも考えられる。他方、１フレーム
書込サイクルで測定して、次のフレーム書込サイクルで測定値を用いて画素駆動信号を発
生するようにすると両者が十分時間的に近く、そのため、このような動作はリアルタイム
またはほぼリアルタイムであるという解釈も考えられる。累積光子束の測定と測定を考慮
した画素駆動信号の調整との間に数分、数時間または数日もあれば、このようなデバイス
、システム、方法はリアルタイムであると特徴付けされる可能性は低くなる。
【００７１】
　表示装置中で用いられるＯＬＥＤ画素（及び他のアクティブな光子または輝度放射体）
は一般的には以前の動作特性とは数十時間から数百時間経過すると変化するため、いった
んある画素を調整すると、画素の駆動特性をフレームごとに更新する必要はなくなること
が理解されるであろう。したがって、フレームごとに測定と調整を実行する必要は通常は
ない。
【００７２】
１．例示の制御システムと方法の説明
　１例の表示システム２００を図３のフィードバック制御システムの第１の実施形態中で
示す。これは、２つの主要な構成部品を含むが、それは、複数の画素すなわち画素２０２
および光子束累積装置回路２０３を有する表示デバイス２０１と、表示デバイス２０１を
駆動して制御する表示ドライバおよび制御電子システム（オプションとして、ソフトウエ
アおよび／またはハードウエアを含む）２０４とである。この駆動・制御電子システムは
、画像データ２０５を画素２０２に対する適切な画素駆動・制御信号２０６に変換し、こ
れで、画像中のその見かけ上の階調レベルすなわち累積光子束（およびカラー表示の場合
にはその色）が正確なものとなるようにする責任、すなわち、指示された累積光子束と色
にマッチするようにする責任を負っている。ＯＬＥＤ材料の基底セットが適切に選ばれた
場合には、正しい色基底系（たとえば赤、緑、青）の累積光子束を維持すると、画素の色
バランスも維持されることが理解されるであろう。また、表示デバイス２０１はセンサー
を含んでおり、このセンサーはキャパシタと結合していて、おのおのの個別の画素と連結
している新規な光子束累積装置（１つの実施形態ではセンサーＳ１がキャパシタ（Ｃ２）
と結合している）を形成し、これで、積分時間ＴＰＦ１に累積光子束に基づいて輝度の認
知特性を測定するようになっている。センサー２０３は、センサー出力信号２０７（１つ
の実施形態では、複数のセンサーが複数のセンサー信号を発生する）を発生するが、この
信号は、表示装置駆動・制御電子システム２０４に通信され、この表示装置駆動・制御電
子システム２０４で用いられて、必要に応じて画素駆動・制御信号２０６を修正して、個
々の画素光子束レベルを達成して維持し、また、表示装置中の複数の画素間で均一性とい
う性能を達成するようにする。１つの実施形態では、各画素２０２と関連してその内部も
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しくはこれに隣接してセンサー２０３があり、これで、画素の累積光子束と均一性が、表
示装置全体にわたってではなく画素ごとに達成されるようにしている。
【００７３】
　また、本発明のこれらのデバイス、システム、方法は、画素ごとに互いに別個に累積光
子束が測定でき、このような測定は、画素の行や、画素の列や、他のいずれかの画素集合
の測定に限られないという利点がある。本発明の実施形態はまた、センサーの出力信号を
互いに別々に提供し、これで、光子束、累積光子束または輝度を示す電流、電圧または他
の示度を共通のセンスライン上で連続して感知したり測定したりする必要がない。
【００７４】
　この画素ごとの方式は、すべての画素の動作履歴の差を説明するためにすべての画素の
調整と修正が可能であり、これで、このような履歴上の動作に創意があるにもかかわらず
、同じまたはなんらかの所望の累積光子束が達成可能であれば特に利点となる。ＯＬＥＤ
表示装置画素または累積光子束と他の動作パラメータがどの時点においても個々の画素レ
ベルにおける過去の動作履歴に大いに依存している他のタイプの表示装置の場合、これに
よって、表示装置のエージング、表示装置と画素の「焼き付き」問題および他の動作関連
もしくはエージング関連の問題が解決される。
【００７５】
　本発明の別の実施形態では、図３の特徴の少なくとも一部と追加の特徴が組み込まれて
いる。この実施形態では、画像データ２０５はアナログ画像発生源２０８から受信された
りこれによって発生されたりする。この発生源はアナログ信号を出力するが、これは、た
とえば、ＲＧＢ複合信号、別々となっている成分である赤（Ｒ）、緑（Ｇ）および青（Ｂ
）の信号、単色すなわち白／黒信号、または他のいずれかの発生源もしくはタイプの図形
、テキスト、記号、画像、映像などのデータである。このデータは、動的データ（すなわ
ち時間と共に変化する）や静的データであったりする。このような画像データの例には、
テレビ（ＴＶ）のアナログもしくはデジタル信号、コンピュータの表示信号（ハーフＶＧ
Ａ、ＶＧＡ、スーパーＶＧＡ、いずれかのデジタル表示装置インタフェースおよび類似物
）、携帯電話表示データ、腕時計、機器、自動車電子システム表示データ（たとえば、自
動車計器、ナビゲーション、エンターテインメントなど）、航空機アビオニクスおよび機
内エンターテインメント、固定式および携帯式のゲームデバイス、広告看板および他の大
型表示装置ならびに他のいずれかのタイプの表示装置およびデータがある。
【００７６】
　画像データが連続的または１連のフレームやセグメントのアナログデータ（従来のテレ
ビ信号など）である場合、データ信号２０５（図３を参照）はシリアル／パラレル（Ｓ／
Ｐ）およびアナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）プロセッサ回路またはロジック２０９によって
処理して、赤色（ＲＤ）、緑色（ＧＤ）および青色（ＢＤ）のデジタル信号を発生する。
単色すなわち白／黒の信号はカラー表示装置の場合、隣り合ったＲ、ＧおよびＢの発光体
すなわち画素（ときとして、ＲＧＢサブ画素と呼ばれる）から同じ累積光子束を提供する
ことによって達成されることが理解されるであろう。別の例では、単色表示装置しかない
場合、３つ（ＲＧＢ）の信号ではなく表示画像を表すたった１つの画素信号しか必要とさ
れない。さらに、画像データがすでにパラレルおよび／またはデジタルの形態にある場合
、シリアル／パラレル変換とアナログ／デジタル変換のどちらかまたは双方が消去される
。説明しやすいように、この明細書の目的に沿って、表示装置はカラー表示装置であり、
デジタル画像入力データ２１０と便利にも呼ばれる赤色信号２１０－１、緑色信号２１０
－２および青色信号２１０－３を用いるものと仮定するが、また、本発明は、たった１つ
のデジタル入力データ信号しかない単色表示装置にも適用されることが明らかである。ま
た、本明細書は、Ｒ、Ｇ、Ｂまたは単にＲＧＢ信号というより通常的な述語を用いて、一
般的にはカラー表示装置または画像と関連する３つの信号またはデータ集合を記述する。
このような信号またはデータがアナログであるかデジタルであるかは説明の文脈から明ら
かである。また、ＲＧＢという述語は、色を形成する色素、蛍光体、フィルタ、材料のな
んらかの集合、または、真、偽または擬似のカラー表示を発生するために使用できる他の
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基底系（色基礎エレメントの数によらない）を表す。
【００７７】
　通常の表示動作は図４のブロック、すなわち、アナログ画像データ２０８、画像Ａ／Ｄ
コンバータ２０９、階調レベルロジックＺ１０３（本発明の入力を受け入れるように修正
されている）、表示装置コントローラＺ１０４、列ドライバ２３８、行選択回路２４０な
らびにアクティブマトリックス発光性表示装置２９２、２９３および２９４で実行される
。オプションとして、アナログ画像データブロック２０８と画像Ａ／Ｄコンバータ２０９
の代わりに、デジタル画像データブロック２０８ａを用いることがある。どちらの場合も
、デジタル画像データは階調レベルロジックブロックに供給される。
【００７８】
　図４の実施形態のブロックの各トップレベルの記述をし、請け合っている場合には追加
の説明をする。表示装置コントローラＺ１０４は、すべてのタイミング信号を制御し、画
像電圧を表示電圧データに変換する。列ドライバ２３８は、表示電圧を行に対してダウン
ロードしまたは通信する。行選択ロジック２４０は、行を一時に一つの列ドライバからデ
ータを受信することを可能とする。サンプル・ホールドブロックＺ１０１は、行選択によ
ってアドレス指定されると各行からのセンサーデータをサンプルして保持する。アナログ
／デジタル（Ａ／Ｄ）コンバータ２７０は、サンプル・ホールドブロックＺ１０１のアナ
ログデータをデジタルデータに変換する。マルチプレクサ（ＭＵＸ）２７０ａは、Ａ／Ｄ
コンバータのパラレルデータをシリアルデータのストリームに変換する。校正メモリ２５
０は、表示装置が最初に製造されたときに画素と階調レベルによってとられたオリジナル
の感知データを記憶する。コンパレータ２６０は、画素発光データと校正データ間の比較
（大きさや差の算術的な比較）を実行する。デジタルまたは画素偏差メモリＺ１０２は、
各画素と階調レベルに対して校正値からの偏差を記憶する。階調レベルロジックブロック
Ｚ１０３は、（ｉ）階調レベルの戦略（単純な電圧、所望の輝度を達成するための空間的
および／または一時的なディザなど）を決定し、（ｉｉ）表示ドライバコントローラに対
して修正値をいつ送るべきか決定し、（ｉｉｉ）デジタル偏差メモリに記憶されているデ
ータを用いて表示ドライバコントローラをどのように修正すべきであるか決定もしくは特
定する。アナログ画像データブロック２０８は、データがアナログ形態で提供されると（
時代遅れだが）、この形態の画像データを供給する。デジタル画像データ２０８ａは、デ
ジタル形態（今日ではますます普及している形態）の画像データを供給する。画像Ａ／Ｄ
コンバータ２０９はアナログ画像データをデジタルデータに変換する。
【００７９】
　階調レベルロジックブロックＺ１０３は、デジタル画像データを、この画像データに正
確に対応する画像を再生成するためにアクティブマトリックス発光性表示装置によって使
用可能な形態に変換する。本発明の階調レベルロジックブロックの特徴の一部を有する機
能ブロックは技術上周知であるとはいえ、これらは、従来のシステムと方法で用いられて
きたものとは少なくとも部分的には同じではない。それは、本発明の階調レベルロジック
ブロックＺ１０３が、画素偏差メモリＺ１０２（以下に詳述する）と構造的・方法論的手
段から入力を受信して、画像Ａ／Ｄコンバータ２０９からの出力と画素偏差メモリＺ１０
２からの出力の双方を用いて新規な入力を表示装置コントローラＺ１０４に提供する入力
部を含むからである。
【００８０】
　階調レベル画素ロジック機能ブロックＺ１０３は、たとえば、なんらかの回路、ロジッ
ク、デジタル関数（オプションとしてソフトウエアおよび／またはファームウエアを含む
）または他のいずれかのハードウエア、ソフトウエア、もしくは、入力された画像データ
によって決定されたデジタル階調レベルを、指定された画素が、画像が必要とする同じ諧
調で輝度を発生するように計算された電圧に変換するハイブリッドハードウエア／ソフト
ウエア手段である。
【００８１】
　適切な階調レベルと色を持つ表示画像を発生可能なように画像データを再フォーマット



(41) JP 2008-505366 A 2008.2.21

10

20

30

40

50

する多くの方法があることが、本書に記載する内容に照らし合わせれば理解されるであろ
う。たとえば、階調レベルロジックブロックは、画像電圧データを１つの諧調レベルから
別の階調レベルに輝度を正しく変更する表示電圧データに変換するガンマー関数を含む。
階調レベルロジックブロックにオプションとして含まれる別の機能は、一時的なディザー
を利用して、すなわち、各フレームを２以上のサブフレームに分割して階調レベルを表す
システムである。たった１つのサブフレーム（その他は常に暗状態にとどまる）を用いて
ｘ個の階調レベルで動作すると、オン状態にある２つのサブフレームを用いて階調レベル
を２倍にできる。また、階調レベルロジックブロックは、階調レベルに対して空間的ディ
ザーを用いるように配慮する。これは、各画素がサブ画素のアレイを有するが、このアレ
イは階調レベルしだいでオン／オフすることを意味する。この方式のある程度制限された
形態はすでに色表示で、三原色を用いて可視スペクトルですべての色を再生する目的で用
いられている。また、階調レベルロジックブロックは、一時的ディザーと空間的ディザー
の組み合わせを用いて、諧調機能を遂行する。諧調ロジックブロックから発生するデータ
は、表示装置コントローラブロックに送られる。表示装置コントローラブロックは、文字
通り表示装置を操作するものである。それは、表示電圧データの列ドライバに対する出力
を制御するすべてのタイミング信号を提供し、また、正しい行が、列ドライバから表示装
置にダウンロード中のあるラインのデータに対して選ばれるように行選択ドライバのため
にタイミングを取る。諧調ロジックブロックＺ１０３は何ボルトがダウンロードされるか
を決定し、表示装置コントローラはいつこのボルトがダウンロードされるかを決定する。
列ドライバは、第１の行のフレームに対するデジタル電圧レベルを受信して、このデジタ
ルデータをアナログデータに変換し、このデータを、一方で、表示装置コントローラの指
令下で行選択ドライバによって選ばれた第１の行の画素に対してダウンロードする。これ
はアクティブマトリックス表示装置であるため、データ電圧は蓄積キャパシタ上と電流制
御ＴＦＴのゲートに記憶され、これで、画素中のＯＬＥＤをオンする。次に、表示装置コ
ントローラは、次の行のデータを送り、表示装置の次の行を選択する。これを、フレーム
のすべての行が起動するまで行う。次に、第１の行に戻り、次のフレームがはじまり表示
装置コントローラによってダウンロードされる。このような表示動作の態様が技術上周知
であり、ここでは詳述しない。
【００８２】
　本発明の態様に別々にまた組み合わせられて関連する機能ブロックと構造としては、サ
ンプル・ホールド回路Ｚ１０１、Ａ／Ｄコンバータ２７０、マルチプレクサ（ＭＵＸ）２
７０ａ、コンパレータ２６０、校正メモリ（Ｃａｌ　Ｍｅｍ）２５０および画素偏差メモ
リＺ１０２がある。また、諧調ロジックブロックＺ１０３は、従来の諧調ロジックの修正
版であるが、それは、自身がコンパレータ２６０の結果に基づく画素偏差メモリの出力を
受け入れて利用することを可能とする構造・方法部品を含むからである。本発明のこの実
施形態では、２つのメモリブロック、すなわち校正メモリ２５０と画素偏差メモリＺ１０
２がある。他の実施形態では、メモリブロックの数が変化する。経費節減のため、メモリ
は少ないほどよい。しかし、本発明の２つのメモリブロックを参照すると、本発明の原理
を理解しやすい。他の実施形態では、１つのメモリをためらいなく使用する。本発明では
、光子束累積装置と呼ばれる光センサーシステムが画素に追加されている。列ドライバが
送ったデータによって画素が起動されると、光がＯＬＥＤから光子束という形態で放射さ
れる。この光子束の一部は光子束累積装置中の感光性材料によって途中で遮ぎられ、電子
に変換されて光子束累積装置中のキャパシタによって回収される。光電子のこの回収は、
フレームの全持続時間にわたって（６０Ｈｚというフレーム速度でが、これは持続時間に
すれば１６．７ｍｓ）続く。次のフレーム上で、光子束累積装置キャパシタ上の電荷また
は電圧は、表示エリア外にあるサンプル・ホールド関数によって読み取られる。１つの実
施形態では、キャパシタ上の電圧が読み取られ、別の実施形態ではキャパシタ上の電荷が
読み取られる。キャパシタ上の電荷、電圧は、フレーム時間中、画素の輝度に比例する、
また、一部の実施形態では正比例する。
【００８３】
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　電圧や電荷を読み取る技術上周知の方法が多くあるが、図５と図６に２つの実施形態を
示す。図７と図８を参照してこれらの回路とその変形を説明する。電圧や電荷（または電
流）を読み取る回路と方法は技術上周知であり、また、本書に記載する回路と方法は、さ
まざまな画素発光体回路、画素センサー回路および／または画素光子束累積装置回路を含
むさまざまな画素回路と構造に応用されることが理解されるであろう。
【００８４】
　図５の実施形態は電圧感知回路である。ラインＬ１は電圧をパワートランジスタＴ２と
センサーＳ１の双方に供給する。センサーＳ１の暗抵抗は非常に高く、画素がオフのとき
にセンサーキャパシタＣ２がＳ１から受ける電荷はほとんどない。ＯＬＥＤまたは他の発
光デバイスもしくはダイオードＤ１（ＯＬＥＤなど）がオン状態にあり、光束がＳ１によ
って受け取られるフレーム時間中、Ｓ１の導電性はかなり増し、これで、電荷はセンサー
キャパシタＣ２に流れ、そのため、グランドに対するＣ２の両端に電圧が発生する。（こ
こで、回路のこれ以外の文脈でのセンサーＳ１とセンサーキャパシタＣ２の組み合わせは
、光子束累積装置デバイスとして動作する。）この電圧は、ダイオードD1が放射した光子
束レベルに比例する。Ｃ２上の電圧を読み取るため、センサーＴＦＴトランジスタＴ３は
ラインＬ２に電圧を印加してオンされる（これは、行がイネーブルされると発生する）。
センサーキャパシタＣ２上の電圧は次に、演算増幅器（ｏｐ　ａｍｐ）ＯＡ１または等価
の増幅回路のプラス端子に印加される。演算増幅器ＯＡ１の負の端子はグランドＧ２など
の基準ノードに結合される。この電圧は、オペアンプＯＡ１の正の入力部に結合されてい
るラインＬ４に対する（電圧感知アンプ中の）抵抗体Ｒ２の比率で増幅される。たとえば
、ラインＬ４のライン抵抗値が３Ｋオームであり、抵抗体Ｒ２の抵抗値が３メガオームで
あると、キャパシタＣ２上の電圧は３０ｄＢ（１０００倍）増幅されるが、この電圧はノ
ードＰ４に出力される。増幅された電圧はサンプル・ホールド回路に送られてさらに処理
される。
【００８５】
　図６に別の実施形態を示す。この実施形態では、たとえば１０ボルトという電圧が電荷
増幅器ＣＡ１のプラス端子に印加されると、ラインＬ４もまた迅速に１０ボルトまで急上
昇する。抵抗体Ｒ１は電荷アンプの負の入力端子とノードＰ３のその出力部との間に結合
されており、キャパシタＣ３は抵抗体Ｒ３と並列に接続されている。ノードＰ３に出力さ
れる電圧は、電荷アンプＣＡ１の特性とラインＬ４上のなんらかの漏れ電流によって決ま
るオフセット電流である。この漏れ電流は一般的には、複数行式表示装置では、各行がラ
インＬ４に取り付けられたトランジスタＴ３を有し、イネーブルされた行以外のすべての
行のＴ３はオフ状態にあるとはいえ、トランジスタＴ３それぞれと関連するオフ状態の漏
れ電流が存在するという事実から発生するものである。キャパシタＣ２は、トランジスタ
Ｔ３がオンすると電流アンプＣＡ１のプラス端子の電圧まで充電される。キャパシタＣ２
に流れ込む電荷の分だけキャパシタＣ３の両端の電荷が減り、ノードＰ３の電圧が上昇す
る。抵抗体Ｒ１は通常は大きい抵抗値を持ち、これで、キャパシタＣ３上の減衰した電荷
を回復して次に読み取れるようにする。実際、ノードＰ３の読み取りは、トランジスタＴ
３をオンする以前に実行して、オフセット電圧を測定すると利点がある。次に、トランジ
スタＴ３がオンした後で別の読み取りを実行し、第２の読み取り値から第１の読み取り値
を減算して、キャパシタＣ２に流れ込んだ電荷量の値とする。したがって、図５の回路の
実施形態の場合のように、ダイオードＤ１からの光子束によって、電荷がキャパシタＣ２
からグランドに対してフレーム持続時間中に移動する。ラインＬ２が再度次のフレームに
選ばれると、キャパシタＣ２上の電荷は電荷アンプ回路によって読み取られる。
【００８６】
　列駆動ユニット２３８はラインバッファ２３６および行選択ユニット２４０と協働して
、表示装置の次の行のおのおのに対して画素信号を順次に選択して送る。列駆動ユニット
２３８と行選択ユニット２４０の動作は一般に技術上周知であり、ここでは詳述しない。
【００８７】
　センサー２９４は画素２９２内または隣に位置付けまたは配置され、これで、それが光
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、光子または、画素２９２が列駆動回路によって発射レベルで駆動されると、この画素か
ら発する他の放射線の少なくとも一部を受信できるようにする。センサー２９４はまた、
周囲の光や放射線レベルに反応する。センサー２９４は、さまざまなレベルの入射光や放
射線に反応して物理的または電気的特性の測定可能な変化を受ける限りいかなる対応のセ
ンサーでもよい。
【００８８】
　したがって、センサー２９４は、フレーム測定時間期間中にセンサーに入射する光子束
の尺度となるまたはこれを示す光電流という形態で電気信号を発生する。本発明の１つの
実施形態では、センサーは規定されている期間にわたり累積された光子束を測定する。本
発明の少なくとも１つの実施形態では、この規定された期間はフレーム周期である。ここ
で、たいていの表示装置は少なくとも６０Ｈｚというフレーム速度で動作し、これで、表
示される内容（画像など）が人間の観察者に対してちらついて見えないようにする。６０
Ｈｚというフレーム速度は実質的に１６．７ｍｓというフレーム時間すなわち周期に対応
する。他の表示装置には、ちらつきをさらに抑えるため、より高い周波数で動作するもの
もある。１００Ｈｚというフレーム速度は実質的に１０ｍｓというフレーム時間すなわち
周期に対応する。
【００８９】
　本発明はなんらかの特定のフレーム速度に限定されず、非インタレース式やインタレー
ス式の表示装置に適用可能である。さらに、多くの説明では、光子束が正確にまたは実質
的に表示フレーム時間に等しい期間にわたって累積されていると記しているが、光子束の
累積には、絶対値で雑音と比較して十分な大きさの累積光子束を提供するに十分長ければ
よく、これでランダム雑音に対する正と負の影響が必要なマージンに及ばない程度にまで
長くフレーム時間全体にまで長くしなければならないという理由はない。フレーム時間の
少なくとも１／４から１フレーム時間台の光子束累積時間が容易に用いられ、また、フレ
ーム時間の約１／１０（たとえば１．６７ｍｓ）という光子束累積時間を用いても、前の
例で説明したような先行技術による一般的な５μｓという瞬間的測定時間と比較して３３
３倍という利得があると予測される。フレーム時間の１／１００から１／１０という光子
束累積時間でも十分な性能が得られる。一般的に、この累積時間は１フレーム時間であり
、これで、制御信号とタイミング信号の１集合を、画素書き込み動作と累積光子束センサ
ー読み取り動作とに用いられるようにする。行アドレス時間ほどに短い時間フレームでさ
え雑音消去回路では実用的であると予測される。
【００９０】
　ここで、たいていの表示装置は少なくとも６０Ｈｚというフレーム速度で動作し、これ
で、表示される内容（画像など）が人間の観察者に対してちらついて見えないようにする
。６０Ｈｚというフレーム速度は実質的に１６．７ｍｓというフレーム時間すなわち周期
に対応する。他の表示装置には、ちらつきをさらに抑えるため、より高い周波数で動作す
るものもある。１００Ｈｚというフレーム速度は実質的に１０ｍｓというフレーム時間す
なわち周期に対応する。本発明はなんらかの特定のフレーム速度に限定されず、非インタ
レース式やインタレース式の表示装置に適用可能である。
【００９１】
　光子束を、光子数／秒／平方メートルという単位で測定すると、センサーはこの時間期
間中にセンサーエリアにわたってとらえられた光子の数を累積またはカウントし、これで
、センサーが光子カウンタとして動作し、光子、電子または他のエネルギーもしくは粒子
の瞬間的検出器として動作しないようにする。表示装置の画素や表示装置の画素を駆動す
る電子システムに電荷が存在しないと仮定すると、時間にわたってこのように累積するこ
とによって、存在する瞬間的な雑音を克服するに十分な大きさの信号および、フレームが
代わっても比較的安定である信号が獲得できる。
【００９２】
　各表示装置の行内の各画素（実際には、三色ＲＧＢカラー表示装置として実現される各
サブ画素）は関連するセンサー２９４と連結しており、また、各センサー２９４はセンサ
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ー出力信号２０７をオフ表示装置ガラス電子システムに発生して通信することが理解され
るであろう。１つの実施形態では、このセンサー出力信号は電圧（Ｖｓ）であるが、他の
実施形態では電流（Ｉｓ）である。追加の信号処理構造または回路は、画素もしくはサブ
画素、表示装置またはオフ表示装置ガラス処理回路に提供されて、１つの信号タイプから
別のタイプに変換したりおよび／またはさまざまな信号を行センサ信号から誘導したりす
る。解説を単純化するため、この解説を、１つの特定のセンサーからのセンサー信号２０
７が駆動・制御電子システム２０４によって処理されて所望の動作と表示の均一性を達成
する方法に限る。実際上、各画素（とサブ画素）はセンサーがついており、これがセンサ
ー出力信号２０７を発生してオフ表示装置電子システムに通信し、これで、画素ごと（と
サブ画素ごと）の測定とフィードバックに基づいて修正が実行できるようにする。この説
明の別の部分では、校正手順と動作手順は、画度センサーデータを用いて表示の均一性を
修正する方法を記述している。
【００９３】
　センサー出力信号２０７（表示装置中の列ごとに１つ）をサンプル・ホールド回路Ｚ１
０１で同時に捕獲し、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）コンバータ２７０とＭＵＸ２７０ａ
で処理して、通常はパラレルアナログ信号２０７をシリアルデジタル信号または値Ｖｓ２
７６に変換する。このデジタルセンサー信号２７６は信号比較ユニット２６０で受信され
るが、このユニットは、測定された画素の累積された光子束（センサー出力信号２７６で
示される）を、校正メモリ２５０に記憶されている階調レベル期待値に対応する基準画素
累積光子束値２５１と比較する責任がある。信号レベルは拡大縮小または別様に処理され
、これで、比較ユニット２６０が同じスケールや範囲を持つ信号を比較して、精密で正確
な差が計算可能となるようにすることが理解されるであろう。基準値と特定の画素の感知
された値との差は差分スケールまたは階調レベルスケールΔＧＳ量と呼ばれて画素偏差メ
モリＺ１０２に送られる。
【００９４】
　校正メモリ２５０に記憶されている基準電圧を発生する方法はいくらでもある。１つの
実施形態では、校正メモリ２５０中に置かれる値は、アクティブマトリックス背部平面が
、ＯＬＥＤ材料がこの背部平面上に展開される以前に完了される製造ポイントで発生する
。この時点では、アクティブマトリックスは周辺輝度に完全にさらされる。したがって、
表示装置は、校正済みの階調レベルに対して順次暴露され、各センサーは通常動作である
ようにスキャンされ、測定されたセンサー値は電子的に記憶されて後で校正メモリ２５０
に導入される。別の実施形態では、表示装置の製造が完了した手順を用いるが、これは、
階調レベルロジックブロックＺ１０３を調整して所望の色混合と輝度の均一性を業界で公
知の慣行を用いて発生させるステップを含む。表示装置は、最初にブートアップまたはオ
ンされると、校正モードとなり、このモードでは、表示装置はエージング履歴をまったく
持たないので第１のセンサー値は正しいものと仮定される。これら第１の値は校正メモリ
に記憶され、次に表示装置の初期状態を維持するために用いられる。
【００９５】
　画素偏差メモリＺ１０２は、すべての画素の状態を初期状態、すなわち製造の際の初期
構成値と参照して含んでいる。階調レベルロジック機能ブロックＺ１０３の目的は、表示
装置上に画像データを誠実に再現する正確なデジタル電圧を発生することである。これを
達成する手順は表示装置業界では公知であり、したがって、ここでは詳述しない。
【００９６】
　本発明の実施形態では、階調レベルロジック関数による判定は画素偏差メモリに記憶さ
れているデータで修正される。１つの実施形態では、たとえば、画素偏差メモリ中のデー
タが、その画素が２階調レベルだけ劣化していることを示せば、階調レベルロジック関数
は２階調レベルを、画像データに対して決定された通常のデジタル電圧レベルに対して加
算する。別の実施形態では、他のすべての画素から２階調レベル減算して色バランスを維
持するが、表示装置のダイナミック範囲は減少する。別の実施形態で用いる方式では、劣
化した画素のオン時間を増して、その知覚輝度を２階調レベルだけ増す。他の実施形態で
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は、業界で公知の技法を用いて空間的および／または一時的ディザーが発生する。
【００９７】
　本発明の実施形態は、ある規則、方針またはスケジュールに従ってまたはユーザが主導
でいつでも校正を実行することを可能とする。自動的校正が好ましい。２つの特定的なス
キームがあって、フレームごとや、時間間隔が任意の数値となるフレームのある整数倍ご
とに、パワーオン時に、パワーダウン時に、ある時間経過間隔ごとに（たとえば１時間ご
とに）または他のいずれかのスキームにしたがって校正する。ユーザは校正が発生中であ
ることを意識せず、また、いったん校正実行の構造がしかるべき状態になれば、校正に伴
う損失やオーバヘッドは実質的にないことが理解されるであろう。メモリへの追加の書込
動作および／または追加の切り替えやロジック動作などの動作は、追加のアクティビティ
しか表さないが、他の発生動作と比較すれば取るに足らない。
【００９８】
　本書に記載する上記の回路および他の回路は、表示装置と同じ基板（たとえば表示装置
グラス）上または表示装置とは分離した別個の基板上に集積回路として実現される。一般
に、制御システム素子は、表示装置基板とは離れて提供すると利点がある。本発明の特定
の実施形態では、制御システムと制御回路は、サンプル・ホールド回路Ｚ１０１、アナロ
グ／デジタルコンバータ回路２７０、マルチプレクサ２７０ａ、コンパレータ回路２６０
、校正メモリ２５０ならびに画素偏差ロジックＺ１０２ａおよび画素偏差メモリＺ１０２
ｂとなっている。表示装置コントローラＺ１０４，階調レベルロジックＺ１０３および画
像Ａ／Ｄコンバータ２０９もまた、表示装置基板から離れた１つ以上の集積回路として実
現すると利点がある。以降に詳述する画素回路の実施形態は、表示装置ガラスまたは基板
上の画素ごとに構造として実現される。
【００９９】
２．画素デバイスの構造と回路の例
　本発明の１つの態様は、高インピーダンスから低インピーダンスへの変換である。この
変換は少なくとも部分的には、センサーキャパシタの構造、構成および／または動作が原
因で発生する。センサーキャパシタＣ２を充電したり放電したりするセンサー動作は高イ
ンピーダンス動作であるが、それは、センサーの抵抗値がギガオーム台であるからである
。この充放電時間中、センサーラインはセンサートランジスタＴ３によって高インピーダ
ンスから隔離されている。読み出し時間中、センサートランジスタＴ３は開放されており
、これで、センサーキャパシタＣ２（センサーラインＬ４から隔離されていた）がセンサ
ーラインＬ４に接続される。
【０１００】
　センサーキャパシタＣ２とセンサーラインＬ４の間のインピーダンスはセンサーライン
の抵抗だけであり、これは通常は一般的な実現例ではたったの約３キロオームである。し
たがって、インピーダンスの差は１０６：１台である。雑音による干渉のため、ナノアン
ペア台の電流が流れるが、これはギガオーム台のインピーダンスを持つシステムでは、数
ボルト台の雑音ともなるが、キロオーム台のインピーダンスを持つシステムではマイクロ
ボルト台である。一般的な表示装置実現例では雑音干渉を拾うのは長いセンサーラインＬ
４であるため、センサーラインが高インピーダンスシステムと接続している場合には測定
しないのが好ましい。センサーＳ１がＴＦＴのＴ３によって隔離されている場合、センサ
ーＳ１に影響するいかなる雑音も画素回路の極端に短いラインによって拾われるはずであ
るので、したがって、たとえあったとしても非常に少ない雑音でもセンサーキャパシタの
充放電に影響する。これらの切り替え特性やインピーダンス特性は、画素とセンサーの回
路の動作が成功するために寄与する。
【０１０１】
　本発明の表示装置、表示装置制御システムおよび方法ならびにセンサー読取回路および
方法で用いられるセンサー回路付きの例示の画素を次に２つ説明する。特定の画素発光体
、センサーおよび回路のトポロジーをこれら２つの実施形態を参照して説明するが、本発
明はこれらの特定の回路やデバイス構造にだけ制限されるわけではなく、また、制御デバ
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イスのタイプを特定のトランジスタ、ＴＦＴ、ダイオードまたは類似物に変更し、また、
いずれかの２端子または３端子制御手段やスイッチング手段を導入したりすることによっ
て設計や特定の電気回路デバイスが変更されたり修正されたりすることが理解されるであ
ろう。トランジスタはＴＦＴタイプのトランジスタとして示されているが、本発明はＴＦ
Ｔタイプのトランジスタにだけ限られるものではない。さらに、本発明の精神と範囲から
逸脱することなく、さらなる回路の追加などの画素回路トポロジーを別様に変更してもよ
い。発光デバイスのタイプもまた、ＯＬＥＤ発光体以外のものに修正したりしてもよく、
また、たとえば、これに限られないが、無機光子放射デバイスは、構造を含むいずれかの
アクティブ発光体を用いてもよいし、センサーの特性を修正し、これで、光抵抗性または
光伝導性のデバイスに加えて、入射光子束に反応して変化するなんらかのセンサーデバイ
スを導入してもよい。
【０１０２】
　図７と図８の実施形態に関連して説明される２つの回路の利点の１つは、これらが、Ｏ
ＬＥＤ表示装置などのアクティブマトリックス発光性フィードバック安定フラットパネル
表示装置に対する高インピーダンス／低インピーダンス変換システムとなることである。
図７と図８の回路は、オフ表示ガラスまたは基板回路（電圧コンパレータアンプＶＣ１と
スイッチングトランジスタＴＦＴのＴ４など）を、フレーム時間中に発生する光子束累積
動作中の画素内のセンサーＳ１の高インピーダンスから隔離することによってこれを実施
する。これら回路の設計によって、センサーラインＬ４が高インピーダンス発生源に接続
されるとその結果発生するセンサーラインＬ４に雑音が発生することを防止する。
【０１０３】
　この点で、高インピーダンスに接続された伝導ラインが環境から電磁干渉を拾ってしま
うことが公知である。これは、プラスとマイナスのリード線を空中で開放状態してある電
圧計の動きを観察することによって容易に示される。電圧は、無線干渉とＴＶの干渉のた
め、プラス数ボルトからマイナス数ボルトに連続して移動する。センサーＳ１はギガオー
ム範囲またはそれ以上の抵抗であるため、センサーキャパシタＣ２の恩典なしでＬ４がセ
ンサーＳ１に直接接続されると、センサーラインＬ４に対して開放回路のように動作する
。光子束の累積時間中、センサーＴＦＴのＴ３はオンする。電源ラインＬ１はこの画素回
路構成中のセンサーＳ１から隔離されていないが、電源ラインＬ１上の雑音は画素や表示
装置の動作に影響しないが、それは、パワーＴＦＴのＴ２が飽和モードで動作しており、
したがって、雑音によるパワーＴＦＴのＴ２の両端の電圧の変動（たとえ数ボルト台であ
ったとしても）がＴ２を流れる電流を変化させず、したがって、表示装置中のすべての画
素に対する画素ダイオード発光体Ｄ１からの光子の放射は安定のままとどまる。
【０１０４】
　さらに、電源ラインＬ１が拾ったなんらかの雑音は、センサーキャパシタＣ２がセンサ
ーＳ１を介して充電中はゼロボルト（すなわち、正と負の変動が実質的に等しいため平均
で約ゼロボルトとなる）前後で変動し、したがって、雑音は解消され、フレーム時間後の
センサーキャパシタＣ２上で電圧が発生する原因は、光子をとらえるセンサーの放電速度
だけである。ライン選択電圧ラインＬ２上の電圧が高レベルとなって駆動ＴＦＴのＴ１と
センサーＴＦＴのＴ３がオンする行アドレス時間中、センサーキャパシタＣ２上の電圧が
電圧比較アンプＶＣ１によってセンサー入力部Ｐ１で読み取られる。センサー入力部Ｐ１
のところにあるこのセンサー入力部はその他方の入力部のＰ２の基準電圧と比較されて、
出力部Ｐ３で差分電圧すなわち誤差電圧を発生する。雑音はセンサーキャパシタＣ２上の
電圧を読み取り中は干渉しないが、それは、雑音が誘導する電流はナノアンペア台であり
、せいぜい、キャパシタＣ２上の電荷が少し変化するだけであるが、高インピーダンス中
では実質的に電流は何も流れないため、低レベルの雑音干渉から電圧は何も発生しない。
【０１０５】
　図７と図８の実施形態の回路の間の主要な差の１つは、図７の回路実施形態では、フレ
ームの開始時でのセンサーキャパシタＣ２上の電圧がゼロボルトであり、行アドレス時間
中に読み取り時間の終了時にＴＦＴ　Ｔ４を接地することによって提供されることである
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。センサーキャパシタＣ２の他方の側の電圧はラインＬ１の電圧と同じであるが、これは
、パワートランジスタＴ２に対する電源電圧であり、たとえば＋１０ボルトである。セン
サーＳ１はセンサーキャパシタＣ２と組み合わされてフレーム時間中にＯＬＥＤのダイオ
ードD1からの光子束を累積するにつれて、キャパシタＣ２とトランジスタＴ３の間のポイ
ントＰ５での電圧はＬ１上の電源電圧（たとえばプラス１０ボルト）に向かって上昇する
。センサーＳ１がより多くの光子を受けとってセンサーＳ１とセンサーキャパシタＣ２の
組み合わせによって累積されるほど、センサーキャパシタＣ２とセンサートランジスタＴ
３の間の電圧はラインＬ１上の電源電圧に近づく。この回路は従来の回路や方法にない多
くの利点を有するが、実際の実現例の回路のこの特定の実施形態の考えられる欠点は、ラ
インＬ２上の電源電圧が、画素の数とＬ１から電源供給されている各画素からのＯＬＥＤ
発光レベルとのために少し変動しかねないことである。これは画素と放射レベルの組み合
わせでありえるため、センサーキャパシタＣ２上の電圧読み取り値は理論的にはいくぶん
あいまいさを有するが、このあいまいさは一般的に小さく、性能はそれでも従来の回路や
方法から見れば改善されている。
【０１０６】
　他方、図８に示す回路３８０は、グランドとＶｃａｐ３５５の電圧とを基準値としてい
るが、この電圧は、アドレス時間中にセンサーＴＦＴのＴ３　３３０とＴＦＴのＴ４　３
４０トランジスタを介してセンサーキャパシタＣ２　３２７に対して供給または通信され
る。
【０１０７】
　上述の２つの回路は幾分異なった構造と動作を有するとはいえ、これらはある特徴を共
有している。これらの回路では、それぞれ、グランドに結合されている発光デバイス（Ｏ
ＬＥＤデバイスなど）は、制御された電流源（ＴＦＴトランジスタＴ２など）で駆動され
る。電圧という形態を持つ画素データ値は、制御端子（ＴＦＴゲート）に印加され、これ
で、画素の発光物（光子の数）がその意図する累積光子束に関連するようにする。思い起
こされるように、センサーＳ１の３２４とキャパシタＣ２の３２７は、画素発光性素子（
ＯＬＥＤデバイス）と一緒になって光子束累積装置デバイス３３９（支持回路とともに）
として結合され、これで、発光体から放射された表示可能で測定可能な数の光子がセンサ
ーに入射し、また、センサーとキャパシタの組み合わせで光子のカウント値を発生するよ
うにする。センサーＳ１とキャパシタＣ２の組み合わせによって、規定された期間（１つ
の実施形態では１６．７ｍｓという表示フレーム時間）中に収集された光子の総数を累積
またはカウントする。この累積された光子束は有用な尺度となるが、それは、これがいか
なる瞬間的な尺度よりも大いに再現性があり、また、雑音から免れており、信号の増幅度
が大きく、また、光子束の累積性によって、比較的遅い反応と人間の視覚系の待ち時間の
おかげで人間の観察者が知覚する累積光子束をよりよく表しやすいからである。
【０１０８】
　基準となる累積光子束が設定され、次に、センサー信号が制御システムに通信されて、
基準値と一緒に用いられて、次の校正期間（次のフレームなど）中に制御デバイスに印加
されるデータ信号を調整し、これで、実際の画素累積光子束（実質的にはＯＬＥＤダイオ
ードまたは他の発光体から放射された光子）が所望の累積光子束（校正中に特定された光
子の数）と合うようにする。
【０１０９】
　以上で画素回路構造とその動作の共通の態様の内の一部を説明したので、次に、図７と
図８に示す２つの実施形態のより詳細な説明に注意を払うことにする。
【０１１０】
　図７を参照して、発光体、センサー、光子束累積部品および制御部品を持つアクティブ
マトリックス表示画素の実施形態を以下に説明する。画素ダイオード駆動トランジスタＴ
１の３１０は画像電圧ラインＬ３　３０１のドレイン（ＤＴ１）端子３１１、すなわち、
蓄積キャパシタＣ１　３１４の第１の端子３１５、パワー制御トランジスタＴＦＴ　Ｔ２
　３２０のソース（ＳＴ１）端子３１２のゲート端子（ＧＴ２）とライン選択電圧ライン
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Ｌ２　３０２のゲート（ＧＴ１）すなわち制御端子３１３に結合されている。パワーＴＦ
ＴトランジスタＴ２　３２０は、電源電圧ラインＬ１　３０１のドレイン端子３２１に結
合されており、このドレイン端子はまた、共通のノードにある、センサーＳ１　３２４の
第１の端子３２５とセンサーキャパシタＣ２の３２７の第１の端子３２８に結合されてい
る。蓄積キャパシタＣ１　３２４の第２の端子３１６は、パワーＴＦＴのＴ２　３２０の
ソース端子３２２と発光体（ＯＬＥＤダイオード）３３６の入力端子３３７に結合されて
いる。ＯＬＥＤ発光体３３６の出力端子３３７はグランド３０５に結合されている。セン
サーＳ１の３２４の第２の端子３２６はセンサーキャパシタＣ２の３２７の第２の端子３
２９に結合されている。校正読み取り電圧（Ｖｃａｌ）は、以下に説明するように３２６
でのセンサーＳ１の出力部とセンサーキャパシタ端子３２９との接続によって規定される
ノードＰ５の３３４で測定されるか読み取られる。このノードＰ５はまた、センサーＴＦ
ＴのＴ３　３３０のソース端子３３１に結合されている。センサーＴＦＴ　Ｔ３　３３０
もまた、そのソース端子３３２が、電圧コンパレータＶＣ１　３５０の入力ポートＰ１　
３５１に入力信号を出力するセンサーラインＬ４　３０４に結合されている。電圧コンパ
レータ３５０は第２の入力ポート３５２で基準電圧を受け取って、Ｐ１　３５１入力とＰ
２　３５２入力の間の差として計算された差動信号または誤差信号Ｐ３　３５３を発生す
る。この実施形態では、また、入力として電圧コンパレータＶＣ１　３５０に印加される
センサー出力は、接地用ＴＦＴ　Ｔ４　３４０のドレイン端子３４１の入力として共通ノ
ード３５１に印加される。ＴＦＴ　Ｔ４　３４０のソース端子３４２はグランド３０６に
結合され、そのゲート端子３４３で制御信号３４４を受信する。これらのトランジスタに
よってスイッチされて、ときとして画素素子に接続したり、同時にまたは別々の時点で他
の画素を隔離したりして、少ない値の電圧、電流、電荷および／または光子カウント値の
厳密な管理、制御および／または測定が精密にそして正確に遂行されるようにする。ここ
で、ＴＦＴのソース端子とドレイン端子の感知レベルは、ＴＦＴトランジスタに用いられ
る材料がｎ型であるかｐ型であるかによって逆になる。
【０１１１】
　ここに記載する回路のある種の素子は協働して画素発光体、画素光子束累積装置ならび
に測定および校正の動作に貢献する。本発明の態様を読者が理解しやすいようにするある
種の近似的なカテゴリが展開されるが、このようなカテゴリ化は、本発明の範囲を制限す
るように適用すべきではないが、それは、本書に記載する回路の素子が、本明細書に詳述
するようにある場合には２つ以上のカテゴリに寄与するがそれ以外の場合にはまったく寄
与しないからである。これを念頭において、駆動ＴＦＴ　Ｔ１、蓄積キャパシタＣ１、パ
ワー制御ＴＦＴ　Ｔ２およびダイオードＤ１は主として、ＯＬＥＤダイオード発光体の動
作に寄与し、センサーＳ１、センサーキャパシタＣ２およびセンサーＴＦＴ　Ｔ３は主と
して累積光子束の測定値を決定または発生する動作に寄与し、本実施形態の電圧コンパレ
ータＶＣ１と接地用ＴＦＴ　Ｔ４は主として、累積された光子束測定値の読み取りおよび
測定値と基準値間の差を決定し、これで特定された累積光子束が示すように画素発光体の
輝度を調整する目的で修正がなされるようにするのに寄与する。
【０１１２】
　図７の回路素子の一般的なトポロジーと接続性を説明したので、本発明のさらなる態様
と利点がより理解されるように次にその動作に注目して説明する。電源電圧（ＶＰＳ）は
一般的に１０～１５ボルト範囲にあってラインＬ１　３０１に印加されるが、このライン
はＯＬＥＤ　ダイオードD1　３３６とセンサーキャパシタＣ２　３２７の充電用電源の双
方として動作する。本発明はなんらかの特定の範囲には制限されず、これより高い電圧ま
たは低い電圧を用いても、デバイスの特性と矛盾しない。同時に、ライン選択電圧（ＶＬ

Ｓ）はラインＬ２　３０２に印加され、これで、データ駆動ＴＦＴ　Ｔ１　３０１がオン
する。また同時に、表示され、また、画像電圧と呼ばれる画像を表す画像電圧（ＶＩＭ）
はライン　Ｌ３　３０３に印加され、また、データ駆動ＴＦＴ　Ｔ１　３０１がオン（す
なわち導電状態にある）ため、この画像電圧（ＶＩＭ）はＴＦＴ　Ｔ１によってパワー制
御ＴＦＴ　Ｔ２　３２０のゲートＧＴ２　３２３と蓄積キャパシタＣ１　３１４に出力さ
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れる。これによって、デバイス電流（ＩＤ１）がＴＦＴ　Ｔ２　３２０によってＯＬＥＤ
のダイオードD1　３３６に出力され、また、画像が必要とする適切な発光（ＥＣＡＬＣ）
となるように計算された特定の発光レベルがＯＬＥＤのダイオードＤ１　３３６から放射
される。表示装置が新しく製造業者によって新たに調整されていれば、画像電圧は正しい
画素／ＯＬＥＤ発光レベルを発生する。１つの実施形態では、センサーＳ１　３２４は、
光結合が最適となるようにＯＬＥＤのダイオードＤ１　３３６の半導体の陽極側と物理的
に接触するように置かれ、これで、センサーＳ１が、発光中にＯＬＥＤが放射した光の少
なくとも一部分、望ましくは、累積光子のカウント値と信号強度を改善するためできる限
り多くの放射光子を収集または捕獲できるようにする。輝度という点では、この実施形態
では、センサーＳ１はＯＬＥＤ画素が発するのと同じもしくは実質的に同じ輝度を受けと
るが、それは、画素（画素のセンサー部分）に衝突する光束の密度が、全体として画素（
画素の発光体部分）が発する光束密度と同じであるが、それはこれらの部分が（必ずしも
ではないが）接触しているのが好ましいからである。（他の実施形態では、センサーＳ１
はＯＬＥＤの近くに物理的に置かれ、これで、役に立つセンサー信号を出力するに十分な
光を収集または捕獲しながらも、ＯＬＥＤのダイオードＤ１の陽極側と接触しないように
している。）１つの実施形態では、センサーＳ１は光抵抗性（または光伝導性）のセンサ
ーであって、これは、ＯＬＥＤ発光体の発する光子束密度が増すにつれて抵抗値が減少す
る（または伝導度が増す）。
【０１１３】
　毎秒６０フレーム（ｆｐｓ）では１６．７ｍｓとなるフレーム持続時間（ＴＦＲ）にお
いて、ＯＬＥＤのダイオードＤ１　３３６が発する光はセンサーＳ１　３２４に衝突し、
これで、センサーＳ１　３２４の抵抗（ＲＳ１）３４７の成分は、光（光子）放射の強度
に比例して減少する。表示フレーム時間中、センサーキャパシタＣ２　３２７はセンサー
Ｓ１　３２４を通じて放電中である。センサーＳ１のフレーム持続時間とこのフレーム時
間中の平均抵抗（Ｒａｖｅ）３４８によって、センサーキャパシタＣ２が放電する電荷量
が決まる。センサーキャパシタＣ２が放電する電荷量は重要なパラメータであるが、それ
は、これによって、センサーキャパシタＣ２とセンサーＴＦＴ　Ｔ３の間に接続されたノ
ードＰ５の電圧（ＶＣＡＬ）が制御または決定されるからである。この読取校正電圧は読
取値として回路や他のロジックに送られて、通常動作中の表示の均一性と色バランスを校
正して維持するために用いられる修正値が決定する。（本発明の実施形態が異なれば、本
明細書中のどこかで説明される読取回路も異なる。）重要な注意事項として、センサーキ
ャパシタＣ２とセンサーＴＦＴ　Ｔ３の間のノードＰ５で測定された電圧が高いほど、セ
ンサーＳ１で検出され、すなわち、とらえられる光子束量（画素輝度）も増すことである
。これが起こるのは、センサーＳ１の抵抗が低いほど、センサーキャパシタＣ２とセンサ
ーＴＦＴ　Ｔ３の間のノードＰ５での電圧がラインＬ１上の電源電圧に近づくからである
。
【０１１４】
　図８を参照すると、本発明の第２の実施形態が示されている。本明細書中、違いが記載
されていない限り、同様の番号は同じまたは類似の動作を示す。２つの回路の多くの類似
性ならびに素子の全体のトポロジーおよび接続はここでは繰り返さない。本実施形態では
、センサーキャパシタＣ２の３２７は最初に、図７の第１の実施形態の場合と同じように
、電源ラインを用いて所定の電圧にまで充電されるが、本実施形態では、センサーキャパ
シタＣ２　３２７は、ＴＦＴ　Ｔ４　３４０とキャパシタ充電用電圧源（Ｖｃａｐ）３５
５によってセンサーラインを介して、たとえば、＋１０ボルト（または他のいずれかの電
圧値）にまで充電される。（思い起こされるように、図７の実施形態では、このようには
キャパシタ充電用電圧Ｖｃａｐを利用せず、Ｐ１入力部とグランド３０６の間ではなくト
ランジスタＴＦＴ　Ｔ４が電圧コンパレータ３５０のＰ１入力部とＶｃａｐ３５５の間で
相互作用するように動作することに注意のこと。）
【０１１５】
　フレーム時間（たとえば、６０フレーム／秒（ｆｐｓ）システムでは約１６．７ｍｓと
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いうフレーム時間）中では、ＯＬＥＤのダイオードＤ１からの光または光子によって、セ
ンサーＳ１　３２４の抵抗は減少して、センサーキャパシタＣ２　３２７のグランドへの
放電が加速される。図７の実施形態と比較して、この図８の実施形態では、センサーキャ
パシタＣ２　３３６上の電圧は、図７の実施形態でのように正の電源電圧にではなくＧ１
　３０５のグランド電圧（または他の電圧）に向かって移動する。したがって、ＯＬＥＤ
のダイオードＤ１からの光子束の放射が大きいほど、センサーＳ１の抵抗は低下し、フレ
ーム時間放電中の電流が増し、センサーキャパシタＣ２を読み取り時間中に測定した場合
のセンサーキャパシタＣ２上の残留電圧が低下する。この図８の実施形態はしたがって、
図７の実施形態にない利点があるが、それは、電荷電圧は電源電圧ラインＬ１上でよりセ
ンサーラインＬ４上で制御したほうがよいからであるが、これら実施形態はともに有用で
あり、また、従来の回路と方法にない重要な利点を有している。一般に、実際の実施形態
の場合、電源電圧ラインＬ１上の電圧は、ラインＬ１と測定中の行が発している電流の分
量にしたがって変動する。多くの表示装置のアーキテクチャの場合、行番号が高いほど、
ラインＬ１の電源から行が離れ、また、ラインから行にいたる際の電圧降下すなわち電流
と抵抗の積（Ｉ＊Ｒ）が大きい。比較すると、この実施形態ではセンサーラインＬ４は、
読み取りや測定が行われているときしか、または、センサーキャパシタＣ２が再充電中し
か電流を送出しないため、電流は高度に安定で、電源電圧ラインが変動してもあまり変動
しない。
【０１１６】
　ここに記載する上記のおよび他の回路は、表示装置と同じ基板（たとえば表示装置ガラ
ス）または表示装置から離れた別個の基板上に集積回路として実現される。
【０１１７】
３．センサーと回路の構成の実施形態
　センサーは、表示装置が製造中で完成以前（製造前校正）または製造完了後（またはこ
れら２つの時点間の選択された段階）に校正される。校正の第１の実施形態は、製造中の
校正である。図９は、製造前校正の場合の校正のフローチャートの実施形態を示す。この
校正は、アクティブマトリックスとセンサーの回路が完了した後で、しかも、ＯＬＥＤ構
造がアクティブマトリックスの背面パネル上に置かれる以前の時点で発生する。この時点
では、完成されたアクティブマトリックスの背面パネルが、Ｌ１電源電圧以外のすべての
表示装置入力を、表示装置として完全に動作中に場合と同じようにアクティブマトリック
ス背面を駆動する表示装置制御盤に接続するテスト固定具に挿入される。ラインＬ１には
接続する必要はないが、それは背面にはいまだＯＬＥＤのダイオードＤ１は組み込まれて
いないからである。この校正処理を、図８を参照して図示、解説される画素回路の第２の
実施形態を参照して説明する。ここで、キャパシタＣ２はセンサーラインとＶｃａｐを介
して充電される。
【０１１８】
　第１ステップ（ステップ８０１）：アクティブマトリックス背面パネル（背面）を、た
とえば、図４に示す制御システムなどの表示装置制御システムに接続されているテスト固
定具に搭載する。
【０１１９】
　第２ステップ（ステップ８０２）：背面を、階調レベル輝度１に等しい輝度で校正済み
の実験室用均一光源で均一に照明する。（このステップの実行に際しては、背面を均一に
光源で照明するが、その際の輝度は別のレベルの階調、たとえば、そのレベルが周知であ
る限り、また、校正手順でそのレベルを考慮している限り別の低いレベルの照度、でもよ
いが、この方式は好ましくない。）
【０１２０】
　第３ステップ（ステップ８０３）：表示装置コントローラＺ１０４は、選択行１を行選
択回路２４０に送って、表示装置の行１中のすべてのＴ３トランジスタをオンする。
【０１２１】
　第４ステップ（ステップ８０４）：第３ステップ（ステップ８０３）で行１中のすべて
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のＴ３トランジスタをオンしているため、センサーラインＬ４から電荷がキャパシタＣ２
に流入して、それを、たとえば１０ボルトにまで充電する。
【０１２２】
　第５ステップ（ステップ８０５）：キャパシタＣ２が充電すると、電流が演算増幅器に
よって感知されて、電圧ＶＣ１を発生して、この値が行１中の画素ごとにＺ１０１によっ
てサンプルされて保持される。
【０１２３】
　第６ステップ（ステップ８０６）：このサンプルされ保持された電圧は、Ａ／Ｄコンバ
ータ２０７とＭＵＸ２０７ａによってデジタル化され多重化（ＭＵＸ）されて、シリアル
データストリームになる。このＤ／Ａ変換とＭＵＸの順序は交換しても性能にはなんら影
響ない。
【０１２４】
　第７ステップ（ステップ８０７）：表示装置コントローラＺ１０４はこのシリアルデー
タストリームを校正メモリ（Ｃａｌ　Ｍｅｍ）２５０に対してゼロラインとして記憶する
ように指示する。これがゼロラインと呼ばれるのは、このデータが階調レベルを光束で累
積する完全な１フレーム時間を持たなかったセンサー上にあるからである。
【０１２５】
　第８ステップ（ステップ８０８）：ステップ８０３～８０７を表示装置中のすべての校
正対象の行（通常はすべての行）に対して繰り返して、フレーム中のすべての行がサンプ
ルされるようにする。この時点で、第１の行に対する第１の発光階調レベルは、完全な１
フレーム時間の間にＳ１とＣ２によって累積されている。
【０１２６】
　階調レベル１の値に対してすべての行が校正されると、次のステップ（ステップ８０９
）は、校正されるべき次の階調レベル、通常は好ましい実施形態では階調レベル２、に対
してステップ８０３～８０７を繰り返す。ステップ８０６で決定されたサンプルされ保持
された値は第１の階調レベルにとっては適切な値であって、ステップ８０７で階調レベル
１に対する第１行の値に記憶される。
【０１２７】
　最終ステップ（ステップ８１０）では、最初の９のステップ（ステップ８０１～８０９
）のおのおのを、すべての階調レベルがサンプルされ保持されて校正メモリ（Ｃａｌ　Ｍ
ｅｍ）２０５に記憶されるまで繰り返す。ここで、１つの実施形態では、最後すなわち最
高の階調レベル（たとえば８ビットシステムでは階調レベル２５６）が２つのフレームで
存在しまたは実行されるが、それは、２５６番目のフレームの開始時に記録された階調レ
ベル値は２５５番目の階調レベルの階調レベル値であり、これによって、最終値が校正メ
モリ２５０に確実に記憶される。
【０１２８】
　第２の実施形態の校正（製造前校正）では、たとえば表示装置が最初にパワーオンされ
たとき、または、初期化されたり、最初に使用したりするときなどに、製造が完了した表
示装置を校正する。この校正システムでは、製造業者が、表示装置のユーザに対して販売
目的で出荷したことまたは別のデバイスのＯＥＭ製造に先立って通常の仕方で表示装置を
調整したことを前提としている。したがって、表示装置を操作するために用いられる電圧
は、業界では通常の慣行として、ガンマテーブルまたは他のルックアップテーブルに記載
されている。これは、第１のセンサー測定値が自動的に校正されることを意味する。この
実施形態では、製造業者が校正することを利用している。この製造後校正の詳細を、図１
０に示す実施形態を参照して説明する。
【０１２９】
　第１ステップ（ステップ８３１）：アナログ画像データ機能ロジックブロック２０８は
、第１の行（行１）中の第１の画素（画素１）の第１階調レベル１の画像電圧を画像Ａ／
Ｄコンバータに送り、ここでアナログ電圧を階調レベル１のデジタル値にデジタル化する
。（階調レベル１の画像値がすでにデジタル形態である場合には、このアナログ／デジタ
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ル変換は不必要である。）
【０１３０】
　第２ステップ（ステップ８３２）：このデジタル化された階調レベル１の電圧値は階調
レベルロジック機能ブロックＺ１０３に送られまたは通信される。
【０１３１】
　第３ステップ（ステップ８３３）：階調レベルロジック機能ブロックＺ１０３は、（ｉ
）製造者の所有する（または生成されまたは利用可能である）ガンマテーブルＺ１０３ｂ
と、（ｉｉ）画素偏差ロジックブロック内の画素偏差メモリＺ１０２からの情報とを合成
する。画素偏差メモリには何も値が記憶されていないため、または、デフォルト値しか記
憶されていないため、ガンマテーブルで決定される製造者の値にはなんら変更はない。（
画素偏差ロジックブロックと画素偏差メモリおよびその格納済みの値を以下に詳述する。
）
【０１３２】
　第４ステップ（ステップ８３４）：デジタル階調レベル１の電圧が表示装置コントロー
ラ機能ロジックブロックＺ１０４に送られる。
【０１３３】
　第５ステップ（ステップ８３５）：表示装置コントローラ機能ロジックブロックＺ１０
４はデジタル階調レベル１の電圧値を機能ロジックブロック２３８中の表示装置の第１列
ドライバ（列ドライバ１）に中継する。
【０１３４】
　第６ステップ（ステップ８３６）：第１行のすべての画素が列ドライバ２３８中のライ
ンバッファにロードされるまで、ステップ８３１～８３５を第１行中のすべての画素に対
して繰り返す。
【０１３５】
　第７ステップ（ステップ８３７）：表示装置コントローラＺ１０４からのコマンドに基
づいて、第１行の画素データが、おのおのの列の先頭にある１連のデジタル／アナログコ
ンバータ（ＤＡＣ）にダウンロードされ、ここで、おのおののデジタル画素電圧を、画素
の列ごとにアナログ電圧に変換してラインＬ３にロードする。
【０１３６】
　第８ステップ（ステップ８３８）：表示装置コントローラＺ１０４は、列ラインＬ３上
のアナログ電圧が安定するのを待って、行１選択信号を行選択機能ロジックブロック２４
０に送る。
【０１３７】
　第９ステップ（ステップ８３９）：行選択機能ロジックブロック２４０は、ラインＬ２
を高電圧として、第１行中のすべてのトランジスタＴ１にいたるすべてのゲートをオンし
、これで、ラインＬ３上の表示電圧をキャパシタＣ１に流し込み、ここで、ラインＬ２の
電圧が低レベルになると保持され、同時にトランジスタＴ３がオンされて、電荷がセンサ
ーラインＬ４からキャパシタＣ２に流れ込む。
【０１３８】
　第１０ステップ（ステップ８４０）：電荷がキャパシタＣ２の中に移動すると、電圧が
サンプルされて機能ロジックブロックＺ１０１に保持され、行中の個々のセンサーＳ１に
対する値が読み取られる。
【０１３９】
　第１１ステップ（ステップ８４１）：サンプルされ保持された電圧は、Ａ／Ｄコンバー
タ２０７とマルチプレクサ（ＭＵＸ）２０７ａによってデジタル化され、多重化されて（
または多重化され次にデジタル化されて）シリアルデータストリームになる。
【０１４０】
　第１２ステップ（ステップ８４２）：表示装置コントローラＺ１０４はこのシリアルデ
ータストリームを階調レベル０について校正メモリ（Ｃａｌ　Ｍｅｍ）２５０の第１行に
記憶するように指示する。
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【０１４１】
　第１３ステップ（ステップ８４３）：ステップ８３６～８４３を、フレーム中のすべて
の行がサンプルされて階調レベル０に対して記憶されるまで繰り返す。
【０１４２】
　第１４ステップ（ステップ８４４）：ステップ８３１～８４３を階調レベル２に対して
繰り返す。このフレーム上で読み取られたセンサー値は前の階調レベル１に対するもので
あり、第１階調レベルすなわち諧調レベル１に対する値として校正メモリ（Ｃａｌ　Ｍｅ
ｍ２５０）に記憶される。
【０１４３】
　第１５ステップ（ステップ８４５）：ステップ８３１～８４４を、すべての階調レベル
がサンプルされて校正メモリＣａｌ　Ｍｅｍ２５０に格納されるまで繰り返す。ここで、
製造前校正手順の場合と同様に、最後の階調レベルは２つのフレームの間に実行されて、
最終値が校正メモリＣａｌ　Ｍｅｍ２５０に記憶されるようにする。
【０１４４】
　画素偏差メモリは、上記の校正手順で参照されている。１つの実施形態では、画素偏差
メモリは、表示の動作や校正に関連する変化、相違、履歴、エージングまたは他のデータ
もしくは情報を示すデータまたは他の情報を記憶する。画素偏差メモリＺ１０２に記憶さ
れるエージングデータなどのデータを用いる方法が多く存在する。
【０１４５】
　１つの実施形態では、たとえば、輝度が減少しているエージングした画素に対して電圧
を上昇させて、それが正しい輝度を回復できるようにしている。一部の実施形態における
１つの考えられる欠点は、このタイプの修正や補償を完全に利用するためには電圧ヘッド
の場所を列ドライバ２３８中の列ドライバに組み込まなければならないということである
。別の実施形態では、画素偏差メモリ中のデータを用いる別の方法を実施して、あまりエ
ージングしていない（すなわちあまり劣化していない）画素に対する階調レベルの数を減
少させている。さらに別の方法では、公称で８ビットのシステム中で９ビットの階調レベ
ルを用いて、最高の階調レベルが階調レベル２５６を越えるようにし、これで、エージン
グシタ画素を効果的にレベル２５７（または他の必要とされる階調レベル）にまで駆動し
て、階調レベル２５６に対して指定されている輝度レベルで輝度を放射するようにする。
したがって、その画素に対するすべての画像階調レベルは、１つ（または適切な数）だけ
階調レベルを上げる。別の方法では、公知の階調レベル方法である空間的ディザーを用い
て、ロジック内のビット数を増すことなく階調レベルの実効数を増すようにしている。別
の例では、従来の表示装置では周知である一時的ディザーを用いてもよいし、または空間
的ディザーと一時的ディザーを組み合わせることも可能である。これらさまざまな方法ま
たはこのような方法と関連する技法と構造は単独で用いてもよいし、互いにまたは他の技
法と組み合わせて用いてもよい。
【０１４６】
４．センサー読取回路と方法の実施形態
　図５に電圧感知増幅器読取回路の１例の実施形態を示す。１つの行が行選択回路２４０
によって選択されると、ラインＬ２上の電圧が上昇してトランジスタＴ３がオンして、キ
ャパシタＣ２の電圧が演算増幅器ＯＡ１のプラス端子に転送される。この電圧は、ライン
Ｌ４の抵抗（ＲＬ４）に対する抵抗Ｒ２の比率にしたがって増幅される。一般的には、ラ
インＬ４の抵抗ＲＬ４は、数キロオーム（≒１０３オーム）台である。したがって、抵抗
Ｒ２が数メガオーム（≒１０６オーム）であると、増幅係数は３０ｄＢすなわち１０００
対１となる。したがって、キャパシタＣ２上で１ミリボルトという読取値はピンすなわち
ノードＰ４上では１ボルトとなり、これがサンプル・ホールド機能ブロックＺ１０１に送
られる。この回路の１つの考えられる欠点は、ラインＬ４上のなんらかの寄生容量によっ
て読取時間中のキャパシタＣ２上の電圧が減少することである。したがって、この回路は
、行の数が少ない、したがって、比較的低い解像度の表示装置に使用されるのがベストで
あるが、いずれにせよ、この制限事項があるとはいえ、従来の回路や方法に比べて性能は
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改善されており、この潜在的な規制は、第２の実施形態の長所が完全に理解されるように
指摘されているだけである。
【０１４７】
　図６に読取回路の第２の実施形態を示し、これを電荷増幅／トランスインピーダンス増
幅器と呼ぶ。この名称は、キャパシタＣ２をフル電圧まで再充電するために必要とされる
電荷がこの回路で測定され、また、回路の入力部（電荷増幅器ＣＡ１の負の入力部）がギ
ガオーム以上の範囲にあり、ピンすなわちノードＰ３の出力がほとんどゼロオームである
という事実に由来する。事実、ノードＰ３はときたま仮想グランドとみなされる。
【０１４８】
　この回路のこの実施形態の動作をここで、図６を参照して説明する。たとえば１０ボル
ト（または他の設定値）を、第１の電荷増幅器ＣＡ１のプラス入力ピンに印加する。初め
にはマイナスの入力ピンに対する印加電圧はないため、１０ボルトは即座にピンＰ３に出
力されてＣ３の負の入力ピンに転送される。次に、負の入力ピン上のこの１０ボルトを第
１の電荷増幅器ＣＡ１のプラス入力ピン上の１０ボルトから減算すると、ピンＰ３の電圧
はゼロ（または実質的にゼロ）となるが、マイナスのピンではこの１０ボルトが残るが、
それは、マイナスの入力ピン上の電圧がある電圧だけ（たとえば１ボルト）減衰すると、
この電圧差（１ボルト）がピンＰ３に現れて、マイナスの入力ピン上の電圧を１０ボルト
（または他の設定値）にまで押し上げる。これは電荷ポンプの働きと似ている。
【０１４９】
　回路が落ち着くと、電解増幅器ＣＡ１の２つの入力ピンには１０ボルト（または他の設
定値）、ピンＰ３にはゼロボルトが存在している。ノードすなわちピンＰ３は、いくつか
の理由によって、ほとんど決して正確に０ボルトにはならない。第一に、電荷増幅器ＣＡ
１が属する演算増幅器のファミリは一般的にはオフセット電圧を有する。演算増幅器を形
成する１対の内部トランジスタは常に特性または性能どおりであるとは限らず、その差が
オフセット電圧となる。ピンＰ３の電圧がゼロではないという別の理由は、ラインＬ４が
列中のすべてのＴ３トランジスタに接続されていることである。これは、たとえば、１０
００の行を持つ高解像度表示装置では１千個ものトランジスタ数となり、より大型および
／または高解像度の表示装置ではさらに多くなる。これらのトランジスタＴ３はおのおの
が一般的には、数ピコアンペア（１０－１２アンペア）台の漏れ電流があり、このため、
電荷増幅器ＣＡ１の負の入力ピンの電圧が下がる傾向があって、上記のオフセット電圧に
対してさらにピンＰ３に電圧が出力されることになる。動作中、ピンＰ３の電圧は、ライ
ンＬ２の電圧が高レベルになる前にサンプルされて、Ｌ４上のオフセット電圧と漏れ電流
による電圧が測定される。ピンＰ３は、ラインＬ２の電圧が高レベルとなって２つの電圧
を減算して差分電圧を発生する前に、再度サンプルするのが望ましい。この２つの読み取
り値間の差は、キャパシタＣ２中に移動して、ラインＬ４とキャパシタＣ２を、例で用い
られたように１０ボルト（または他の設定値）にまで上昇させる電荷の尺度となる。
【０１５０】
　この実施形態の１つの利点は、ピンＰ３上の電圧による電荷の読み取り値は、ラインＬ
４上の容量とは無関係（またはほとんど無関係）であることである。第１の電荷増幅器Ｃ
Ａ１は、ラインＬ４をそのプラス（＋）入力ピン上の電圧にまで充電する。１つの電子が
ラインＬ４から除去されると、１つの電子がキャパシタＣ３から出て行ってそれと入れ替
わるが、キャパシタＣ２から電子が幾分かでも移動すれば、電荷増幅器ＣＡ１のマイナス
の入力ピンの電圧が減少し、これに応じてピンＰ３の電圧も変化する。１つの実施形態で
は、キャパシタＣ３の容量の値は、キャパシタＣ２のそれと同じオーダーとなるように選
択されるため、キャパシタＣ２の容量が約１ピコファラッドであれば、キャパシタＣ３も
約１ピコファラッドの容量を持つように選択されるが、同じ値となる必要はない。この電
荷増幅器は、業界で用いられるような一般的な演算増幅器である。この電荷増幅器のサイ
ズは（電力定格）は、ラインＬ４上の漏れ電流を考慮して決定される。たとえば、１千個
のＴ３トランジスタの漏れ電流が数ナノアンペアであれば、電荷増幅器ＣＡ１は好ましく
は数ナノアンペアを供給可能であり、この量にいくぶんか安全マージンが付けば好ましい
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。本発明の実施形態では、漏れ電流の２～３倍の安全マージンを提供しているが、これ以
上でもこれ以下でもよい。
【０１５１】
　上記の検討は本発明のセンサー回路とその動作に焦点を合わせた。たとえばアモルファ
スシリコン、ポリシリコン、セレン化カドミウム、または、技術上周知である、または、
将来開発される他の光伝導性もしくは光抵抗性の材料のいずれかを含むなんらかの光伝導
性（または光抵抗性）材料をセンサーに対して使用できることが理解されるであろう。ポ
リシリコンベースのセンサーは、アモルファスシリコンベースのセンサーより本来より安
定した動作となり、ポリシリコンを表示装置に使用するとまた本来製造コストがかさむが
、それは、フラットパネル表示装置製造インフラストラクチャがアモルファスシリコンに
対しては良好に確立されているが、数十億ドルものコストをかけてポリシリコン用に再構
築する必要はないからである。したがって、その校正およびフィードバック安定ならびに
制御機能によってアモルファスシリコン材料の使用を可能とする本発明のこれらのシステ
ム、構造、方法は、際立った利点を提供する。結晶性シリコン（ｘ－Ｓｉ）とポリシリコ
ン（ｐ－Ｓｉ）とアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）間の相違と関連する問題点は本明細
書の別のところで説明する。
【０１５２】
５．表示デバイスと表示システムの方法と動作の実施形態
　本発明のシステムとデバイスおよびこれらと関連する校正方法と技法の多くの特徴を説
明したので、次に表示装置の動作の態様に注目する。図６の実施形態の読取回路と、図６
の電荷増幅器ＣＡ１をＶＣ１とトランジスタＴ４の代わりに用いている図８の実施形態の
画素回路を用いる実施形態に注目する。当業者はこの記述に照らし合わせて、既述したさ
まざまな実施形態を組み合わせて表示デバイスや表示システムに利用されることを理解さ
れるであろう。
【０１５３】
　次に、図１１のフローチャートを参照して、表示装置や表示システムを操作するシステ
ムと方法の実施形態を説明する。オプションのステップを含むこのステップのシーケンス
は例示であり、ステップの順序をいくぶんか再編成したり、他のステップを並行に実行し
たりしても、本発明の精神と範囲から逸脱することがないことは明らかである。
【０１５４】
　第１ステップ（ステップ８５１）：アナログ画像データ機能ロジックブロック２０８は
、第１行中の第１画素（画素１、行１）の画像電圧を画像Ａ／Ｄコンバータ２０９に送り
、ここで、画像アナログ電圧は、８ビット階調レベルシステムでは０と２５５の間の数で
ある画像階調レベルを表すデジタル数値に変換される。別のビット数の画素階調レベルデ
ータをサポートしている階調レベルシステムの場合、可能なすべてのレベルを実際に利用
しなければ、このデジタル数値はこの範囲またはそれ以下の範囲に対応する。色チャネル
ごとに２５６レベルを持つ８ビット階調レベルシステムをこの説明で仮定するが、本発明
を制限するものではまったくない。（ここで、第１行の第１画素から始まるこの手順また
は他のいずれかの手順を実行し、次に第１行の次の画素を、という具合に他のすべての行
を実行していくことは論理的に意味があるが、この手順もこの開始点又はシーケンスを必
要とせず、現実には、記述したように各画素を校正および／操作するようにロジックが設
計されている限り、どのような順序を用いてもよい。）
【０１５５】
　第２ステップ（ステップ８５２）：０と２５５の間のこの画像階調レベルを階調レベル
ロジック機能ブロックＺ１０３に送る。
【０１５６】
　第３ステップ（ステップ８５３）：階調レベルロジック機能ブロックＺ１０３は、第１
行中の第１画素（画素１、行１）の階調レベルの数値をデジタル電圧に変換し、この電圧
が画素に印加されて、ＯＬＥＤのダイオードＤ１が、第１のステップで表示システムに入
力された画像階調レベルに等しい輝度レベルで光子束を放射する。この電圧は、製造者の
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ガンマテーブル中の情報と画素偏差メモリＺ１０２からの情報を用いて決定される。表示
装置が新品である初期状態では、画素偏差メモリ中にはなんら偏差データがなく、ここに
記憶されている値はデフォルト値であって、これらの値は実際には製造者のガンマテーブ
ルの値を変更しないが、表示装置がエージングするに連れて、偏差値が画素偏差メモリＺ
１０２に蓄積される。
【０１５７】
　第４ステップ（ステップ８５４）：第１の行中の第１の画素（画素１、行１）に対する
デジタル電圧が表示装置コントローラＺ１０４に送られる。
【０１５８】
　第５ステップ（ステップ８５５）：表示装置コントローラＺ１０４は、第１行中の第１
画素（画素１、行１）のデジタル電圧を列ドライバ２３８に中継する。表示装置用のライ
ンバッファは技術上周知であり、ここでは詳述しない。第１行中の第１画素（画素１、行
１）の画素電圧は、第１列の位置（列位置１）のラインバッファ中にロードされる。
【０１５９】
　第６ステップ（ステップ８５６）：この行中のすべての画素が列ドライバ２３８中のラ
インバッファにロードされるまで、ステップ８５１～８５５をこの行中のすべての画素に
対して繰り返す。
【０１６０】
　第７ステップ（ステップ８５７）：表示装置コントローラＺ１０４からのコマンドに基
づいて、第１行（行１）の画素データが、１連のパラレルＤＡＣ（表示装置において各列
に１つ）にダウンロードされ、これが、デジタル画素電圧をアナログ電圧に変換してすべ
てのラインＬ３（列１つに付き１つ）に印加する。
【０１６１】
　第８ステップ（ステップ８５８）：表示装置コントローラＺ１０４は、ラインＬ３上の
アナログ電圧が十分安定するのを待って、行１選択信号を行選択機能ロジックブロック２
４０に送る。
【０１６２】
　第９ステップ（ステップ８５９）：行選択機能ロジックブロック２４０は、行１に対す
るラインＬ２に高電圧を印加する、すなわち、第１行の中のすべてのＴ１トランジスタを
オンし、これで、ラインＬ３上の印加電圧を第１行中のすべての画素中のキャパシタＣ１
に転送する。すると、パワーＴＦＴトランジスタＴ２が電流を第１の行中のダイオードＤ
１のＯＬＥＤダイオードに供給する。同時にまたは実質的に同時に、すべてのセンサーＴ
ＦＴのトランジスタＴ３がオンし、これで、キャパシタＣ２が再充電電圧、たとえば、前
の例で記載した例示の電圧である１０ボルトになるまで電荷をキャパシタＣ２に流し込む
。
【０１６３】
　第１０ステップ（ステップ８６０）：電荷がキャパシタＣ２の中に移動すると、この行
中の各画素に対して電圧がサンプルされて機能ロジックブロックＺ１０１に保持される。
第１１ステップ（ステップ８６１）：サンプルされ保持された電圧は、Ａ／Ｄコンバータ
２０７とマルチプレクサＭＵＸ２０７ａによってデジタル化され多重化されて、シリアル
データストリームになる（デジタル化と多重化の順序を逆転させても性能が失われること
はない。）
【０１６４】
　第１２ステップ（ステップ８６２）：表示装置コントローラＺ１０４は、このシリアル
センサーデータと校正メモリ（Ｃａｌ　Ｍｅｍ）２５０からの校正データのストリームを
、コンパレータ２６０に送り、この画素に対するシリアルセンサーデータと校正データの
比較を発生させる。
【０１６５】
　第１３ステップ（ステップ８６３）：コンパレータ２５０は、校正データからセンサー
データを減算（またはこれら間の差を発生）して、その結果を画素偏差メモリＺ１０２（
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行１）に送る。ここで、データは画素番号と行（または他のいずれかのスキーム）にした
がって、画像階調レベルを表すデジタル数値である第１のステップ（ステップ８５１）で
の画素に対して設定された階調レベルで記憶される。
【０１６６】
　第１４ステップ（ステップ８６４）：フレーム中のすべての行がダウンロードされ、偏
差（もしあれば）が測定されて画素偏差メモリに記憶されるまで、ステップ８５６～８６
３を繰り返す。
【０１６７】
　第１５ステップ（ステップ８６５）：ステップ８５１～８６４を、おのおののフレーム
（または設定された動作プランにしたがっていずれかの指定済みのフレーム）に対して繰
り返す。１つの実施形態ではこの手順をおのおののフレームに対して実行するが、これは
不必要であり、それは、画素は必ずしもこの速度でエージングしたりまたは変化したりす
るわけではないからである。別の例では、デバイスがパワーオンすると、クロックで決定
された動作時間期間ごとに、自動的または手動で発生された信号に反応して、または他の
事象が発生すると、この手順をなんらかの所定数のフレームごとに繰り返す。１つの実施
形態では、この手順をフレームごとに繰り返すが、それは、いったん回路と方法が確立さ
れると、すべてのフレームに対して手順を実行してもコストがかからないからである。
【０１６８】
６．表示システムの実施形態
　図１２は、本発明の態様による表示システムの実施形態を示す。アレイ状に配列され既
述のタイプを持つ複数の発光画素６０３を有する表示画面６０２をモニターフレーム、キ
ャビネットまたは他のデバイスなどのハウジング６０４内に保持または搭載して、画像６
０５または他の２次元図形を表示する。（ここで、１次元表示装置もまた本発明の特徴を
用いて製造されるが、可能ではあるが興味が薄い。）
【０１６９】
　表示装置の基板（しばしばガラスやポリマー材料）上に形成された回路やデバイスはオ
ンガラス回路やデバイスと呼ばれ、一方、表示装置の基板上には形成されていない回路や
デバイスはオフガラス回路やデバイスと呼ばれる。表示画素のおのおのの内部に形成され
ている画素発光体Ｄ１、センサーＳ１、センサーキャパシタＣ２および他の素子を含む画
素はオンガラスで形成される。他の素子は従来の表示装置設計原則にしたがってオフガラ
スで形成される。オンガラス回路やデバイスは、表示装置ドライブや制御電子システム６
０６などのオフガラス回路やデバイスに対して、インタフェース６０８を介して接続され
る。これらの表示装置ドライブや制御電子システム６０６はモニターハウジング６０４の
内部に外部に搭載されるが、通常は、内部に収納され、これで、ユーザが１つ以上の（ア
ナログまたはデジタル式の）ビデオや画像の発生源（たとえば、ＤＶＤプレーヤー６１０
、コンピュータ６１２、ビデオもしくはデジタルカメラ６１４またはメモリカード６１６
など）にプラグインして、画像やビデオを表示させる。こうする代わりにまたはこれに加
えて、表示システム６００は、ＴＶチューナや受信機６１８または他の内部ジェネレータ
などのシステム内の画像発生装置を含む。もちろん、表示用のデータをシステム６００に
送出するためのさまざまな他の有線式または無線式のインタフェースがある。スイッチン
グデバイスＳＷ６２０は、どの発生源を表示するかを手動または自動的に選択するが、複
数の発生源を、画像内画像技術を用いたりして同時に表示してもよい。本システムはまた
、さまざまな形態の画像処理や強化をサポートする。
【０１７０】
　上記は単に、撮像応用分野に対する表示技術の１応用例であり、本技術の主要な応用分
野がフラットパネル表示装置ではあるが、この本発明の技術は、湾曲表面を持つ表示装置
にも応用されることが理解されるであろう。この本発明の技術が適用される表示分野には
限界がない。われわれが例としてリストアップすれば、情報機器、テレビモニター、ＣＤ
プレーヤー、ＤＶＤプレーヤー、コンピュータモニター、コンピュータシステム、自動車
計器パネル、航空機計器表示パネル、ビデオゲーム、携帯電話、個人向け携帯型情報通信
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機器（ＰＤＡ）、電話、図形システム、印刷システム、スコアボードシステム、文書・画
像スキャナ、エンターテインメントシステム、家庭用電化製品、コピー機や、ＧＰＳナビ
ゲーション表示装置、動的アート表示デバイス、デジタルもしくはビデオカメラ、および
これらの組み合わせがある。
【０１７１】
７．特徴の特定の組み合わせを持つ例の実施形態
　さまざまな構造、デバイス、システム、アーキテクチャ、方法、手順およびコンピュー
タプログラムを本明細書中で説明し図面で解説した。本発明が、別個にまたはさまざまに
組み合わせて利用可能な多くのさまざまな特徴や要素を提供することが本発明の説明に照
らし合わせて理解されるであろう。この明細書のこのセクションでは、本発明の特徴と要
素の特定の組み合わせを有するまたは必要とする一部の特定の実施形態を記載する。ここ
に記載するこれらの組み合わせは単に例示であり、このセクションや本明細書全体で説明
する特徴や要素はどれでも別個にまたは組み合わせて使用される。また、詳細な説明で記
載したセクションの見出しまたは小見出しは単に、読者に対する案内を意図するものであ
り、本発明のさまざまな態様、特徴および要素が本明細書全体にわたって記載されている
ことが理解されるであろう。
【０１７２】
　１つの態様では、本発明は、長寿命の輝度フォードバック安定表示パネルのためのシス
テムと方法を提供する。第１の実施形態では、本発明は少なくとも１つの電子回路デバイ
スからおのおのが形成される複数の発光画素を有する表示デバイスと、外部画像発生源か
ら生の入力画像信号を受信して、修正された画像信号を表示装置に入力する表示ドライバ
回路と、少なくとも１つの表示デバイス輝度値を発生する表示輝度検出器と、少なくとも
１つの表示デバイス輝度値を受信して、情報を表示ドライバ回路に通信する処理ロジック
ユニットであり、この表示ドライバ回路はこの通信される情報を用いて、生の入力画像信
号から修正済みの画像信号を発生するための変換を発生する、前記処理ロジックユニット
と、を備える安定フィードバック表示システムを提供する。
【０１７３】
　本システムの第２の特定の実施形態では、おのおのの画素が、サンプル・ホールド回路
と、サンプル・ホールド回路によって制御される電流発生源と、電流発生源から電流供給
される光子放射デバイスと、光子放射デバイスからある分離距離内に配置され、光子放射
デバイスが放射した光子を検出する輝度検出デバイスとを備える。
【０１７４】
　第３の実施形態では、画素はおのおのが光子放射体と、画素内に配置された光子束累積
装置とを備える。光子束累積装置は、指定時間中に光子放射体から光子の束をとらえ、と
らえられた光子に反応して電気的特性が変化し、この時間中に途中で遮ぎられた光子を累
積しまたはその数をカウントし、この指定時間中の累積光子束の全体を示す信号を発生す
る。第４の実施形態では、光子束累積装置は、光子束の変化や変動に反応して特定が変化
したり変動したりする光デバイスから形成されたセンサーと、電荷を蓄積または減少する
ように適用された電荷蓄積デバイスと、センサーの抵抗率や伝導度の変化に反応して電荷
蓄積デバイスに電荷を出力したりこれから電荷を除去したりする制御回路とを備える。第
５の実施形態では、電荷蓄積デバイスはキャパシタである。第６の実施形態では、制御回
路はトランジスタを備える。第７の実施形態では、光デバイスは、自身の表面に衝突する
光子束が変化すると抵抗率や伝導度が変化する感光性抵抗体を備える。第８の実施形態で
は、光デバイスは、自身の表面に衝突する光子束の変動に応じて漏れ電流が増減する光ダ
イオードを備える。第９の実施形態では、この光ダイオードの漏れは、漏れ電圧、漏れ電
流および漏れ電荷のなかの少なくとも１つを含む。第１０の実施形態では、光デバイスは
、光トランジスタの表面に衝突する光子束の変動に応じて電流が増減するこの光トランジ
スタを備える。
【０１７５】
　本システムの別の実施形態では、輝度検出器は光子束累積装置を備えている。本システ
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ムの別の実施形態では、画素は、光子束累積装置と同じ画素内で光子放射デバイスが放射
した光子束を累積する特定の光子束累積装置を備える。本システムの別の実施形態では、
おのおのの光子束累積装置は、第１の回路ノードを第２の回路ノードから隔離し、また、
出力ポート（ノード）を有する隔離スイッチングデバイスと、隔離スイッチングデバイス
の出力ポート（ノード）に結合された入力部と電圧基準ノードに接続された出力部とを有
する感光性ユニットと、隔離スイッチの第１のポートと結合された第１の電極と電圧基準
ノードと結合された第２の電極とを有する電荷蓄積デバイスとを備える。本システムの別
の実施形態では、電荷蓄積デバイスはキャパシタを備える。本システムの別の実施形態で
は、隔離スイッチはトランジスタを備える。本システムの別の実施形態では、隔離スイッ
チは、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）として基板上に形成される。本システムの別の実施形
態では、薄膜トランジスタはアモルファスシリコンから形成されている。本システムの別
の実施形態では、薄膜トランジスタはポリシリコンから形成されている。本システムの別
の実施形態では、薄膜トランジスタはセレン化カドミウムから形成されている。本システ
ムの別の実施形態では、薄膜トランジスタはいずれかの半導体材料から形成されている。
【０１７６】
　本システムの別の実施形態では、薄膜トランジスタはある材料で区画されたチャネルを
含むが、この材料は、アモルファスシリコンチャネル、ポリシリコンチャネル、セレン化
カドミウムチャネル、ガリウム砒素チャネルおよび他のいずれかの半導体材料で形成もし
くは区画されたチャネルからなる材料の集合から選択される。
【０１７７】
　本システムの別の実施形態では、表示デバイスは平面アレイ状に配置された複数の画素
を含む。本システムの別の実施形態では、複数の個々の画素が行と列によってアドレス指
定される。本システムの別の実施形態では、指定時間は行アドレス時間以下である。本シ
ステムの別の実施形態では、指定時間は行アドレス時間の０．０１（１％）と行アドレス
時間の間である。本システムの別の実施形態では、指定時間は行アドレス時間の０．１（
１０％）と行アドレス時間の間である。本システムの別の実施形態では、指定時間はフレ
ーム時間以下である。本システムの別の実施形態では、指定時間は行アドレス時間の０．
０１より大きく、フレーム時間以下である。本システムの別の実施形態では、複数のフレ
ーム時間に等しい。
【０１７８】
　本システムの別の実施形態では、表示装置発光デバイスは有機発光ダイオード（ＯＬＥ
Ｄ）である。本システムの別の実施形態では、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は小分子
ＯＬＥＤである。本システムの別の実施形態では、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）はポ
リマーＯＬＥＤ（ＰＬＥＤ）である。有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）はフォスフォレセ
ントＯＬＥＤ（ＰＨＯＬＥＤ）である。本システムの別の実施形態では、有機発光ダイオ
ード（ＯＬＥＤ）は、単一または複数の層を成す有機材料および電極の何らかの組み合わ
せのなかのいずれかの材料から形成される。本システムの別の実施形態では、有機発光ダ
イオード（ＯＬＥＤ）はアクティブマトリックスＯＬＥＤである。本システムの別の実施
形態では、表示装置発光デバイスはエレクトロルミネセントデバイスである。本システム
の別の実施形態では、表示装置発光デバイスはプラズマ発光デバイスである。本システム
の別の実施形態では、表示装置発光デバイスは、いずれかの制御式光子放射デバイスであ
る。本システムの別の実施形態では、アクティブマトリックスはアモルファスシリコンか
ら形成されている。本システムの別の実施形態では、アクティブマトリックスはポリシリ
コンから形成されている。本システムの別の実施形態では、アクティブマトリックスはセ
レン化カドミウムから形成されている。本システムの別の実施形態では、アクティブマト
リックスはいずれかのタイプの半導体材料から形成されている。
【０１７９】
　別の態様では、本発明は、表示システムを安定させる方法を提供する。この方法は、少
なくとも１つの電子回路デバイスからおのおのが形成される複数の発光画素を有する表示
デバイスを提供するステップと、外部画像発生源から表示ドライバ回路によって生の入力
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画像信号を受信して、修正された画像信号を表示装置に入力するステップと、表示輝度を
検出して、少なくとも１つの表示デバイス輝度値を発生するステップと、少なくとも１つ
の表示デバイス輝度値を処理ロジックユニットによって受信して、情報を表示ドライバ回
路に通信し、この通信される情報を用いて、生の入力画像信号から修正済みの画像信号を
発生するための変換を発生するステップとを含む。
【０１８０】
　別の態様では、本発明は、発光性アクティブマトリックス表示デバイス中の各画素の輝
度を個々に操作して制御する方法を提供する。本方法の１つの実施形態では、本発明は表
示デバイス中の画素輝度を制御する方法を提供する。この方法は、デジタル画像階調レベ
ル値と、デジタル階調レベル値に対応する画素の輝度を発生する表示駆動信号間の変換を
記憶するステップと、特定の画素に対する目標階調レベルを特定するステップと、前記目
標階調レベルに対応する表示駆動信号を格納済みの前記変換に基づいて発生して、第１の
表示フレーム中に駆動信号によって前記特定の画素を駆動するステップと、第１の表示時
間の終了時において前記特定の画素の輝度の実際の測定値を表すパラメータを測定するス
テップと、前記特定の画素に対して特定された目標輝度と実際の測定された輝度との間の
差を決定するステップと、前記特定の画素の格納済み変換を決定された差に基づいて修正
するステップと、修正された前記変換を記憶し、これを用いて、第１のフレーム時間に続
くフレーム時間中に特定の画素に対する表示駆動信号を発生するステップとを含む。
【０１８１】
　本方法の別の実施形態では、第１の表示フレームは、ソフトウエアプログラミングもし
くは表示装置のユーザまたはこれらの組み合わせによって指定されたいずれかの表示フレ
ームである。本方法の別の実施形態では、第１のフレームに続くフレーム時間は、いずれ
かの後続のフレーム時間である。本方法の別の実施形態では、第１の表示フレームは、ソ
フトウエアプログラミングもしくは表示装置のユーザまたはこれらの組み合わせによって
指定されたいずれかの表示フレームである。本方法の別の実施形態では、第１の表示フレ
ームは、１つの連続の期間または複数の不連続の期間からなっており、ここで、連続の期
間または不連続の期間のどちらかが１つのフレーム時間または複数のフレーム時間にわた
って発生する。本方法の別の実施形態では、修正された変換を記憶および／または使用し
て、特定の画素に対する表示駆動信号を発生するステップが、１つのフレームまたはさま
ざまなフレームのいずれかの後続の部分で発生する。本方法の別の実施形態では、修正さ
れた変換を記憶および／または使用して、特定の画素に対する表示駆動信号を発生するス
テップが、この１つの連続期間または複数の不連続期間のどちらかがで発生し、また、こ
の連続期間または不連続期間のどちらかが、１つのフレーム時間または複数のフレーム時
間にわたって発生する。本方法の別の実施形態では、修正された変換を記憶および／また
は使用して、特定の画素に対する表示駆動信号を発生するステップが、１つの連続期間ま
たは複数の不連続期間のどちらかがで発生し、また、この連続期間または不連続期間のど
ちらかが、１つのフレーム時間または複数のフレーム時間にわたって発生する。
【０１８２】
　本方法の別の実施形態では、この記憶された変換は、表示システムの階調レベルロジッ
ク機能ブロックに記憶されている変換を含む。本方法の別の実施形態では、この記憶され
た変換は、表示デバイスのガンマテーブルに記憶されている変換を含む。本方法の別の実
施形態では、第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の測定輝度を表す測定された
パラメータは、電荷蓄積デバイスに累積または減少された電子の数に対応した電圧測定値
を含む。本方法の別の実施形態では、第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の測
定輝度を表す測定されたパラメータは、電荷蓄積デバイスに累積または減少された電子の
数に対応した電流測定値を含む。本方法の別の実施形態では、第１の表示時間の終了時で
の特定の画素の実際の測定輝度を表す測定されたパラメータは、電荷蓄積デバイスに累積
されまたは減少される電子の数に対応した電荷測定値を含む。本方法の別の実施形態では
、電荷蓄積デバイスはキャパシタである。本方法の別の実施形態では、電子は、センサー
に入射する光子の束に反応して変化する抵抗やコンダクタンスを有するセンサー素子の抵
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抗やコンダクタンスに比例して蓄積または流出される。本方法の別の実施形態では、この
比例は正比例である。
【０１８３】
　本方法の別の実施形態では、第１のフレーム時間に続くフレーム時間は次の後続フレー
ム時間である。本方法の別の実施形態では、第１のフレーム時間に続くフレーム時間はい
ずれかの後続フレーム時間である。本方法の別の実施形態では、第１のフレーム時間に続
くフレーム時間は次の表示デバイスパワーオン時間である。本方法の別の実施形態では、
第１のフレーム時間に続くフレーム時間は、所定のまたは動的に決定された時間間隔にお
けるフレーム時間である。本方法の別の実施形態では、表示デバイス中の各画素に対して
異なった変換が記憶される。本方法の別の実施形態では、表示デバイス中の別個にアドレ
ス指定可能な各画素に対して表示されるおのおのの異なった階調レベルに対して異なった
変換が記憶される。本方法の別の実施形態では、第１の表示時間は、表示装置中で画素が
オンである持続時間である。本方法の別の実施形態では、表示時間は、８ミリ秒と３６ミ
リ秒の間の実質的に任意の時間である。本方法の別の実施形態では、表示時間は、１０ミ
リ秒と２０ミリ秒の間の実質的に任意の時間である。本方法の別の実施形態では、フレー
ム時間の一部は実質的に行アドレス時間を含む。本方法の別の実施形態では、指定された
時間は行アドレス時間以下である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の一部は、
行アドレス時間の０．０１（１％）と行アドレス時間の間である。本方法の別の実施形態
では、フレーム時間の一部は、行アドレス時間の０．１（１０％）と行アドレス時間の間
である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の一部はフレーム時間以下である。本
方法の別の実施形態では、フレーム時間の一部は、行アドレス時間の０．０１より大きく
フレーム時間以下である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の一部は、フレーム
時間の複数倍に等しい。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の一部は、行アドレス
時間とフレームアドレス時間の間の時間を含む。
【０１８４】
　本方法の別の実施形態では、第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の測定輝度
を表すパラメータを測定するステップは、周知の電圧に充電されたまたはこれから放電さ
れたキャパシタ上に蓄積された電圧を測定するステップを含み、充電または放電の量は、
特定の画素内の発光体から同じ特定の画素内のセンサーに放射された光子束に比例する。
【０１８５】
　本方法の別の実施形態では、さらに、特定する前記ステップ、発生する前記ステップ、
測定する前記ステップ、決定する前記ステップ、修正する前記ステップおよび使用する前
記ステップは表示装置中のすべての画素に対して繰り返される。本方法の別の実施形態で
は、特定の画素に対する特定された目標輝度と実際の輝度測定値間の差の決定は、製造中
または最初に用いられる際に実行される表示装置校正手順で決定される特定の画素センサ
ー上の基準累積光子束に基づいている。本方法の別の実施形態では、本方法は、表示装置
が表示するように指令されるすべての画素とすべての階調レベルに対して初期変換を決定
して記憶する表示装置校正手順を含む。
【０１８６】
　別の態様では、本発明は、表示デバイス中の画素の輝度を制御する制御システムを提供
する。この制御システムは、
　画素が表示することを指令される各画素と各階調レベルについての格納済み画素階調レ
ベルから表示画素駆動信号への変換であって、前の表示フレーム期間中での表示装置画素
の性能特性に基づいている変換と、
　命令を受け取る制御部に応答して、特定の画素位置について特定の階調レベルを表示し
て、第１のフレーム時間中に前記格納済みの変換を用いて前記特定の画素に対して駆動信
号を生成する表示駆動信号発生器と、
　表示装置中の各々の別個の画素について、第１の表示時間の終了時に複数の特定の画素
の各々の実際の輝度測定値を表すパラメータを測定する輝度測定回路と、
　前記特定の画素に対する前記特定の目標輝度と実際の測定輝度の間の差を決定するコン
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パレータ回路と、
　各々の特定の画素に対する前記格納済み変換を、決定された前記差に基づいて第１のフ
レーム時間の一部の間に修正する変換更新ロジックとを含み、
　修正された変換を用いて、第１のフレーム時間に続く第２のフレーム時間の一部の間に
前記特定の画素に対する前記表示駆動信号を発生する。
【０１８７】
　この制御システムの別の実施形態では、格納済みの前記変換は、表示システムの階調レ
ベルロジック機能ブロックに記憶されている変換を含む。本制御システムの別の実施形態
では、この記憶された前記変換は、表示デバイスのガンマテーブルに記憶されている変換
を含む。本制御システムの別の実施形態では、前記輝度測定回路は、第１の表示時間の終
了時での特定の画素の実際の測定輝度を表し、また、表示装置の各画素に対して別々に電
荷蓄積デバイスに累積または減少された電子の数に対応した電流測定値を含むパラメータ
を測定する。本制御システムの別の実施形態では、前記電荷蓄積デバイスはキャパシタを
含む。本制御システムの別の実施形態では、前記電子は、センサーに入射する光子の束に
反応して変化する抵抗率や伝導率を有するセンサー素子の抵抗率や伝導率に比例して蓄積
または減少される。本制御システムの別の実施形態では、この比例は正比例である。本制
御システムの別の実施形態では、第１のフレーム時間の一部に続く第２のフレーム時間は
、任意のまたは複数の後続フレーム時間の時間の一部である。本制御システムの別の実施
形態では、第１のフレーム時間に続くフレーム時間は、次の表示デバイスパワーオン時間
である。本制御システムの別の実施形態では、第１のフレーム時間に続くフレーム時間は
、所定のまたは動的に決定された時間間隔におけるフレーム時間である。本制御システム
の別の実施形態では、表示デバイス中の各画素に対して異なった変換が記憶される。本制
御システムの別の実施形態では、表示デバイス中の別個にアドレス指定可能な各画素に対
して表示されるおのおのの異なった階調レベルに対して異なった変換が記憶される。本制
御システムの別の実施形態では、第１の表示時間は、表示装置中で画素がオンである持続
時間である。
【０１８８】
　本制御システムの別の実施形態では、表示時間は、８ミリ秒と３６ミリ秒の間の実質的
に任意の時間である。本制御システムの別の実施形態では、表示時間は、１０ミリ秒と２
０ミリ秒の間の実質的に任意の時間である。本制御システムの別の実施形態では、フレー
ム時間の一部は実質的に行アドレス時間を含む。本制御システムの別の実施形態では、フ
レーム時間の一部は、行アドレス時間とフレームアドレス時間の間の時間を含む。本制御
システムの別の実施形態では、フレーム時間の一部は、実質的に行アドレス時間を含む。
本制御システムの別の実施形態では、フレーム時間の一部は、行アドレス時間以下である
。本制御システムの別の実施形態では、フレーム時間の一部は、行アドレス時間の０．０
１（１％）と行アドレス時間の間である。本制御システムの別の実施形態では、フレーム
時間の一部は、行アドレス時間の０．１（１０％）と行アドレス時間の間である。本制御
システムの別の実施形態では、フレーム時間の一部はフレーム時間以下である。本制御シ
ステムの別の実施形態では、フレーム時間の一部は、行アドレス時間の０．０１より大き
くフレーム時間以下である。本制御システムの別の実施形態では、フレーム時間の一部は
、フレーム時間の複数倍に等しい。本制御システムの別の実施形態では、フレーム時間の
一部は、行アドレス時間の０．０１とフレーム時間の間の時間を含む。
【０１８９】
　本制御システムの別の実施形態では、第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の
測定輝度を表すパラメータを測定するステップは、周知の電圧に充電されまたはこれから
放電されたキャパシタ上に蓄積された電圧を測定するステップを含み、充電または放電の
量は、特定の画素内の発光体から同じ特定の画素内のセンサーに放射された光子束に比例
する。
【０１９０】
　本制御システムの別の実施形態では、特定する前記ステップ、発生する前記ステップ、
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測定する前記ステップ、決定する前記ステップ、修正する前記ステップおよび使用する前
記ステップは、表示装置中のすべての画素に対して繰り返される。本制御システムの別の
実施形態では、特定の画素に対する特定された目標輝度と実際の輝度測定値間の差の決定
は、製造中または最初に用いられる際に実行される表示装置校正手順で決定される特定の
画素センサー上の基準累積光子束に基づいている。本制御システムの別の実施形態では、
本制御システムは、表示装置が表示するように指令されるすべての画素とすべての階調レ
ベルに対して初期変換を決定して記憶する表示装置校正手順をさらに含む。本制御システ
ムの別の実施形態では、第１の表示時間の終了時での特定の画素の実際の測定輝度を表す
測定されたパラメータは、電荷蓄積デバイスに累積または減少された電子の数に対応した
電流測定値を含む。本制御システムの別の実施形態では、第１の表示時間の終了時での特
定の画素の実際の測定輝度を表す測定されたパラメータは、電荷蓄積デバイスに累積また
は減少された電子の数に対応した電荷測定値を含む。本制御システムの別の実施形態では
、第１の表示フレームは、ソフトウエアプログラミングもしくは表示装置のユーザまたは
これらの組み合わせによって指定されたいずれかの表示フレームである。本制御システム
の別の実施形態では、第１の表示フレームは、ソフトウエアプログラミングもしくは表示
装置のユーザまたはこれらの組み合わせによって指定されたいずれかの表示フレームであ
る。本制御システムの別の実施形態では、第１の表示フレームは、１つの連続の期間また
は複数の不連続の期間からなっており、ここで、連続の期間または不連続の期間のどちら
かが１つのフレーム時間または複数のフレーム時間にわたって発生する。
【０１９１】
　本制御システムの別の実施形態では、修正された変換を記憶および／または使用して、
特定の画素に対する表示駆動信号を発生する前記ステップが、１つの連続の期間または複
数の不連続の期間のいずれかの後続部分で適用される。本制御システムの別の実施形態で
は、修正された変換を記憶および／または使用して、特定の画素に対する表示駆動信号を
発生する前記ステップが、１つの連続の期間または複数の不連続の期間のどちらかがで発
生し、また、この連続の期間または不連続の期間のどちらかが、１つのフレーム時間また
は複数のフレーム時間にわたって発生する。本制御システムの別の実施形態では、修正さ
れた変換を記憶および／または使用して、特定の画素に対する表示駆動信号を発生する前
記ステップが、１つの連続の期間または複数の不連続の期間のいずれかで発生し、また、
この連続の期間または不連続の期間のどちらかが、１つのフレーム時間または複数のフレ
ーム時間にわたって発生する。
【０１９２】
　別の態様では、本発明は高性能安定アクティブマトリックス式発光表示装置を操作する
フィードバック制御するシステムと方法を提供する。本方法の１つの実施形態では、本発
明は複数の画素を有するアクティブマトリックスＯＬＥＤ表示デバイスまたは他の発光性
表示デバイスを操作するシステムを提供する。このシステムは、
　デジタル画像データの外部発生源に結合された階調レベルロジックであり、画像画素階
調レベル値の第１の表現を同じ画像画素値の第２の表現に変換する変換を含む、階調レベ
ルロジックと、
　前記階調レベルロジックから入力を受信して、画像信号と制御信号を表示マトリックス
の行選択ドライバ回路と列ドライバ回路に通信するように動作する表示装置コントローラ
であり、前記行選択ドライバ回路と前記列ドライバ回路は、複数の画素に対してフレーム
時間中に画像が表示させ、前記複数の画素のおのおのが、画素光子束放射体と、画素表示
フレーム時間の一部で前記放射体からの放射済み光子束の少なくとも一部を累積して、累
積された光子束を示す出力信号を発生する画素光子束レセプタとを含む、前記表示装置コ
ントローラと、
　前記複数の画素のおのおのに対する校正値と、画素によって表示される各画素値とを格
納する校正メモリと、
　前記複数の画素のおのおのと前記校正メモリとから出力信号を受信して、受信した出力
信号を前記校正メモリからのこれらに対応する複数の信号と比較して、画素ごとに差分信
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号を計算するコンパレータと、
　前記コンパレータから差分信号を受信して、少なくとも校正値と測定値が異なる画素位
置と画素階調レベル値とについて前記諧調レベルロジックの前記変換の変更を指示する画
素偏差ロジックと
　を備える。
【０１９３】
　本システムの別の実施形態では、画素偏差ロジックは、画素輝度の校正値と画素輝度の
測定値間の偏差を記憶する画素偏差メモリを含む。本システムの別の実施形態では、前記
偏差値は電圧値であり、累積された光子束を示す前記出力信号は電圧であり、前記コンパ
レータは電圧比較回路である。本システムの別の実施形態では、前記校正値は電流値であ
り、累積された光子束を示す前記出力信号は電流であり、前記コンパレータは電流ベース
の電荷アンプ／インピーダンス変換回路である。本システムの別の実施形態では、前記校
正値は電荷値であり、累積された光子束を示す前記出力信号は電荷であり、前記コンパレ
ータは電荷ベースの比較回路である。本システムの別の実施形態では、前記校正値は電圧
値であり、累積された光子束を示す前記出力信号は電荷であり、前記コンパレータは電圧
比較回路である。
【０１９４】
　本システムの別の実施形態では、累積された光子束を示す前記出力信号はアナログ信号
であり、本システムは、さらに、画素表示フレーム時間の一部中でアナログ信号を画素ご
との累積光子束を表す電圧としてサンプルして、このサンプルされた信号をデジタル値に
変換されるように保持するサンプル・ホールド回路と、サンプルし保持された前記アナロ
グ信号をデジタル値に変換するアナログ／デジタルコンバータと、アナログ／デジタルコ
ンバータに結合されており、前記デジタル値を受信してこれを前記コンパレータに対して
所定のフォーマットと順序で通信するマルチプレクサとを備える。
【０１９５】
　本システムの別の実施形態では、さらに、累積された光子束を示す出力信号はアナログ
信号であり、本システムは、画素表示フレーム時間の一部中でアナログ信号を画素ごとの
累積光子束を表す電圧としてサンプルして、このサンプルされた信号を保持するサンプル
・ホールド回路と、前記サンプル・ホールド回路に結合されており、サンプルされ保持さ
れたアナログ信号値を受信するマルチプレクサと、前記マルチプレクサから受信したサン
プルされ保持されたアナログ信号を変換し、アナログ値をデジタル値に変換して、これを
コンパレータに対して所定のフォーマットと順序で通信するアナログ／デジタルコンバー
タを備える。
【０１９６】
　本システムの別の実施形態では、本システムは、さらに、デジタル画像データの外部発
生源を備える。本システムの別の実施形態では、前記外部発生源は、デジタル画像データ
またはアナログデータとの組み合わせの発生源と画像アナログ／デジタルコンバータを備
える。
【０１９７】
　本システムの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は行アドレス時間以下の時間
期間を含む。本システムの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、実質的にフレ
ーム時間全体を含む。本システムの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部はフレー
ム時間全体の少なくとも５０％を含む。本システムの別の実施形態では、フレーム時間の
前記一部はフレーム時間全体の少なくとも９０％から１００％を含む。本システムの別の
実施形態では、フレーム時間の前記一部は少なくとも１ミリ秒を含む。本制御システムの
別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、実質的に行アドレス時間を含む。本制御
システムの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間とフレーム時
間の間の時間を含む。本制御システムの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、
実質的に行アドレス時間を含む。本制御システムの別の実施形態では、フレーム時間の前
記一部は、実質的に行アドレス時間以下の時間を含む。本制御システムの別の実施形態で
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は、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．０１（１％）と行アドレス時間の
間である。本制御システムの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス
時間の０．１（１０％）と行アドレス時間の間である。本制御システムの別の実施形態で
は、フレーム時間の前記一部は、フレーム時間以下である。本制御システムの別の実施形
態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．０１より大きくフレーム時間
以下である。本制御システムの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、フレーム
時間の複数倍である。本制御システムの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、
行アドレス時間の０．０１と行アドレス時間の間である。
【０１９８】
　別の実施形態では、本発明は複数の画素を有するアクティブマトリックス表示デバイス
を操作する方法を提供する。この方法は、
　各画素の校正値とこの画素の各々によって表示される各々の階調レベル値とを校正メモ
リに記憶するステップと、
　表示装置中の画素ごとに、また、この画素の各々で表示される階調レベルごとに画像階
調レベル値の第１の表現を同じ画像階調レベル画素値の第２の表現に変換する変換を変換
メモリに格納するステップと、
　外部発生源からの複数の画素に対する画像画素階調レベル値の第１の階調レベル表現を
受信するステップと、
　格納されている変換にしたがって画素ごとに第１の階調レベル表現を等しい数の第２の
階調レベル表現に変換するステップと、
　画像階調レベル画素値の第２の表現にしたがって現在の表示フレーム時間中にマトリッ
クス表示デバイス中の画素素子を駆動するための画像データ信号と制御信号を発生するス
テップと、
　現在の表示フレーム時間の一部中で表示装置中の複数の画素のおのおの上の累積光子束
を示す表示装置中の複数の画素のおのおのに対する累積光子束信号を発生するステップと
、
　画素１つずつ、画素ごとに指令された階調レベルに対する複数の累積光子束信号を同じ
階調レベルの校正値と比較して、指令された階調レベルと測定された階調レベル間の差を
示す複数の比較結果を発生するステップと、
　画素ごとになんらかの偏差を比較結果に基づいて特定して、少なくとも画素位置と校正
値と測定値に差があるような画素階調レベル値に対して後続の表示フレーム時間中に適用
される格納済み変換の変化を出力するステップと、を含む。
【０１９９】
　本方法の１つの実施形態では、前記偏差特定ステップは、校正された画素輝度値と測定
された画素輝度値の画素偏差を画素偏差メモリに記憶するステップを含む。
【０２００】
　本方法の１つの実施形態では、前記校正値は電圧値であり、前記累積光子束値は電圧で
あり、また、この比較は電圧比較である。本方法の１つの実施形態では、前記校正値は電
流値であり、前記累積光子束値は電流であり、また、この比較は電流比較を含む。本方法
の１つの実施形態では、前記校正値は電荷値であり、前記累積光子束値は電荷であり、ま
た、この比較は電荷比較を含む。
【０２０１】
　本方法の１つの実施形態では、前記累積光子束値はアナログ信号であり、本方法は、さ
らに、画素表示フレーム時間の一部中で画素１つ当たりの累積光子束を表す電圧としてア
ナログ信号をサンプルして、このサンプルされた信号をデジタル信号に変換するために保
持するステップと、サンプルされたアナログ信号をデジタル信号に変換するステップと、
を含む。
【０２０２】
　本方法の１つの実施形態では、前記累積光子束値はアナログ信号であり、本方法は、さ
らに、画素表示フレーム時間の一部中で画素１つ当たりの累積光子束を表す電荷としてア
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ナログ信号をサンプルして、このサンプルされた信号をデジタル信号に変換するために保
持するステップと、サンプルされたアナログ信号をデジタル信号に変換するステップとを
含む。
【０２０３】
　本方法の１つの実施形態では、前記累積光子束値はアナログ信号であり、本方法は、さ
らに、画素表示フレーム時間の一部中で画素１つ当たりの累積光子束を表す電流としてア
ナログ信号をサンプルして、このサンプルされた信号をデジタル信号に変換するために保
持するステップと、サンプルされたアナログ信号をデジタル信号に変換するステップとを
含む。
【０２０４】
　本方法の１つの実施形態では、本方法は、さらに、複数の画素に対して画像画素階調レ
ベル値の第１の階調レベル表現を発生するステップを含む。本方法の１つの実施形態では
、前記デジタル画像データは、デジタル画像データまたはアナログ／デジタルコンバータ
によってデジタルデータに変換されるアナログ画像データを含む。本方法の１つの実施形
態では、フレーム時間の前記一部は行アドレス時間以下の時間を含む。
【０２０５】
　本システムの１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部は、実質的にフレーム時間
全体を含む。本システムの１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部はフレーム時間
全体の少なくとも５０％を含む。本システムの１つの実施形態では、フレーム時間の前記
一部はフレーム時間全体の少なくとも９０％から１００％を含む。本システムの１つの実
施形態では、フレーム時間の前記一部は少なくとも１ミリ秒を含む。本制御システムの別
の実施形態では、行アドレス時間とフレーム時間の間の時間を含む。本制御システムの別
の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、実質的に行アドレス時間を含む。本制御シ
ステムの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間以下の時間を含
む。本制御システムの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間の
０．０１（１％）と行アドレス時間の間である。本制御システムの別の実施形態では、フ
レーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．１（１０％）と行アドレス時間の間であ
る。本制御システムの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、フレーム時間以下
である。本制御システムの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時
間の０．０１より大きくフレーム時間以下である。本制御システムの別の実施形態では、
フレーム時間の前記一部は、フレーム時間の複数倍である。本制御システムの別の実施形
態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．０１と行アドレス時間の間で
ある。
【０２０６】
　本方法の別の実施形態では、後続の表示フレーム時間は、現在の表示フレーム時間に続
く次の表示時間である。本方法の別の実施形態では、後続の表示フレーム時間は、現在の
表示フレーム時間に続くいずれかの表示フレーム時間である。本方法の別の実施形態では
、後続の表示フレーム時間は、表示装置の初期化時またはパワーオン時でのフレーム時間
である。本方法の別の実施形態では、画像データ信号と制御信号は表示マトリックスの行
と列を含み、また、制御信号と駆動信号は、複数の画素に対するフレーム時間中に画像を
表示させるように動作する。
【０２０７】
　本方法の別の実施形態では、前記画素はアモルファスシリコンから形成された少なくと
も１つの薄膜トランジスタを含む。本方法の別の実施形態では、前記画素はポリシリコン
から形成された少なくとも１つの薄膜トランジスタを含む。本方法の別の実施形態では、
前記画素はセレン化カドミウムから形成された少なくとも１つの薄膜トランジスタを含む
。本方法の別の実施形態では、前記画素は半導体材料から形成された少なくとも１つの薄
膜トランジスタを含む。
【０２０８】
　本方法の別の実施形態では、現在の表示フレーム時間の前記一部は行アドレス時間以下
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である。本方法の別の実施形態では、現在の表示フレーム時間の前記一部は、フレーム時
間以下である。本方法の別の実施形態では、現在の表示フレーム時間の前記一部は、フレ
ーム時間の複数倍に等しい。本方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部は、
実質的にフレーム時間全体を含む。本方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一
部は、フレーム時間全体の少なくとも５０％を含む。本方法の１つの実施形態では、フレ
ーム時間の前記一部は、フレーム時間全体の少なくとも９０％から１００％を含む。本方
法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部は、少なくとも１ミリ秒を含む。本方
法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間とフレーム時間の間
の時間を含む。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、実質的に行アド
レス時間を含む。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時
間以下である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間
の０．０１（１％）と行アドレス時間の間である。本方法の別の実施形態では、フレーム
時間の前記一部は、行アドレス時間の０．１（１０％）と行アドレス時間の間である。本
方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、フレーム時間以下である。本方法
の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．０１より大きく
フレーム時間以下である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、フレ
ーム時間の複数倍である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行ア
ドレス時間の０．０１と行アドレス時間の間である。
【０２０９】
　本方法の別の実施形態では、前記表示デバイスは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）画素
表示デバイスである。本方法の別の実施形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）
は、小分子ＯＬＥＤである。本方法の別の実施形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬ
ＥＤ）は、ポリマーＯＬＥＤ（ＰＬＥＤ）である。本方法の別の実施形態では、前記有機
発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、燐光性ＯＬＥＤ（ＰＨＯＬＥＤ）である。本方法の別の
実施形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、単一または複数層の有機材料と
電極とのいずれかの組み合わせという形態のいずれかの有機材料から形成される。本方法
の別の実施形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、アクティブマトリックス
ＯＬＥＤである。本方法の別の実施形態では、前記表示デバイスは、エレクトロルミネセ
ントデバイスである。本方法の別の実施形態では、前記表示デバイスは、プラズマ発光デ
バイスである。本方法の別の実施形態では、前記表示デバイスは、いずれかの制御可能光
子放射デバイスである。本方法の別の実施形態では、前記アクティブマトリックス表示デ
バイスは、アモルファスシリコンから形成されている。本方法の別の実施形態では、前記
アクティブマトリックス表示デバイスは、ポリシリコンから形成されている。本方法の別
の実施形態では、前記アクティブマトリックス表示デバイスは、セレン化カドミウムから
形成されている。本方法の別の実施形態では、前記アクティブマトリックス表示デバイス
は、いずれかのタイプの半導体材料から形成されている。
【０２１０】
　別の態様では、本発明は、フィードバックで安定化されたフラットパネル表示のための
アクティブマトリックス表示装置と画素構造を提供する。１つの実施形態では、本発明は
累積輝度センサーを有する発光画素デバイスを提供する。この画素デバイスは、発光デバ
イスと、この発光デバイスを画像電圧に対応する所定の輝度にまで駆動する電流を発生し
て、駆動電流をフレーム時間中に前記発光デバイスに入力する駆動回路と、前記発光デバ
イスの近傍に配置された入射光子束の変化に反応して電気的特性の変化を示して、前記発
光デバイスが発光状態にあるときに測定可能な光子をとらえる光センサーと、この光セン
サーと結合しており、電荷を蓄積もしくは減少して、容量電荷およびこの電荷に比例する
電圧を一時に示す電荷蓄積デバイスと、フレーム時間の少なくとも一部において前記セン
サーの電気的特性の変化に反応して前記電荷蓄積デバイスの充電および放電を制御する制
御回路または他の制御手段とを備える。
【０２１１】
　本デバイスの１つの実施形態では、本デバイスは、さらに、表示フレーム時間の少なく
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とも一部の終了時で前記電荷蓄積デバイスの両端の電圧を測定する電圧読取回路を備え、
この測定された電圧はこのフレーム時間の一部の間での画素の測定輝度を示す。
【０２１２】
　本デバイスの別の実施形態では、本デバイスは、さらに、表示フレーム時間の少なくと
も一部の終了時で前記電荷蓄積デバイスからの電流を測定する電流読取回路を備え、この
測定された電流はこのフレーム時間の一部の間での画素の測定輝度を示す。
【０２１３】
　本デバイスの別の実施形態では、本デバイスは、さらに、表示フレーム時間の少なくと
も一部の終了時で前記電荷蓄積デバイス上の電荷を測定する電荷読取回路を備え、この測
定された電荷はこのフレーム時間の一部の間での画素の測定輝度を示す。
【０２１４】
　本デバイスの別の実施形態では、本デバイスは、さらに、後続のフレーム時間中に画素
駆動回路に修正値を入力し、これで、この後続フレーム時間中の測定輝度がフレーム測定
時間中の場合より基準輝度からの変動が小さくなるようにするフィードバック制御回路を
備える。
【０２１５】
　本デバイスの１つの実施形態では、前記電荷蓄積デバイスの両端の電圧は、制御回路が
前記電荷蓄積デバイスの充電または放電をすることが許容されているフレーム時間の一部
の間における累積された光子束を表している。
【０２１６】
　本デバイスの別の実施形態では、前記電圧読取回路は、さらに、前記電荷蓄積デバイス
の両端の電圧と目標輝度に対応する基準電圧とを受け取って、目標輝度と測定輝度間の差
を表す差分信号を発生する電圧コンパレータ回路を備える。本デバイスの別の実施形態で
は、前記電流読取回路は、さらに、前記電荷蓄積デバイスからの電流と目標輝度に対応す
る基準電流とを受け取って、目標輝度と測定輝度間の差を表す差分信号を発生する電流コ
ンパレータ回路を備える。本デバイスの別の実施形態では、前記電荷読取回路は、さらに
、前記電荷蓄積デバイス上の電荷と目標輝度に対応する基準電荷とを受け取って、目標輝
度と測定輝度間の差を表す差分信号を発生する電荷コンパレータ回路を備える。本デバイ
スの別の実施形態では、前記読取回路は、電荷増幅回路を有する電荷アンプ／トランスイ
ンピーダンス増幅器として構成されている。本デバイスの別の実施形態では、前記電荷ア
ンプ／トランスインピーダンス増幅器は、蓄積キャパシタを完全充電電圧にまで再充電す
るために必要とされる電荷を測定し、電荷増幅回路の反転（－）入力部は少なくとも１ギ
ガオームという抵抗値を有し、電荷増幅回路の出力部は約０～１００オームという抵抗値
を有する。本デバイスの別の実施形態では、前記電荷増幅回路の出力の抵抗は、実質的に
０～１０オームのである。本デバイスの別の実施形態では、前記制御回路は少なくとも１
つのトランジスタを備える。本デバイスの別の実施形態では、前記電荷蓄積デバイスは少
なくとも１つのキャパシタを備える。本デバイスの別の実施形態では、前記電荷蓄積デバ
イスは複数のキャパシタを備える。本デバイスの別の実施形態では、前記センサーデバイ
スは、自身に入射する光子の数にしたがって抵抗またはコンダクタンスが変動する光抵抗
性デバイスまたは光伝導性デバイスを備える。本デバイスの別の実施形態では、前記発光
デバイスは光子を放射する。本デバイスの別の実施形態では、前記発光デバイスは発光ダ
イオードを備える。本デバイスの別の実施形態では、前記発光デバイスは有機発光ダイオ
ードを備える。本デバイスの別の実施形態では、前記発光デバイスは無機発光ダイオード
を備える。本デバイスの別の実施形態では、前記発光デバイスは、行と列として配置され
た２次元アレイとして配置された複数の発光デバイスのうちの１つである。本デバイスの
別の実施形態では、前記発光デバイスは発光ダイオードを備える。
【０２１７】
　本デバイスの別の実施形態では、前記発光デバイスは、有機発光ダイオードを備える。
本デバイスの別の実施形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、小分子ＯＬＥ
Ｄである。本デバイスの別の実施形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、ポ
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リマーＯＬＥＤ（ＰＬＥＤ）である。本デバイスの別の実施形態では、前記有機発光ダイ
オード（ＯＬＥＤ）は、燐光性ＯＬＥＤ（ＰＨＯＬＥＤ）である。本デバイスの別の実施
形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、単一または複数層の有機材料と電極
とのいずれかの組み合わせという形態のいずれかの有機材料から形成される。本デバイス
の別の実施形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、アクティブマトリックス
ＯＬＥＤである。本デバイスの別の実施形態では、前記表示デバイスは、エレクトロルミ
ネセントデバイスである。本デバイスの別の実施形態では、前記表示デバイスは、プラズ
マ発光デバイスである。本デバイスの別の実施形態では、前記表示デバイスは、いずれか
の制御可能光子放射デバイスである。
【０２１８】
　本デバイスの別の実施形態では、前記アクティブマトリックス表示デバイスは、アモル
ファスシリコンから形成されている。本デバイスの別の実施形態では、前記アクティブマ
トリックス表示デバイスは、ポリシリコンから形成されている。本デバイスの別の実施形
態では、前記アクティブマトリックス表示デバイスは、セレン化カドミウムから形成され
ている。本デバイスの別の実施形態では、前記アクティブマトリックス表示デバイスは、
いずれかのタイプの半導体材料から形成されている。
【０２１９】
　本デバイスの別の実施形態では、前記光センサー素子は抵抗部品を含むが、抵抗は入射
する光子束に比例して変化する。本デバイスの別の実施形態では、前記光センサー素子は
、入射する光子束に反応して抵抗および／またはコンダクタンスが変化する光ダイオード
を含む。本デバイスの別の実施形態では、前記光センサーは、入射する光子束に反応して
抵抗および／またはコンダクタンスが変化する光トランジスタを含む。本デバイスの別の
実施形態では、前記光センサーは、発光デバイスが放射した光子をとらえて、これを電荷
担体に変換して、前記センサーの材料をより良好な電流伝導体とし、これで、抵抗を下げ
ている。本デバイスの別の実施形態では、前記光センサーの抵抗が低いため、センサーの
２端子抵抗部品と並列に結合されているキャパシタ上に蓄積された電荷を排出する。本デ
バイスの別の実施形態では、前記画素回路は、抵抗部品とキャパシタを有するセンサーを
備える光子束カウントインテグレータを含む。本デバイスの別の実施形態では、排出され
る電荷の量は、フレーム時間中に前記センサーに入射する光子の数に比例し、また、フレ
ーム時間の一部の終了時での前記キャパシタ上の電圧は、フレーム時間の一部中にカウン
トもしくは累積された光子の示度である。
【０２２０】
　本デバイスの別の実施形態では、特定の輝度レベルは前記センサー中に光電流を発生さ
せ、この光電流の大きさが輝度（センサー中の光子束）を示す。本デバイスの別の実施形
態では、前記光電流は輝度に比例する。本デバイスの別の実施形態では、前記光電流は輝
度に正比例する。本デバイスの別の実施形態では、前記感光性素子が発光ダイオードと同
じ画素中に配置される。本デバイスの別の実施形態では、前記感光性素子は発光ダイオー
ドと一体化され、これで、発光ダイオードが放射したすべてまたは実質的にすべての光子
束が感光性素子に入射するようにする。本デバイスの別の実施形態では、前記感光性素子
は、前記発光デバイスの陽極側の半導体と物理的に接触して置かれる表面または層を有す
る。
【０２２１】
　本デバイスの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間以下を含
む。本デバイスの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、実質的にフレーム時間
全体を含む。本デバイスの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部はフレーム時間全
体の少なくとも５０％を含む。本デバイスの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部
はフレーム時間全体の少なくとも９０％から１００％を含む。本デバイスの別の実施形態
では、フレーム時間の前記一部は少なくとも１ミリ秒を含む。本デバイスの別の実施形態
では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間以下を含む。本デバイスの別の実施形
態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間とフレーム時間の間の時間を含む。
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本デバイスの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、実質的に行アドレス時間を
含む。本デバイスの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間以下
の時間を含む。本デバイスの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス
時間の０．０１（１％）と行アドレス時間の間である。本デバイスの別の実施形態では、
フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．１（１０％）と行アドレス時間の間で
ある。本デバイスの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、フレーム時間以下で
ある。本デバイスの別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０
．０１より大きくフレーム時間以下である。本デバイスの別の実施形態では、フレーム時
間の前記一部は、フレーム時間の複数倍である。本デバイスの別の実施形態では、フレー
ム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．０１と行アドレス時間の間である。
【０２２２】
　別の態様では、本発明は累積輝度センサーを有する発光画素デバイスを操作する方法を
提供する。本方法は、前記発光デバイスを画像電圧に対応する所定の輝度にまで駆動する
電流を発生して、駆動電流をフレーム時間中に発光デバイスに印加するステップと、
　前記センサーと結合しており、電荷を蓄積もしくは減少して、容量電荷およびこの電荷
に比例する電圧を一時に示す電荷蓄積デバイスと、入射光子束の変化に反応して電気的特
性が変化する光センサーを発光ダイオードが放射した光子に対してフレーム時間中に暴露
するステップと、センサーと結合している電荷蓄積デバイスに電荷を蓄積（充電）したり
これから排出（放電）したりするステップであって、このセンサーはフレーム時間中での
電荷の蓄積や減少の速度を制御する部品を含むステップと、フレーム時間の一部の終了時
に前記電荷蓄積デバイス上に存在する電荷によって生じる電圧を測定するステップであっ
て、測定された電圧がフレーム時間の前記一部の間での実際の輝度を示すステップと、こ
の輝度と関連する測定電圧を画素発光体画像電圧と画素発光体駆動電流に対する基準目標
輝度と比較して、差分値を発生するステップと、この差分値をフィードバック入力として
修正回路に印加し、この修正回路が、同じ画素に対する画像電圧と駆動電流を後続のフレ
ーム時間中に修正するステップとを含む。
【０２２３】
　本方法の１つの実施形態では、発光デバイスは無機発光ダイオードを含む。本方法の１
つの実施形態では、前記発光デバイスは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を含む。本方法
の１つの実施形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は小分子ＯＬＥＤである。
本方法の１つの実施形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）はポリマーＯＬＥＤ
（ＰＬＥＤ）である。本方法の１つの実施形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ
）はフォスフォレセントＯＬＥＤ（ＰＨＯＬＥＤ）である。本方法の１つの実施形態では
、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、単一または複数の層を成す有機材料および電
極の何らかの組み合わせ中のいずれかの材料から形成される。本方法の１つの実施形態で
は、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）はアクティブマトリックスＯＬＥＤである。本
方法の１つの実施形態では、前記表示発光デバイスはエレクトロルミネセントデバイスで
ある。本方法の１つの実施形態では、前記表示発光デバイスはプラズマ発光デバイスであ
る。本方法の１つの実施形態では、前記表示発光デバイスは、いずれかの制御式光子放射
デバイスである。
【０２２４】
　本方法の１つの実施形態では、前記アクティブマトリックスはアモルファスシリコンか
ら形成されている。本方法の１つの実施形態では、前記アクティブマトリックスはポリシ
リコンから形成されている。本方法の１つの実施形態では、前記アクティブマトリックス
はセレン化カドミウムから形成されている。本方法の１つの実施形態では、前記アクティ
ブマトリックスはいずれかのタイプの半導体材料から形成されている。
【０２２５】
　本方法の１つの実施形態では、前記光センサーは、前記発光デバイスが放射した光子を
途中で遮って、これを電荷担体に変換して、前記センサーの材料をより良好な電流伝導体
とし、これで、抵抗を下げている。本方法の１つの実施形態では、蓄積または排出される
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電荷の量は、フレーム時間の一部中に前記センサーに入射する光子の数に比例し、また、
フレーム時間の前記一部の終了時での前記キャパシタ上の電圧は、フレーム時間の一部中
にカウントもしくは累積された光子の示度である。本方法の１つの実施形態では、特定の
輝度レベルはセンサー中に光電流を発生させ、この光電流の大きさが輝度（センサー中の
光子束）を示す。本方法の１つの実施形態では、前記光センサー素子は発光ダイオードと
同じ画素中に配置される。
【０２２６】
　本方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間以下を含む
。本方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部は、実質的にフレーム時間全体
を含む。本方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部はフレーム時間全体の少
なくとも５０％を含む。本方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部はフレー
ム時間全体の少なくとも９０％から１００％を含む。本方法の１つの実施形態では、フレ
ーム時間の前記一部は少なくとも１ミリ秒を含む。本方法の１つの実施形態では、フレー
ム時間の前記一部は、行アドレス時間以下を含む。
【０２２７】
　本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間とフレーム時
間の間の時間を含む。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、実質的に
行アドレス時間を含む。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アド
レス時間以下の時間を含む。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行
アドレス時間の０．０１（１％）と行アドレス時間の間である。本方法の別の実施形態で
は、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．１（１０％）と行アドレス時間の
間である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、フレーム時間以下で
ある。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．０
１より大きくフレーム時間以下である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記
一部は、フレーム時間の複数倍である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記
一部は、行アドレス時間の０．０１と行アドレス時間の間である。
【０２２８】
　別の態様では、本発明は自己校正形発光画素を操作するデバイスと方法を提供する。１
つの実施形態で、本発明は自己校正形画素を操作する発光画素デバイスと方法を提供する
。この方法は、センサーキャパシタを所定の開始電圧に設定するステップと、電流を光子
放射デバイスに送出して、光子を所定の目標光子放射レベルで放射させるステップと、セ
ンサー上の光子束にしたがって変動する電気的特性を有するセンサーを表示フレーム時間
の少なくとも１部分の間に放射済みの光子に露光するステップと、センサーキャパシタに
、センサーを介して所定の開始状態から充電もしくは放電させて、フレーム時間の１部お
よびフレーム時間の１部中でのセンサーの抵抗値によってセンサーキャパシタ上の電荷の
量が決定されるようにするステップと、フレーム時間の１部の終了時におけるセンサーキ
ャパシタ上の残留している電圧もしくは電荷を累積光子束と画素の輝度の表示として測定
するステップと、測定された電圧をフィードバックパラメータとして用いて、いずれかの
後続の表示フレーム時間中に画素に印加される画像電圧および／または電流を修正するス
テップと、を含む。
【０２２９】
　本方法の１つの実施形態では、前記センサーは光抵抗性デバイスを備える。本方法の１
つの実施形態では、前記センサーは光伝導性デバイスを備える。本方法の１つの実施形態
では、前記センサーは、光ダイオード、光抵抗体、光伝導体および光トランジスタの内の
少なくとも１つを備える。本方法の１つの実施形態では、前記センサーは光トランジスタ
を備える。本方法の１つの実施形態では、前記センサーは光ダイオードを備える。本方法
の１つの実施形態では、キャパシタ開始電圧設定値は、前記センサーキャパシタを所定の
充電電圧に充電することによって設定される。本方法の１つの実施形態では、前記キャパ
シタ開始電圧設定値は、実質的にゼロボルトに設定される。本方法の１つの実施形態では
、所定のキャパシタ開始電圧は、ある電圧の値を有する非ゼロ電圧である。本方法の１つ
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の実施形態では、所定の非ゼロ開始電圧に充電され次に放電されたセンサーキャパシタの
場合、センサーキャパシタの両端に残っている差分電圧は、フレーム時間中の累積光子束
の全体量を示す。
【０２３０】
　本方法の１実施形態では、実質的にゼロボルトで放電されたまたは別の電圧で充電され
次にフレーム累積時間の一部中に充電されたセンサーキャパシタの場合、センサーキャパ
シタ上の開始電圧と終了電圧間の差はフレーム時間の前記一部中の光子累積束の総量を示
す。
【０２３１】
　本方法の１実施形態では、さらに、後続の表示フレーム時間中に同じ画素と階調レベル
に印加される画像電圧と電流を修正するステップは、測定されたセンサーキャパシタ電圧
をメモリに記憶されている基準校正電圧と比較してこれらの電圧間の差を用いて修正値を
発生するステップを含む。
【０２３２】
　本方法の１実施形態では、本方法は、２次元アクティブマトリックス画素アレイの各画
素に対して実質的に並列に実行される。
【０２３３】
　本方法の１実施形態では、送出電流は、電圧を制御デバイスに印加し、このデバイスが
この電圧に対応する電流を光子放射デバイスに送出して、光子を所定の目標光子放射レベ
ルで放射させることによって送出される。
【０２３４】
　本方法の１実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間以下を含む。本
方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部は、実質的にフレーム時間全体を含
む。本方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部はフレーム時間全体の少なく
とも５０％を含む。本方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部はフレーム時
間全体の少なくとも９０％から１００％を含む。本方法の１つの実施形態では、フレーム
時間の前記一部は少なくとも１ミリ秒を含む。本方法の１つの実施形態では、フレーム時
間の前記一部は、行アドレス時間以下である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間
の前記一部は、行アドレス時間の０．０１（１％）と行アドレス時間の間である。本方法
の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．１（１０％）と
行アドレス時間の間である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、フ
レーム時間以下である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アド
レス時間の０．０１より大きくフレーム時間以下である。本方法の別の実施形態では、フ
レーム時間の前記一部は、フレーム時間の複数倍である。本方法の別の実施形態では、フ
レーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．０１とフレーム時間の間の時間を含む。
【０２３５】
　本方法の１つの実施形態では、本方法は、さらに、センサーと結合しているキャパシタ
を、トランジスタとキャパシタ充電電圧源によってセンサーラインを介して累積フレーム
時間に先立って第１の所定の電圧に充電するステップを含む。本方法の１つの実施形態で
は、前記キャパシタ充電電圧はセンサーライン上で印加され、するとこのセンサーライン
は、センサーキャパシタ電圧が測定されているときまたはセンサーキャパシタが再充電さ
れていて、電圧が高度に安定しており変動していないときに電流を流すだけである。
【０２３６】
　別の態様では、本発明は、コンピュータ、情報機器およびエンターテインメントシステ
ム用の高性能発光表示デバイスを提供する。１つの実施形態では、本発明は各画素が有機
発光ダイオード発光体を含む２次元アレイとして配置された複数のアクティブマトリック
ス画素を備えるフラットパネルまたは表示デバイスと、各画素に対する入力画像データを
受信して、フレーム時間中に、対応する目標画素輝度を発生する意図を持つ画素駆動信号
を発生する発光体駆動回路と、測定値表示フレーム時間の１部で、各画素の実際の輝度を
示す電気的パラメータを測定する発光体輝度センサーおよび測定回路と、画素輝度関連の
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電気的パラメータを画素ごとに受信して、測定表示フレーム時間に続くフレーム時間に画
素ごとの入力画像データに対して適用される修正値を目標画素輝度と画素輝度測定値の差
に基づいて発生する、表示装置と結合している表示ロジックと、を備える情報機器を提供
する。
【０２３７】
　１つの実施形態では、この情報機器は、テレビモニター、テレビ受信装置、ＣＤプレー
ヤー、ＤＶＤプレーヤー、コンピュータモニターもしくは表示装置、コンピュータシステ
ム、自動車計器パネル、航空機計器表示パネル、ビデオゲーム、携帯電話、個人向け携帯
型情報通信機器（ＰＤＡ）、電話、図形システム、印刷システム、スコアボードシステム
、エンターテインメントシステム、家庭内もしくは電化製品、コピー機、ＧＰＳナビゲー
ション表示装置、動的アート表示デバイス、カメラ、およびこれらの組み合わせの内の少
なくとも１つをさらに備える。
【０２３８】
　この情報機器の１つの実施形態では、画素のおのおのが発光デバイスと、前記発光デバ
イスを画像電圧に対応する所定の輝度にまで駆動する電流を発生して、駆動電流をフレー
ム時間中に前記発光デバイスに印加する駆動回路と、前記発光デバイスの近傍に配置され
た入射光子束の変化に反応して電気的特性の変化を示して、前記発光デバイスが発光状態
にあるときに測定可能な光子束を途中で遮ぎる光センサーと、前記センサーと結合して、
電荷を蓄積もしくは減少して、容量電荷およびこの電荷に比例する電圧を一時に示す電荷
蓄積デバイスと、フレーム時間の少なくとも一部において前記センサーの電気的特性の変
化に反応して前記電荷蓄積デバイスの充電および放電を制御する制御回路と、表示フレー
ム時間の少なくとも一部の終了時に前記電荷蓄積デバイスの両端の電圧を測定し、測定さ
れた電圧がフレーム時間の前記一部の間での測定輝度を示す、電圧読取回路と、後続のフ
レーム時間中に前記画素駆動回路に修正値を入力し、これで、この後続フレーム時間中の
測定輝度がフレーム測定時間中の場合より基準輝度からの変動が小さくなるようにするフ
ィードバック制御回路とを備える。
【０２３９】
　別の実施形態では、本発明は、各画素が発光ダイオード発光体と画素ごとの入力画像デ
ータを受信して、おのおののフレーム表示時間中に対応する目標画素輝度を発生する意図
を持つ画素駆動信号を発生する発光体駆動回路とを含む、２次元アレイとして配置された
複数のアクティブマトリックス画素を有するタイプの表示デバイスを操作する方法を提供
する。この方法は、さらに、第１のフレーム時間の少なくとも一部中に発光体輝度測定回
路によってとらえられた光子束を示す電圧を測定するステップと、測定輝度に対応する測
定電圧を基準輝度に対応する基準電圧と比較して、差分信号を発生し、この差分信号を用
いて、後続のフレーム表示時間中に画素ごとに入力画像データを修正し、これで、後続の
フレーム表示時間中の画素輝度が基準輝度とほとんど等しくなるようにするステップと、
を含むことを特徴とする。
【０２４０】
　本方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部は行アドレス時間以下である。
本方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部は、実質的にフレーム時間全体で
ある。本方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部はフレーム時間全体の少な
くとも５０％である。本方法の１つの実施形態では、フレーム時間の前記一部はフレーム
時間全体の少なくとも９０％から１００％である。本方法の１つの実施形態では、フレー
ム時間の前記一部は少なくとも１ミリ秒である。本方法の１つの実施形態では、フレーム
時間の前記一部は、行アドレス時間以下である。本方法の別の実施形態では、フレーム時
間の前記一部は、行アドレス時間の０．０１（１％）と行アドレス時間の間である。本方
法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．１（１０％）
と行アドレス時間の間である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、
フレーム時間以下である。本方法の別の実施形態では、フレーム時間の前記一部は、行ア
ドレス時間の０．０１より大きくフレーム時間以下である。本方法の別の実施形態では、
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フレーム時間の前記一部は、フレーム時間の複数倍である。本方法の別の実施形態では、
フレーム時間の前記一部は、行アドレス時間の０．０１と行アドレス時間の間である。
【０２４１】
　本方法の１つの実施形態では、後続のフレーム表示時間は、第１の表示時間の直後のフ
レーム表示である。本方法の１つの実施形態では、後続のフレーム表示時間は、輝度が測
定される第１のフレーム表示の後に所定数の表示フレームだけ続くフレーム表示である。
ここで、所定数のフレームとはいずれかの整数（Ｎ）個のフレームのことである。本方法
の１つの実施形態では、後続のフレーム表示時間は、所定のまたは動的に決定された事象
の発生時のフレーム表示である。
【０２４２】
　本方法の１つの実施形態では、所定のまたは動的に決定された事象の発生は、表示初期
化事象、表示パワーオン事象、動作事象の表示時間、ユーザ初期化事象、いずれかの自動
的ポリシーもしくはルールに基づいた事象およびこれらの組み合わせから選択される。
【０２４３】
　本方法の１つの実施形態では、前記表示デバイスは、全体的なシステム中の１部品であ
るフラットパネル表示デバイスを備える。このシステムは、いずれかの情報機器、テレビ
モニター、ＣＤプレーヤー、ＤＶＤプレーヤー、コンピュータモニター、コンピュータシ
ステム、自動車計器パネル、航空機計器表示パネル、ビデオゲーム、携帯電話、個人向け
携帯型情報通信機器（ＰＤＡ）、電話、図形システム、印刷システム、スコアボードシス
テム、エンターテインメントシステム、家庭内もしくは電化製品、コピー機、ＧＰＳナビ
ゲーション表示装置、動的アート表示デバイス、カメラ、およびこれらの組み合わせを含
む複数のシステムの集合から選択される。
【０２４４】
　本機器と方法の１つの実施形態では、前記発光デバイスは有機発光ダイオード（ＯＬＥ
Ｄ）を備える。本機器と方法の１つの実施形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ
）は、小分子ＯＬＥＤである。本機器と方法の１つの実施形態では、前記有機発光ダイオ
ード（ＯＬＥＤ）は、ポリマーＯＬＥＤ（ＰＬＥＤ）である。本機器と方法の１つの実施
形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、燐光性ＯＬＥＤ（ＰＨＯＬＥＤ）で
ある。本機器と方法の１つの実施形態では、前記有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、単
一または複数層の有機材料と電極とのいずれかの組み合わせという形態のいずれかの有機
材料から形成される。本機器と方法の１つの実施形態では、前記有機発光ダイオード（Ｏ
ＬＥＤ）は、アクティブマトリックスＯＬＥＤである。本機器と方法の１つの実施形態で
は、前記発光デバイスは、エレクトロルミネセントデバイスである。本機器と方法の１つ
の実施形態では、前記発光デバイスは、プラズマ発光デバイスである。本機器と方法の１
つの実施形態では、前記発光デバイスは、いずれかの制御可能光子放射デバイスである。
【０２４５】
　本機器と方法の１つの実施形態では、前記表示デバイスは、アモルファスシリコンから
形成されている。本機器と方法の１つの実施形態では、前記表示デバイスは、ポリシリコ
ンから形成されている。本機器と方法の１つの実施形態では、前記表示デバイスは、セレ
ン化カドミウムから形成されている。本機器と方法の１つの実施形態では、前記表示デバ
イスは、いずれかのタイプの半導体材料から形成されている。
【０２４６】
　別の態様では、本発明は集積回路を提供する。１つの実施形態では、この集積回路は、
累積された光子束と輝度の測定値を複数の表示画素から受信するサンプル・ホールド回路
と、サンプルされ保持されたアナログ信号値を受信してこのアナログ信号をデジタル信号
に変換するアナログ／デジタルコンバータと、画素ごとに、また、画素が表示することを
必要とされる階調レベルの値ごとに基準値を記憶する校正値メモリと、特定の測定された
画素輝度を示す変換されたデジタル信号値と、同じ画素に対する基準輝度を示す少なくと
も１つの基準信号値の内の少なくとも一方を受信して、基準画素輝度からの測定画素輝度
の偏差を示す基準信号を発生する少なくとも１つのコンパレータと、画素の偏差の指示を
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記憶する画素偏差メモリを含む画素偏差ロジックと、を備える。この集積回路の別の実施
形態では、画素偏差メモリと校正値メモリは、共通の物理的メモリ内に論理的に区画され
ている。本集積回路の別の実施形態では、画素偏差メモリと校正値メモリは、互いに異な
った物理的メモリ内に区画されている。
【０２４７】
　いくつかの方法をかなり詳細に説明したが、これらの記述には、オプションとしてのデ
バイス、装置、システムおよび方法のステップ（特徴）が含まれ、これらを組み合わせる
ことにより、引用される数より少ない特徴を実現して同じもしくは実質的に同じ結果が得
られることが理解されるであろう。また、方法クレーム中のステップの順序を多くの例で
修正すれば、同じもしくは実質的に同じ結果が得られること、また、回路やデバイスの接
続性を、本発明の性能を達成しながらもしばしば修正できることが理解されるであろう。
　本明細書に発明の具体的な実施形態を解説の目的で上述しているが、本発明の精神と範
囲から逸脱することなく本発明はさまざまな修正がされ得ることが理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０２４８】
【図１Ａ】例示の従来型画素構造と本発明に実施形態による画素の構造との比較を示す図
である。
【図１Ｂ】例示の従来型画素構造と本発明に実施形態による画素の構造との比較を示す図
である。
【図２】ＳｔｅａｄｙｌｉｇｈｔＴＭの発光画素と表示校正・安定回路の実施形態を示す
図である。
【図３】個々の画素センサーを一体化して光束を検出してフィードバックするアクティブ
マトリックス表示デバイスを操作するフィードバック制御システムの第１の実施形態を示
す図である。
【図４】個々の画素センサーを一体化して光束を検出してフィードバックし、また、階調
レベルロジックユニットの操作を修正して制御するための校正メモリと偏差メモリを含む
アクティブマトリックス表示デバイスを操作するフィードバック制御システムの第２の実
施形態のある実施形態を示す図である。
【図５】電圧感知増幅器を用いる画素センサーと累積光子束検出・測定回路のある実施形
態を示す図である。
【図６】電荷アンプ／トランジスタインピーダンス増幅器を用いる画素センサーと累積光
子束検出・測定回路のある実施形態を示す図である。
【図７】発光体、センサーおよび光子束累積装置素子を含むアクティブマトリックス画素
の第１の実施形態を示す図である。
【図８】発光体、センサーおよび光子束累積装置素子を含むアクティブマトリックス画素
の第２の実施形態を示す図である。
【図９】表示装置製造プロセスで本発明によりアクティブマトリックス表示装置を校正す
るために実行される第１の校正手順のある実施形態を示す図である。
【図１０】１回目のブートアップまたはパワーオンの間など表示装置製造後に本発明によ
りアクティブマトリックス表示装置を校正するために実行される第２の校正手順のある実
施形態を示す図である。
【図１１】本発明にしたがって表示装置を操作する手順のある実施形態を示す図である。
【図１２】本発明の特徴を組み込んだアクティブマトリックス発光画素表示デバイスのあ
る実施形態を示す図である。
【符号の説明】
【０２４９】
　２０１　表示デバイス、　　２０２　画素、　　２０３　光子束累積装置回路、　　２
０４　表示ドライバおよび制御電子システム。
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